




















































































































haben, wird als Nebenfehler bewertet. Dabei 
handelt es sich im Normalfall um dynamische 
KenngrtiBen bei tamb = 25 °C, sofern diese 
nicht fiir die Hauptanwendung besondere Be­
deutung haben, sowie um weitere statische 
KenngrtiBen bei tamb = 25 °C, deren Bedeu­
tung fiir die Hauptanwendung eingeschrankt 
ist. 

3.3. AQL-Werte 

Entsprechend der in 3.2. angegebenen Fehler­
gruppierung gelten in den Datenblattern der 
Halbleitertypen fiir professionelle Gerate und 
Anwendungen - sofern nicht anders verein­
bart - die im folgenden genannten AQL-Wer­
te. Diesen liegt der Einfachstichprobenplan 
fiir AttributprUfung AEG 1415 (siehe 3.4.) zu­
grunde, der DIN 40080 entspricht. 

Fehlergruppe 
Einzel- Gruppen-
AQL AQL 

Totalfehler 0,25% 
Hauptfehler 0,65% 
Nebenfehler 2,50% 

Die Summe aller fehlerbehafteten Bauele­
mente wird mit einem Summen-AQL = 2,5 % 
bewertet. 
In den Datenblattern sind zusatzlich Kenngrti­
Ben aufgefUhrt, deren OberprUfung nur durch 
aufwendige Messungen mtiglich ist. Diese 
KenngrtiBen sind, falls sie nicht besondere 
Bedeutung fiir die Hauptanwendung haben, 
durch die FuBnote **) gekennzeichnet. Das 
Einhalten der angegebenen Grenzen dieser 
KenngrtiBen wird mit einer StichprobenprU­
fung nach dem Einfach-Stichprobenplan AEG 
1416 (siehe 3.4.) Uberwacht (entspricht weit­
gehend ABC-STD 105 D, PrUfstufe S 4). Datur 
gilt ein AQL-Wert von 2,5 %. 

ded, then it is considered as a minor defect. 
Normally these are dynamic characteristics 
with ambient temperature, tamb = 25 °C, 
provided there is no special meaning for main 
application. Further, there are static charac­
teristics (tamb = 25 °C) whose significance 
for the main application is restricted. 

3.3. AQL-values 

According to the classification of defects 
mentioned in 3.2., the following AOL-values, 
unless otherwise specified, are valid for data 
sheets of semiconductor devices for profes­
sional equipments and applications. Under it, 
the inspection follows the single sampling 
plan for attribute testing AEG 1415 (see 3.4.) 
which corresponds with DIN 40080 (/EC 
publication 410). 

Classification Single- !cumulative-
of defects AOL AOL 

Total defect 0.25% 
Major defect 0.65% 
Minor defect 2.50% 

A cumulative-AOL equal to 2.5 % is valid for 
all defects mentioned above. 

There are additional characteristics given in 
the data sheets whose measurements are only 
possible through elaborate and costly tests. 
These characteristics are given with foot 
note **) provided they are not of special use 
for the main application. To check the given 
limits of these characteristics, a sampling in­
spection is performed according to single 
sampling plan AEG 1416 (see 3.4.) which 
corresponds largely to ABC-STD 105 D, in­
spection level S 4. In this case an AOL-value 
of 2. 5 % is valid. 
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3.4. Stichprobenpliine 
Zeichenerklarung: 
AQL Gullage 
N LosgriiBe 
n Stichprobenumtang 
c Annahmezahl 
Dmax maximaler Durchschlupf 

Einfach-Stichprobenplan flir AttributprUfung 
(AEG 1415) 

normale Priifung 
normal 

inspection 

D,D6 D,!D D,15 D,25 0,4D 

AQL 

0,65 

n-c 

3.4. Sampling inspection plans 
List of symbols: 
Acceptable Quality Level 
Lot size 
Sample size 
Acceptance number 
Average outgoing quality level 

Single sampling plan for attribute testing (AEG 
1415) 

reduziertePriifung 
reduced 

inspection 

1,0 1,5 2,5 4,D 6,5 

N (0,,. in %) N 

2- 15 
3-0 2-D 2- 15 

8-0 5-0 (9,6) (15,6) 

13-D 
(3,9) (6,7) 13-1 8-1 16- 5D 16- 150 20-0 (2,6) (4,8) (9,2) 

32-D 
(1,7) 

20-1 20-2 2D-3 51- 150 151- 28D 
50-D (1,1) e--- 32-1 (3,6) (6,0) (8,4) 

80-0 (0,71) (2,3) 32-2 32-3 32-5 ·151- 280 281- 500 
125-0 (0,45) 5D-1 (3,8) (5,4) (8,8) 

(0,29) 
~ 

(1,5) 

281- 50D 2D0-0 
(0,18) e---

501- 12DD 
125-1 

f----
(0,64) 

1201- 320D 
e--- 2D0-1 

(0,41) 

3201-IDOOO 2D0-2 

f---- 315-1 (0,68) 

(0,27) 

!ODOl-350001) 
500-1 315-2 315-3 
(0,17) (0,44) (0,61) 

Einfach-Stichprobenplan fLir zersttirende oder 
sehr teure PrUfungen (AEG 1416, Z-Plane). 

II 

80-1 
(1,0) 

125-2 
(1,1) 

20D-3 
(0,95) 

315-5 
(0,99) 

AQL 

50-2 50-3 5D-5 50-7 501- 1200 
(2,4) (3,5) (5,7) (8,1) 

80-2 80-3 80-5 80-7 80-ID 12Dl- 320D 
(1,6) (2,2) (3,7) (5,2) (7,7) 

125-3 125-5 125-7 125-!D 125-14 3201-lODOO 
(1,5) (2,4) (3,5) (5,0) (7,2) 

200-5 200-7 200-10 2D0-14 10001-350001) 
(1,6) (2,2) (3,2) (4,6) 20D-21 

315-7 315-ID 315-14 315-21 (7,3) 

(1,4) (2,1) (3,0) (4,7) 

Single sampling plan for destructive or very 
costly test procedurs (AEG 1416, Z-plans). 

12 
normale Prufunu 

~lwjwJ~J~J~JuJujuJ~J 
reduzierte PrDfung 

normal inspection 6,5 reduced inspection 

n-c 
N (0011 in%) N 

2- 25 2-0 2- 50 3-0 116,6) 

(t1,6) 
26- 90 5-0 51- 150 

8-0 (7,2) I--
91- 150 

13-0 (4,5) 8-1 151- 500 20-d (2,8) 13-1 (10,8) 
(1,8) I-- (6,3) 

151- 500 200-0 125-0 80-0 50-0 32-0 501- 3 200 (0,18) (0,29) (0,46) (0,74) (1,2) 20-1 
I-- (4,1) 

501- 1200 20-2 20-3 3 201- 35 0001) 
32-1 (6,8) (9,5) 

I-- (2,6) 
1201-10000 32-2 32-3 32-5 -50-1 (4,3) (6,1) (9,9) 

I-- (1,7) 
10001-350001) 80-1 50-2 50-3 50-5 50-1 -

(1,1) (2,7) (3,9) (6,3) (9,0) 

1) LosgriiBen Uber 35000 sind zu teilen. '!Lot size above 35000 must be divided. 
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4. Gi.itebestatigte Bauelemente 

Bei den gutebestiitigten Halbleiter-Bauele­
menten wird eine Qualifikations-Prufung an 
jedem Typ und bei jedem Fertigungslos eine 
Requalifikationsprufung durchgefUhrt sowie 
eine laufende Uberwachung der Fertigung 
sichergestellt. Die Uberwachung der Muster­
Prufungen, Musterzulassungen und Gutesi­
cherung, gemaB VG 95211, erfolgt durch eine 
amtliche Prufstelle, den VDE. Aufgrund des 
Beschlusses der Electronic Components Qua­
lity Assessement and Committee (ECQAC) 
konnen die elektronischen Bauelemente, die 
im Herstellerland durch eine Prufstelle uber­
pruft und uberwacht werden, auch in anderen 
Mitgliedsliindern der ECQAC ohne weitere 
Prufungen eingesetzt werden. Die Lander 
Frankreich, GroBbritannien und BRD erken­
nen bereits ihre Prut- und Zulassungsstellen 
gegenseitig an. 
Diese Bauelemente sind sowohl im lnhalts­
verzeichnis als auch in den Datenbliittern 
durch ,,O" gekennzeichnet. 

5. Paarungsschema fi.ir Silizium­
NF-Transistoren 

Die Silizium-NF-Transistorpaare werden nach 
folgendem Paarungsschema ausgemessen: 

Gruppe 
Group 

Code 
Code 

4. Qualified Semiconductor 
Devices 

With these qualified semiconductor devices, 
requalification tests are carried out on every 
type and production lots. The control of samp­
le testing, sample approval and quality assu­
rance is followed according to VG 95211 
through the VOE official testing department. 
According to the resolution of the Electronic 
Components Quality Assessement and Com­
mittee (ECQAC), the devices tested at the 
manufactured country through its qualification 
approval authority, can be used without further 
testing in the member ECOAC countries. 
France, United Kingdom and W-Germany 
mutually accept the agreement. 

These devices are indicated with ,,O" in table 
of contents and technical data sheets. 

5. Pair conditions for Silicon AF 
transistors 

The silicon AF transistors are measured ac­
cording to the following pair conditions: 

hFE-Bereich 
hFE range 

13 2 - 19.0 
------

/ 

25</ 

B 

10 

16 

M 

25 

0 

40 

60 

Die Transistoren kiinnen nur in den aufge­
tuhrten Gruppen gepaart geliefert werden. 

Die Zahlenwerte der hFE-Bereichsgrenzen 
sind der DIN-Reihe R 40 entnommen. 

17.0 23.6 

21.2 30.0 

26.5 37.5 

33.5 47.5 

42.5 60.0 

75.0 

67.0 95.0 

85.0 118 

106 150 

132 190 

170 236 

212 300 

265 375 

335 475 

425 600 

530 750 

670 . 950 

The transistors can be supplied only in the 
above shown groups. 

The values of the h FE range limits are taken 
from the DIN progression R 40. 
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6. Aufbau der Datenblatter 

Der Aufbau der Datenblattangaben entspricht 
folgendem Schema: 
• Kurzbeschreibung 
• Abmessungen (Mechanische Oaten) 
• Absolute Grenzdaten 
• Thermische Kenngri:iBen -

Wiirmewiderstiinde 
• Elektrische Kenngri:iBen 

Falls erforderlich sind die Datenbliitter mit 
Vermerken versehen, die eine zusiitzliche 
Information Uber den beschriebenen Typ ver­
mitteln. 

6.1. Kurzbeschreibung 

Neben der Typenbezeichnung werden die 
verwendeten Halbleitermaterialien, die Zo­
nenfolge, die Technologie, die Art des Bau­
elementes und ggf. der Aufbau genannt. 
Stichwortartig werden die typischen Anwen­
dungen und die Besonderen Merkmale auf­
gefiihrt. 

6.2. Abmessungen (Mechanische Oaten) 

Fiir jeden Typ werden in einer Zeichnung die 
wichtigsten Abmessungen und die Reihen­
folge der Anschliisse dargestellt. Ein Schalt­
bild ergiinzt diese Information. Bei den Ge­
hiiusebildern wird die DIN-, JEDEC-, bzw. die 
handelslibliche Bezeichnung aufgefiihrt. Das 
Gewicht des Bauelementes ergiinzt diese 
Angaben. 
Besonders zu beachten: 
Wenn keine MaBtoleranzen eingetragen sind, 
gilt folgendes: 
Die Werte fiir die Lange der Anschliisse und 
fiir die Durchmesser der Befestigungsli:icher 
sind Minimalwerte. Alie anderen MaBe sind 
Maximalwerte. 

6.3. Absolute Grenzdaten 

Die genannten Grenzdaten bestimmen die 
maximal zuliissigen Betriebs- und Umge­
bungsbedingungen. Wird eine dieser Bedin­
gungen iiberschritten, so kann das zur Zer­
sti:irung des betreffenden Bauelementes fiih-
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6. Data Sheet Construction 

Data sheet information is generally presented 
in the following sequence: 
• Device description 
• Dimensions (Mechanical data) 
• Absolute maximum ratings 
• Thermal data - thermal resistances 

• Electrical characteristics 

Additional information on device performance 
is provided if necessary. 

6. 1. Device description 

The following information is provided: type 
number, semiconductor materials used, se­
quence of zones, technology used, device 
type and, if necessary construction. 
A/so, short-form injormation on the typical 
applications and· special features is given. 

6.2. Dimensions (Mechanical data) 

It contains important dimensions, sequence of 
connection supplemented by a circuit dia­
gram. Case outline drawings carry DIN-, JEDEC 
or commercial designations. Information on 
weight completes the list of mechanical data. 

Note especially: 
If the dimensional information does not include 
any tolerances, then the following applies: 
Lead length and mounting hole dimensions 
are minimum values. All other dimensions are 
maximum. 

6.3. Absolute maximum ratings 

These define maximum permissible operatio­
nal and environmental conditions. If any one of 
these conditions is exceeded, then this could 
result in the destruction of the device. Unless 
otherwise specified, an ambient temperature 



ren. Soweit nicht anders angegeben gelten 
die Grenzdaten bei einer Umgebungstempe­
ratur von 25 ± 3 °C. Die meisten Grenzdaten 
sind statische Angaben, bei lmpulsbetrieb 
werden die zugehorigen Bedingungen ge­
nannt. 
Grenzdaten gelten unabhangig voneinander. 
Ein Gerat, das Halbleiterbauelemente enthalt, 
muB so dimensioniert werden, daB die fUr die 
verwendeten Bauelemente festgelegten ab­
soluten Grenzdaten au ch unter ungUnstigsten 
Betriebsbedingungen nicht Uberschritten 
werden. Diese konnen z. B. hervorgerufen 
werden durch Anderungen 
der Versorgungsspannung, 
der Eigenschaften der Ubrigen elektrischen 

Bauelemente im Gerat 
der Einstellung des Gerates, 
der Belastung, 
der Ansteuerung, 
der Umgebungsbedingungen, sowie 
der Eigenschaften der Bauelemente selbst 

(z. B. Alterung). 

6.4. Thermische KenngroBen -
Wiirmewiderstiinde 

Einige thermische GroBen, z. B. die Sperr­
schichttemperatur, der Lagerungstempera­
turbereich und die Gesamtverlustleistung, be­
grenzen den Anwendungsbereich. Daher sind 
sie im Abschnitt ,,Absolute Grenzdaten" auf­
gefUhrt. FUr die Warmewiderstande ist ein 
gesonderter Abschnitt vorgesehen. Der War­
mewiderstand RthJA ist ohne zusatzliche 
KUhlmittel als ungiinstigster Fall zu verstehen. 

Die Temperaturkoeffizienten sind bei den zu­
gehorigen Parametern unter ,,KenngroBen" 
eingeordnet. 

6.5. KenngroBen, Schaltzeiten 

Die fiir den Betrieb und die Funktion des Bau­
elementes wichtigen elektrischen Parameter 
(Minimal-, typische und Maximal-Werte) wer­
den mit den zugehorigen MeBbedingungen 
und erganzenden Kurven aufgefiihrt. 
• Elektrische KenngroBen 
Die elektrischen Eigenschaften eines Halb­
leiterbauelements werden mit elektrischen 
KenngroBen charakterisiert. Diesesetzensich 

of 25 ± 3 °C is assumed for all absolute maxi­
mum ratings. Most absolute ratings are static 
characteristics; if they are measured by a 
pulse method, then the associated measure­
ment conditions are stated. 

Maximum ratings are absolute (i. e. not inter­
dependent). 
Any equipment incorporating semiconductor 
devices must be designed so that even under 
the most unfavourable operating conditions 
the specified maximum ratings of the devices 
used are never exceeded. These ratings could 
be exceeded because of changes e. g. in 
supply voltage, 
the properties of other components used in 

the equipment, 
control settings, 
load conditions, 
drive level, 
environmental conditions and 
the properties of the devices themselves 

(i. e. aging). 

6.4. Thermal data - thermal resistances 

Some thermal data (e.g. junction temperature, 
storage temperature range, total power dissi­
pation), because they impose a limit on the 
application range of the device, are given 
under the heading ''Absolute maximum ratings''. 
A special section is provided for thermal resi­
stances. The thermal resistance, junction-am­
bient (RthJA) quoted is that which would be 
measured without artificial cooling, i. e. under 
the worst conditions. 
Temperature coefficients, on the other hand, 
are listed together with the associated para­
meters under "Characteristics". 

6.5. Characteristics, 
switching characteristics 

Under this heading are grouped the most im­
portant operational, electrical characteristics 
(minimum, typical and maximum values) to­
gether with associated test conditions supple­
mented with curves. 
• Electrical characteristics 
The distinctive features of a semiconductor 
device are characterised with electrical cha­
racteristics which contain static (d. c.), dyna-
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zusammen aus statischen Kenngr6Ben, dyna­
mischen Kenngr6Ben, Vierpolkenngr6Ben 
und Kennlinien. 
• Statische Kenngr6Ben 
Die statischen Kenngr6Ben beschreiben das 
Gleichstromverhalten der Halbleiterbauele­
mente. Sie gelten tur eine bestimmte Umge­
bungs- oder Gehausetemperatur, oder sie 
sind in Abhangigkeit von der Temperatur an­
gegeben. 
• Dynamische Kenngr6Ben 
Die dynamischen Kenngr6Ben beschreiben 
das Verhalten der Halbleiterbauelemente bei 
Wechselstrom- oder lmpulsbetrieb. Je nach 
Typ werden dabei NF-, HF- oder fiir das 
Schaltverhalten wichtige Kenngr6Ben ange­
geben. Diese Kenngr6Ben gelten nur unter 
bestimmten Betriebsbedingungen. Gegebe­
nenfalls sind diese erganzt mit entsprechen­
den MeBschaltungen. 
e Vierpol-Kenngr6Ben 
Die Vierpol-Kenngr6Ben geh6ren zu den 
dynamischen Kenngr6Ben. Zur Verbesserung 
der Obersichtlichkeit werden sie gesondert 
angegeben, wenn das fiir die Hauptanwen­
dung des betreffenden Typs von besonderem 
lnteresse ist. 
• Kennlinien 
Neben den statischen und dynamischen 
Kenngr6Ben, die bestimmte Kennlinienpunkte 
bzw. Betriebszustande charakterisieren, wer­
den Kennlinien angegeben. Damit wird die 
typische (mittlere) Abhangigkeit einzelner 
Kenngr6Ben voneinander dargestellt. Zurn 
Teil werden auch die Streugrenzen mit an­
gegeben. Diese besagen, daB ein Anteil von 
wenigstens 95 % der Lieferung innerhalb der 
angegebenen Grenzen liegt. 

6.6. Zusiitzliche Vermerke 

Vorliiufige technische Oaten 
Mit dieser Angabe wird darauf hingewiesen, 
daB sich einige fiir den betreffenden Typ an­
gegebene Oaten noch geringfiigig andern 
k6nnen. 
Nicht fi.ir Neuentwicklungen 
Typen sind fiir laufende Serien erhiiltlich, Neu­
entwicklungen sollten damit nicht vorgenom­
men werden. 
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mic (a. c.), two-port characteristics and family 
of curves. 

•Static (d. c.) characteristics 
D. c. characteristics explain the d. c. pro­
perties of a semiconductor device. They are 
temperature dependent and are valid only 
for a given ambient or case temperature. 

•Dynamic (a. c.) characteristics 
A. C. characteristics explain the a. c. or pulse 
properties of a semiconductor device. Accor­
ding to the types are given the important AF, 
HF or switching characteristics. The dynamic 
(a. c.) characteristics are valid only under 
special operating conditions. If necessary, 
they are supplied with corresponding measu­
ring circuits. 

• Two-port characteristics 
Two-port characteristics belong to the a. c. 
characteristics. To increase the lucidity these 
parameters are sometimes given separately; 
provided, they are of special use for the main 
application of the device. 

• Family of curves 
Besides the static (d. c.) and dynamic (a. c.) 
characteristics, family of curves are given for 
specified operating conditions. They show 
the typical interdepedence of individual 
characteristics. Partly are given the scattering 
limits. They signify that at least 95 % of the 
delivery lies inside these tolerances. 

6.6. Additional informations 

Preliminary specifications 
This heading indicates that some information 
on the device concerned may be subject to 
slight changes. 

Not for new developments 
This heading indicates that the device concer­
ned should not be used in equipment under 
development, it is, however, available for 
present production. 



7. Zubehor 

Best.-Nr. Fig. 
Number Fig. 

009004 7.1 

119 880 7.2 

513242 7.3 

515390 7.4 

562897 7.4 

564542 7.5 

Fig. 7.1. 

30,1 

50 I 

7. Accessories 

Bezeichnung 
Designation 

lsolierscheibe 50 µm dick 
Isolating washer, thickness 50 µm 

lsolierscheibe 60 µm dick 
Isolating washer, thickness 60 µm 

lsolierbuchse 
Isolating bush 

lsolierscheibe 75 µm dick 
Isolating washer, thickness 75 µm 

lsolierscheibe 175 µm dick 
Isolating washer, thickness 175 µm 

lsolierscheibe 50 µm dick 
Isolating washer, thickness 50 µm 

(al 
~ 

Fig. 7.2. 

Fig. 7.4. 

FUr Gehause 
For case 

3 B 2 DIN 41872 
JEDEC T03 

12 A 3 DIN 41 869 
JEDEC TO 126 (SOT 32) 

14 A 3 DIN 41869 
JEDEC TO 220 (SOT 78) 

3 B 2 DIN 41872 
JEDEC TO 3 
Typen mit hoher Sperrspannung 
Types with high reverse voltage 

3 B 2 DIN 41872 
JEDEC TO 3 
Typen mit hoher Sperrspannung 
Types with high reverse voltage 

14 A 3 DIN 41 869 
JEDEC TO 220 (SOT 78) 

.... 
Fig. 7.3. M 2: 1 

Jit, •i 

17,8 

Fig. 7.5. 
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Technische Oaten Technical data 





BD127·BD128·BD129 

Silizium-NPN-Planar-Leistungstransistoren 
Silicon NPN Planar Power Transistors 

Anwendungen: Allgemein bei hohen Betriebsspannungen 
Applications: General at high supply voltages 

8esondere Merkmale: Features: 

• Hohe Sperrspannung • High reverse voltage 

• Verlustleistung 17,5 W 

Abmessungen in mm 

Dimensions in mm 

Zubehiir 
Accessories 

lsolierscheibe Best. Nr. 119880 
Isolating washer 

Unterlegscheibe 3,2 DIN 125A 
Washer 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

Kollektor-Basis-Sperrspannung 
Collector-base voltage 

Kollektor-Emitter-Sperrspannung 
Collector-emitter voltage 

Emitter-Basis-Sperrspannung 
Emitter-base voltage 

B 2/V.2. 412/04 77 A 2 

• Power dissipation 17,5 W 

!~o.s 
1,25 

' 

Ucso 

Kollektor mit metallischer 
Montageflache verbunden 

Collector connected with 
metallic surface 

Normgehause 
Case 

12 A 3 DIN 41869 
JEDEC TO 126 (SOT 32) 

Gewicht · Weight 
max. 0,8g 

80127 80128 80129 

300 350 400 v 

250 300 350 v 

5 v 



BD127·BD128·BD129 

Kollektorstrom 
Collector current 

Gesamtverlustleistung 
Total power dissipation 

tease :<:: 45oc 

Sperrschichttemperatur 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereich 
Storage temperature range 

Anzugsdrehmoment 
Tightening torque 

0-----+--+--+--l-+--H-1+-----+-- ..7~5 Tfl< 

lease= 45 °C 

1t===t=::::l::::::t:::j:::j::ttl:\:===t==1::::::t::j::j::ttl:i 
A,___+----+----+-+--+-+-H+---+---+----+---+--+--+-+++ 

0,5,----~++++++---+----+-+--+--+--H--H 

>---+------+---+-++++.+----+----+--+-t---1 

0,05+--~-r-+--+-+-t-+-H----~-+--~~-+-+-­
,___+------+---+-+-+++H----~~- BO 127 

t--+---+----+--t-++HH----'---fl.-hl BO 128 

50 100 

I\ /_lo 129 

[ 
500 v 

UCE--

Wiirmewiderstiinde 
Thermal resistances 

Min. 

2 

Sperrschicht-Gehause 
Junction case 

1) mit M3-Schraube und Unterlagscheibe 3•2 DIN 125A 
with screw M3 and washer 

RthJC 

500 

17,5 

150 

-55 ... +150 

70 

Typ. 

mA 

w 
oc 

oc 

Nern 

Max. 

6 °C/W 



BD127·BD128·BD129 

KenngroBen Min. 
Characteristics 

tamb = 25°C, falls nicht anders angegeben 
unless otherwise specified 

Kollektorreststrom 
Collector cut-off current 

Ucs = 15ov Icso 
Ucs = 150V, tamb = 150°C Icso 

Kollektor-Basis-Durchbruchspannung 
Collector-base breakdown voltage 

Ic = 1 µA BD 127 U(BR)CBO 300 
BD 128 U(BR)CBO 350 
BD 129 U(BR)CBO 400 

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
Collector-emitter breakdown voltage 

le= 1 mA BD 127 U(BR)CE01l 250 
BD 128 U(BR)CEa1l 300 
BO 129 U(BR)CEQ1l 350 

Emitter-Basis-Durchbruchspannung 
Emitter-base breakdown voltage 

IE= 1 µA U(BR)EBO 5 
Kollektor-Basis-Gleichstromverhiiltnis 
DC forward current transfer ratio 

UcE = 15 V.Ic = lmA hFE 
UcE = 15V, le= 50mA hFE1) 30 

t 12 041 m 

hFE 

100]~~~~~~~~~~~~~ 
50 1' 

1' 
UCE = 15 V 1+1-1+---+--+++++++ 

'• r = 0,01 Lili+---+-+++++++ 
Ip= 0,3 m• 

'•mb = 25 °C 
10t=±:::l:::J::±j:!fu:::::=i:=i:::i::::i:+i:1:ll=±=r±!:!:l:!:l: 

1) ~ = o 01 t = O 3 ms T ' , P , 
1q 100 mA 

Ic--

Typ. Max. 

50 nA 
100 µA 

v 
v 
v 

v 
v 
v 

v 

50 

3 





BD 135 · BD 137 · BD 139 

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Leistungstransistoren 
Silicon NPN Epitaxial Planar Power Transistors 

Anwendungen: Allgemein im NF-Bereich 
Applications: General in AF-range 

Besondere Merkmale: 

• Verlustleistung 8 W 

• Gepaart lieferbar 

e BD 135, BD 137, BD 139 sind komple­
mentar zu BD 136, BD 138, BD 140 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

Zubehor 
Accessories 

lsolier_scheibe Best. Nr. 119880 
Isolating washer 

Unterlegscheibe 3 2 DIN 125A 
Washer ' 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

Kollektor-Basis-Sperrspannung 
Collector-base voltage 

Kollektor-Emitter-Sperrspannung 
Collector-emitter voltage 

Emitter-Basis-Sperrspannung 
Emitter-base voltage 

B 2/V.2.413/0477A2 

Features: 

• Power dissipation 8 W 

• Matched pairs available 

•BO 135, BO 137, BO 139 are comple­
mentary to BO 136, BO 138, BO 140 

Ucso 

Kollektor mit metallischer 
Montageflache verbunden 

Collector connected with 
metallic surface 

Normgehause 
Case 

12 A 3 DIN 41869 
JEDEC TO 126 (SOT 32) 

Gewicht · Weight 
max. 0,8g 

BD 135 BD 137 BD 139 

45 60 80 v 

45 60 80 v 

5 v 

5 

I 
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80135 • 80137 • 80139 

Kollektorstrom le 
Collector current 

Kollektorspitzenstrom IcM 
Collector peak current 

Basisstrom Is 
Base current 

Gesamtverlustleistung 
Total power dissipation 

lamb ~ 45oc Ptot 
lease ~ 7ooc Ptot 

Sperrschichttemperatur lj 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereich 1stg 
Storage temperature range 

Anzugsdrehmoment MA1) 
Tightening torque 

72047 Tfk 

r--- lmpul•belastung 80135 

r--- Pulse load _l 80137 
r--- '• T = 0,01 ~80139 
r--- tp.::S 0,1 mli 

+-..:~ ~. --- ---!'"' 

1 
,, 

A u: 

,5- ~ _r 
~ \ ' ~ ,\ 

a 

0 

'case= 70 cc 

~ 
~,\I 
I 
\ \ 

,1 
]\~I I 

15 0,0 

1 0,0 1 5 10 

1) mit M3-Schraube und Unterlagscheibe 
with screw M3 and washer 

3,2 DIN 125A 

1 A 

1,5 A 

100 mA 

1 w 
8 w 

150 oc 

-55 ... +150 oc 

70 Nern 



80135 • 80137 • 80139 

Wiirmewiderstiinde Min. Typ. Max. 
Thermal resistances 

Sperrschicht-Umgebung RthJA 100 0 e1w 
Junction ambient 

Sperrschicht-Gehause 
Junction case 

RthJe 10 0 e1w 

KenngroBen 
Characteristics 

lamb = 25 °e, falls nicht anders angegeben 
unless otherwise specified 

Kollektorreststrom 
Collector cut-off current 

Ues = 30V Ieso 100 nA 
Ues = 30 v, tamb = 150 °e Ieso 100 µA 

Kollektor-Basis-Durchbruchspannung I Collector-base breakdown voltage 
Ie = 1mA BD 135 U(BR)eBO 45 v 

BD 137 U(BR)eBO 60 v 
BO 139 U(BR)eBO 80 v 

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
Collector-emitter breakdown voltage 

le= 2omA BD 135 U(BR)eE0 1l 45 v 
BD 137 U(BR)eE0 1l 60 v 
BD 139 U(BR)eE0 1l 80 v 

Emitter-Basis-Durchbruchspannung 
Emitter-base breakdown voltage 

IE= 1 µA U(BR)EBO 5 v 
Kollektor-Sattigungsspannung 
Collector saturation voltage 

le= 500mA, 18 = 50mA UeEsat 1l 500 mV 

Basis-Emitter-Spannung 
Base-emitter voltage 

UeE = 2V,Ie = 500mA UsE1) 1 v 
Kollektor-Basis-Gleichstromverhiiltnis 
DC forward current transfer ratio 

UeE = 2V, le= 150mA BD 135 hfE1) 40 250 
BD 137, BD 139 hFE1) 40 160 

UeE = 2V, le= 500mA hFE1) 25 

Fiir Paare gilt das hFE-Verhaltnis 
hFE matched pair ratio 

UeE = 2 V, le = 150 mA 1) 1,4 

Transitfrequenz 
Gain bandwidth product 

UeE = 5 V, I e = 50 mA, f = 30 MHz fr 50 MHz 

Ip 
1) T ~ 0,01, Ip ~ 0,3 ms 

7 



BO 135 · BO 137 · BO 139 

t , 
71 1 Tfk 

lZ 

1cso1-+-+-+-+-+-+-1-+---+-+-+-¥-/+-+~ 
/ 

8 

10+--<-+---+-+-+-+-+-+-+-~'--+---+-1----< 

µA1-+-+-+--+-+-+-1-+-4[2~VF-+-+-~7l~~y 

/ d/1 
Streugrenze '- j,-1 

t-- Scarrering /imll \ Z '1_ 

"' 17 V Uce s: 30 v 

0 •001 -t-o_._...._.._._5+0-'-...__.__._1+00_.._0c ......... _.._. 
1amb--

71 81 !5 Tlk 

0, 8 +---+-+++++H+---+--++++++++--+-+-++++++ 
V1-+-++++1+++--+-++-f++ll+--+-++++~ 

hFE = 10 
1amb = 25 °C 

Streugr.enze. ~ 
I--+---+-+++++++---' Scattering !tm1t T 

0,4 ,r 

10 

J/ 

100 mA 
le--

t 25~ ~ 17 .Y 71408 T~ 
_j_ m~ 3,5 mA .-I-' 

2,5~A 

300t-+-lffl-17f-F-t-l-+--+--l-f--+--i-2~mA+-I 

100 

0 

3 
v 

0,3 

....I-

lliL 

7 

IZ 

l~A 

18 -=0,5 ~A t-
'amb•25oc 

111 
t-

2V ---UCE 

72049 Tik 

Vee= 2 v 
'amb • 25 °C 

0 •1o 0,2 0,4 0,6 QS A 
le--



BD 135 · BD 137 · BD 139 

t 
h :rj_ :r_I 
FE>-+--+-+--+--+---+--~~-+-+-+--'-' 

72 048 Tftr. 

>---+----+-+----+--+--< Uc E = 2 V f----+-1------1------l 

'amb = 25 °C 

100 I,.- '1-t--+-

I 
1+-'-_._,-'-......._._ ............. -+-..._,_...j...-1.~ 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 A 
Ic-

9 





BD 136 · BD 138 · BD 140 

Silizium-PNP-Epitaxial-Planar-Leistungstransistoren 
Silicon PNP Epitaxial Planar Power Transistors 

Anwendungen: Allgemein im NF-Bereich 
Applications: General in AF-range 

Besondere Merkmale: 

• Verlustleistung 8 W 

• Gepaart lieferbar 

e BD 136, BD 138, BD 140 sind komple­
mentar zu BD 135, BD 137, BD 139 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

Features: 

• Power dissipation 8 W 

• Matched pairs available 

• BO 136, BO 138, BO 140 are comple­
mentary to BO 135, BO 137, BO 139 

,0'J,1+0,1 

-P-:::::::;--:::::::;-~--~]--i B 

Zubehor 
Accessories 

lsolierscheibe Best. Nr. 119880 
Isolating washer 

Unterlegscheibe 3,2 DIN 125A 
Washer 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

Kollektor-Basis-Sperrspannung 
Collector-base voltage 

Kollektor-Emitter-Sperrspannung 
Collector-emitter voltage 

Emitter-Basis-Sperrspannung 
Emitter-base voltage 

B 2/V.2.414/0477A2 

2 I==_ 13,5 

-Ucso 

-UcEO 

Kollektor mil metallischer 
Montageflache verbunden 

Collector connected with 
metallic surface 

Normgehause 
Case 

12 A 3 DIN 41869 
JEDEC TO 126 (SOT 32) 

Gewicht · Weight 
max. 0,8 g 

BD 136 BD 138 BD 140 

45 60 80 v 

45 60 80 v 

5 v 

11 
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80136 • 80138 • 80140 

12 

Kollektorstrom 
Collector current 

Kollektorspitzenstrom 
Collector peak current 

Basisstrom 
Base current 

Gesamtverlustleistung 
Total power dissipation 

lamb ~ 45oc 
lease s; 70 oc 

Sperrsehiehttemperatur 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereieh 
Storage temperature range 

Anzugsdrehmoment 
Tightening torque 

0,1 i== 

-re 

-/CM 

-Is 

Ptot 
Ptot 

t j 

1stg 

MA1) 

72050 Tfk 

lmpulsbelaetung W--~-'---4--1-l-+-H'-" 

Pulse load r- BD 136 

Ip I "~ T = 0,01 .~D 138 f-+-
fp ~ 0,1 ms \ \ BD 140 

0.01-1-~-'--'-_._ .................. +--~"--_.__... ............. 
1 5 10 50 v 

-UCE-

1) mit M3-Schraube und Unterlagscheibe 
3,2 DIN 125A 

with screw M3 and Wl'tsher 

1 A 

1,5 A 

100 mA 

1 w 
8 w 

150 oc 

-55 ... +150 oc 

70 Nern 



BD 136 · BD 138 · BD 140 

Wiirmewiderstande Min. Typ. Max. 
Thermal resistances 

Sperrschicht-Umgebung RthJA 100 0 e1w 
Junction ambient 

Sperrschicht-Gehii.use 
Junction case 

RthJe 10 0 e1w 

KenngroBen 
Characteristics 

lamb = 25 °e, falls nicht anders angegeben 
unless otherwise specified 

Kollektorreststrom 
Collector cut-off current 

-Ues = 3ov - 1eso 100 nA 

- Ues = 30 V, lamb = 150°e - 1eso 100 µA 

Kollektor-Basis-Durchbruchspannung 

I Collector-base breakdown voltage 
-le= 1 mA BD 136 -U(BR)eBO 45 v 

BD 138 -U(BR)eBO 60 v 
BD 140 _ U(BR)eBO 80 v 

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
Collector-emitter breakdown voltage 

-le= 20 mA BD 136 - U(BR)eEO 1) 45 v 

BD 138 - U(BR)eEO 1) 60 v 
BD 140 - U(BR)eEO 1) 80 v 

Emitter-Basis-Durchbruchspannung 
Emitter-base breakdown voltage 

-/E = 1 µA -U(BR)EBO 5 v 

Kollektor-Sii.ttigungsspannung 
Collector saturation voltage 

-le= 500mA, -18 = 50mA - UeEsat 1) 500 mV 

Basis-Emitter-Spannung 
Base-emitter voltage 

-UeE = 2V, -le= 500mA - UBE 1) 1 v 

Kollektor-Basis-Gleichstromverhii.ltnis 
DC forward current transfer ratio 

-UeE = 2V,-Ie =150mA BD 136 hFE1) 40 250 
BO 138, BD 140 hFE 1) 40 160 

- UeE = 2 V, -le = 500 mA hFE1) 25 

Fur Paare gilt das h FE-Verhii.ltnis 
h FE matched pair ratio 

-UeE = 2V,-le = 150mA1) 1,4 

Transitfrequenz 
Gain bandwidth product 

-UeE = 5V, -le= 50mA, f = 30MHz h 50 MHz 

Ip 1) T ~ 0,01, Ip ~ 0,3 ms 

13 



BD 136 · BD 138 · BD 140 

71 1 Tfk 

JL 
.L t 

l 
/ 

-lCBO 

10 
µA 

I- ~~~~~~;:g"~:,it, 

~TZ , 
v· 

7 .. JZ 
~ 

17 

0,1 

0,01 lZ 

v 
V1 

0.0010 
50 

t 

7 

r7 

, 
£ r7 

/ lL1 , ~ 
7 

T7 
JI 

17 

Vee= 30 v 

100 °C 
lamb--

71 818 Tfk 

-Uc E sat 1--+-+-+++++H-1-1-++++Ht---+-1--11-1+1-111 

14 

o. 8 +--+-'1-++++Hlf---+-+++J+H+---l-+-+-++lf-Hl 

V1--+-+-+++++H-l-l-++++w--+-1--11-1+1-111 

hFE = 10 
'•mb = 25 oc 

o,e-1---f-H-++++f+---,--,-,-r-1,.,.,IT,+--+--+-l+l+I-.~ 

1--+-+-'-'-U-1.+1---1 Streugrenze 
Scattering limit 'f': V 

r 
0,4+--+-+-+++++H-1-1-++++H+---+i/. '-1-1-1+1-lll ,,: 

10 

J/ 

100 mA 
-1e-

t l-+-1J1-+--1e=s':'.,:...AYF-+-t-+--=<'-=11,.,,• -r""-::::1 
y J4,5mA~ 

" r1:r l 30>vot-+---~Y~Vf+-+---f--+-t-+-ll-+-t-+2~~m----1A 

fll/ l 
'{/J I 

l-l-•uu+--l--+-----f----/--J--l-+---l-.J.-+2~A 

2001.____.,,,'lt.rlf-+-+-+-+-+--+-+-l-l-+-+-l~r--
~ 1,5mA 

1mA 

100 v 

t 

0 

0.5mA 

l 

± 
2V 

-UeE-

1-1-+-+-+-f-+-+++-+-+-t-+-l- 7 2 0 8 2 Tfk 

-UBEl-l-+-+-+-f-+-+++-+-+-+-+-+-+-+++-+~ 

......,_.,__.__..._.-+-.._, -UCE = 2 V 

lamb"' 25 "C 
31+-J....J.-1-l-+-+-++~-~.....+...+-+...1--1~ 

v 

o~:+-+--+-+-+-f-+-+++-+-+-+-+-+-+-++-+-+~ 

o;2 0,4 Q;6 0,8 A 
-1e--



BD 136 · BD 138 · BD 140 

t 72 051 Tfk 

h FE 1----1----+---+---l--+-+-+--L-__!__L_LI--+---<--1---1 

~-'--'----'--'-----'-' - UC E = 2 V f--+--+-1 
'•mb = 2!5 °C 

1+-'---J..-..<i-O-..L-.j...~--4--'--'-__._.._._, 

0 0.2 0,4 0,6 0,8 A 
-1c--
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80165·80167·80169 

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Leistungstransistoren 
Silicon NPN Epitaxial Planar Power Transistors 

Anwendungen: Allgemein im NF-Bereich 
Applications: General in AF-range 

Besondere Merkmale: 
• Verlustleistung 20 W 

• Gepaart lieferbar 

e BD 165, BD 167, BD 169 sind komple­
mentar zu BD 166, BD 168, BD 170 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

Zubehor 
Accessories 

g3,1+0,1 

lsolierscheibe Best. Nr. 119 880 
lsolatmg washer 

Unterlegscheibe 3,2 DIN 125A 
Washer 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

Kollektor-Basis-Sperrspannung 
Collector-base voltage 

Kollektor-Emitter-Sperrspannung 
Collector-emitter voltage 

Emitter-Basis-Sperrspannung 
Emitter-base voltage 

B 2/V.2. 415/0477 A2 

• Power dissipation 20 W 

• Matched pairs available 

• BO 165, BO 167, BO 169 are comple­
mentary to BO 166, BO 168, BO 170 

Ucso 

Kollektor mil metallischer 
Montageflache verbunden 

Collector connected with 
metallic surface 

Normgehause 
Case 

12 A 3 DIN 41869 
JEDEC TO 126 (SOT 32) 

Gewicht · Weight 
max. 0,89 

BO 165 BD 167 BD 169 

45 60 80 v 

45 60 80 v 

5 v 

17 



80165·80167·80169 

18 

Kollektorstrom 
Collector current 

Kollektorspitzenstrom 
Collector peak current 

Basisstrom 
Base current 

Gesamtverlustleistung 
Total power dissipation 

lease <:; 25 oc 
Sperrschichttemperatur 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereich 
Storage temperature range 

Anzugsdrehmoment 
Tightening torque 

1 
A 

0,5 

0,1 

0,05 

0,01 
1 

1) mit M3-Schraube und Unterlagscheibe 
with screw M3 and washer 

Ic 

1CM 

lg 

Plot 

lj 

1stg 

MA1) 

71 8 1 7 Tfk 

10165 I-

I BD167 

~ B~~g ~ -1 

tease "' 25 °C 

' 

5 10 

3,2 DIN 125A 

-3J 
Jl 

~ 

Nl\l 

" 

U 50 v 
CE~ 

1,5 A 

3 A 

500 mA 

20 w 
150 oc 

-65 ... +150 oc 

70 Nern 



80165·80167·80169 

Wiirmewiderstiinde Min. Typ. Max. 
Thermal resistances 

Sperrschicht-Umgebung RthJA 100 0 e1w 
Junction ambient 

Sperrschicht-Gehause RthJe 6,25 0 e1w 
Junction case 

KenngroBen 
Characteristics 

lamb= 25oe 

Kollektorreststrom 
Collector cut-off current 

Ues = 45V BO 165 Ieso 100 µA 
Ues = 6ov BO 167 ' Ieso 100 µA 
Ues = sov BO 169 Ieso 100 µA 

I Emitterreststrom 
Emitter cut-oft current 

UEB = 5V 1EBO 1 mA 

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
Collector-emitter breakdown voltage 

le=100mA BO 165 l'!BR)eE0 1l 45 v 
BO 167 U(BR)eE0 1) 60 v 
BO 169 U(BR)eE01l 80 v 

Kollektor-Sattigungsspannung 
Collector saturation voltage 

le = 500 mA, 18 = 50 mA UeEsat 1l 500 mV 

Basis-Emitter-Spannung 
Base-emitter voltage 

UeE = 2V, le= 500mA UsE1) 950 mV 

Kollektor-Basis-Gleichstromverhiiltnis 
DC forward current transfer ratio 

UeE = 2 V.fe = 150 mA hFE1) 40 
UeE = 2 V, le = 500 mA hFE1) 15 

Fur Paare gilt das hFE-Verhaltnis 
hFE matched pair ratio 

UeE = 2 V.fe = 150 mA 1) 1,4 

Transitfrequenz 
Gain bandwidth product 

UeE = 2V,ie = 500mAJ= 1MHz f1 3 MHz 

1) ~ = 0,01, Ip = 0,3 ms 

19 



BD165·BD167·BD169 

t I I ••• = 10 

u 1-------1 lp 
CEsat i---- r = 0 •01 

71 8 2 0 Tfk 

UBE sat t-------1 '• = o, 3 m• i+----+---+--+-+-+-++H 
lamb = 25 °C 

0,5+--t--+-t-+-+-+-tt+---+---+-+-+--t-J,j-t-, il'H ,,_ 
~I 

o.1~~•~m1 ,E UcEsat 

0,05 

50 100 500mA 
ic--

E 

1 
v 
,sj 0, 

1----i 

t------i 

0 .1 

15-0,0 

1 0,0 10 

t 71821 

• = ------'··-"·----

UCE = 2 V 

'• y=0,01 

tp=0,3ms 

'•mb = 2!5 °C 

50 100 

Tlk 

~ hFE (le = 30 mA, lamb= 25 °C J 

hFEn 1----+--~~l~]_~~~--,--+t-tt1 
'•mb = + 150 °C 

~ ~ 
0,5 

- 25 ·c 
""" -t""" f .......... ""'l 

]'-.... H 

l ~ 
Uce = 2 v ~ 
'• 0,1 T =0.01 

I tp = 0,3 ms 

0,05 

100 

20 

71 819 ,,. 

500mA 
Ic--



80166·80168·80170 

Silizium-PNP-Epitaxial-Planar-Leistungstransistoren 
Silicon PNP Epitaxial Planar Power Transistors 

Anwendungen: Allgemein im NF-Bereich 
Applications: General in AF-range 

Besondere Merkmale: 

• Verlustleistung 20 W 

• Gepaart lieferbar 
e BD 166, BD 168, BD 170 sind komple­

mentiir zu BD 165, BD 167, BD 169 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

Zubehor 
Accessories 

.3,1+0,1 

lsolie~scheibe Best. Nr. 119 880 
Isolating washer 

Unterlegscheibe 3,2 DIN 125A 
Washer 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

Kollektor-Basis-Sperrspannung 
Collector-base voltage 

Kollektor-Emitter-Sperrspannung 
Collector-emitter voltage 

Emitter-Basis-Sperrspannung 
Emitter-base voltage 

B 2/V.2.416/0477A2 

Features: 

• Power dissipation 20 W 

• Matched pairs available 

•BO 166, BO 168, BO 170 are comple­
mentary to BO 165, BO 167, BO 169 

-Ucso 

Kollektor mil metallischer 
Montagefliiche verbunden 

Collector connected 
metallic surface 

Nonngehiiuse 
Case 

12 A 3 DIN 41869 
JEDEC TO 126 (SOT 32) 

Gewicht · Weight 
max. 0,89 

BO 166 BO 168 BO 170 

45 60 80 v 

45 60 80 v 

5 v 

21 



BD166·BD168·BD170 

Kollektorstrom -Ic 1,5 A 
Collector current 

Kollektorspitzenstrom -IcM 3 A 
Collector peak current 

Basisstrom 
Base current 

-Is 500 mA 

Gesamtverlustleistung 
Total power dissipation 

tease :o;; 25°C Ptot 20 w 
Sperrsehiehttemperatur ti 150 oc 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereieh fstg -65 ... +150 oc 
Storage temperature range 

Anzugsdrehmoment 
Tightening torque 

MA1) 70 Nern 

7181. "" 
II 

80166 H 

t 
-le 

J.. l 80168 

,\ !:10 ~ 1 
A :x 

5 ~1 
t----1 le•••= 2!5 °C 

0, 

Pl 
f'i 

0 ,1 

..J -0,0 

1 0,0 
5 10 

1) mit M3-Schraube und Unterlagscheibe 
with screw M3 and washer 3•2 DIN 125A 
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80166·80168·80170 

Wi:irmewidersti:inde Min. Typ. Max. 
Thermal resistances 

Sperrschicht-Umgebung RthJA 100 °C/W 
Junction ambient 

Sperrschicht-Gehause 
Junction case 

RthJC 6,25 °C/W 

KenngroBen 
Characteristics 

lamb= 25oc 

Kollektorreststrom 
Collector cut-off current 

-uc8 = 45V BO 166 - 1cso 100 µA 
-Ucs = 60V BO 168 -Icso 100 µA 
-uc8 = sov BO 170 - 1cso 100 µA 

I Emitterreststrom 
Emitter cut-off current 

-UEB = 5V -/EBO 1 mA 

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
Collector-emitter breakdown voltage 

-le= 10omA BO 166 - U(BR)CEO ') 45 v 
BO 168 - U(BR)CEO ') 60 v 
BO 170 - U(BR)CEO ') 80 v 

Kollektor-Sattigungsspannung 
Collector saturation voltage 

-le= 500mA, -Is= 50mA - UcEsat'l 500 mV 

Basis-Emitter-Spannung 
Base-emitter voltage 

-UcE = 2V, -Jc= 500mA -UsE') 950 mV 

Kollektor-Basis-Gleichstromverhiiltnis 
DC forward current transfer ratio 

-UcE = 2V, -le= 150mA hFE') 40 
-UcE = 2V,-lc = 500mA hFE1) 15 

Fur Paare gilt das h FE-Verhaltnis 
h FE matched pair ratio 

-UcE = 2V, -le= 150mA 1) 1,4 

Transitfrequenz 
Gain bandwidth product 

-UcE = 2v,-Ic = 500mA,/= 1MHz fr 3 MHz 

1) ~ = O 01 t = O 3 ms t ' p ' 

23 



BD166·BD168·BD170 

t 
I IIT -u 

CEsat ~ -uce • 20 v 
-uBEsatt--- hFE • 10 

'• t--- 7' •0,01 
Ip= 0,3 ms 

'•mb = 25 "C 

71823 Tfk 

~5+---l--<--+++++++----l--<--+4lil++-1-H 

50 100 

Ii 

500mA 
-1c--

'•mb = +1!!50 "C 

1 
v 

0, ~ 
r----1 -uce,.. 2 v 

Ip 

r----1 r. 0.01 

Ip= 0,3 ms 

'•mb = 25 '"C 
0 ,1 

0,0 5 

1 0,0 10 50 100 

-uce • 2 v 

'• 
0,1 L T. 0,01 lE~EEEfll 

Ip= 0,3 mo 

24 

0,05+--+---+-+--++++++----+-+--+44+1-H 

50 100 500mA 
-IC --

71822 Tfk 

500mA 
-1c--



BO 175 · BO 177 · BO 179 

Silizium-NPN-Epibasis-Leistungstransistoren 
Silicon NPN Epibase Power Transistors 

Anwendungen: Audio-Verstiirker, -Treiber und -Endstufen 
Allgemein im NF-Bereich 

Applications: Audio amplifier, driver and output stages 
General in AF-range 

8esondere Merkmale: Features: 

• Hohe Spitzenleistung 

• Verlustleistung 30 W 

• Gepaart lieferbar 

e BD 175, BD 177, BD 179 sind komple­
mentiir zu BD 176, BD 178, BD 180 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

Zubehor 
Accessories 

/63,1+0,1 

lsolierscheibe Best. Nr. 119880 
Isolating washer 

Unterlegscheibe 3 2 DIN 125A 
Washer ' 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

Kollektor-Basis-Sperrspannung 
Collector-base voltage 

Kollektor-Emitter-Sperrspannung 
Collector-emitter voltage 

Emitter-Basis-Sperrspannung 
Emitter-base voltage 

B 2/V.2.41B/0475A 1 

• High peak power 

• Power dissipation 30 W 

• Matched pairs available 

•BO 175, BO 177, BO 179 are comple­
mentary to BO 176, BO 178, BO 180 

Ucso 

Kollektor mit metallischer 
Montagefliiche verbunden 

Collector connected with 
metallic surface 

Normgehiiuse 
Case 

12 A 3 DIN 41869 
JEDEC TO 126 (SOT 32) 

Gewicht · Weight 
max. 0,89 

80175 80177 80179 

45 60 80 v 

45 60 80 v 

5 v 
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80175 • 80177 • 80179 

Kollektorstrom 
Collector current 

Kollektorspitzenstrom 
Collector peak current 

Basisstrom 
Base current 

Gesamtverlustleistung 
Total power dissipation 

tease::; 25oc 

Sperrschichttemperatur 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereich 
Storage temperature range 

Anzugsdrehmoment 
Tightening torque 

t 731324 Ttli 

ot 

40 
w 

30 

~ 
~ 

JS] 
..,,. rs.: 

~ 

""' cs 
10 is: 

"" ~ 
r~ 

CSJ 
0 50 100 "C 

1case --

1) mit M3-Schraube und Unterlagscheibe 
3,2 DIN 125A 

with screw M3 and washer 

26 

Ic 3 A 

1cM 6 A 

/9 1 A 

Ptot 30 w 

ti 150 oc 

1stg -55 ... +150 oc 

MA1) 70 Nern 

741578 Tfk 

0,05-+---+--~-+--+-+-+++i 

BD 175 'k-+ti-+i-t-H 
BD 177 ..fCC,,.-"l.H-IH-t+I 
BO 179 P..i+!-+-<-++1 

0,011 
5 10 50 v 

UcE-



BO 175 · BO 177 · BO 179 

Wiirmewiderstiinde Min. Typ. Max. 
Thermal resistances 

Sperrschicht-Umgebung 
Junction ambient 

RthJA 100 0 e1w 

Sperrschicht-Gehause 
Junction case 

RthJe 4,16 0 e1w 

KenngroBen 
Characteristics 

tamb = 25oe 

Kollektorreststrom 
Collector cut-off current 

Ues = 45V BD 175 Ieso 100 µA 
Ues = 60V BD 177 Ieso 100 µA 
Ues = 80V BD 179 Ieso 100 µA 

I Emitterreststrom 
Emitter cut-off current 

UEB = 5V 1EBO 1 mA 

Kollektor-Emitter-Sperrspannung 
Collector-emitter sustaining voltage 

le= 1oomA BD 175 UeEOsus 1J 45 v 
BD 177 UeEOsus 1) 60 v 
BD 179 UeEOsus 1) 80 v 

Kollektor-Sattigungsspannung 
Collector saturation voltage 

le= 1A, 18 = 1oomA UeEsat 1l 800 mV 

Basis-Emitter-Spannung 
Base-emitter voltage 

UeE = 2V,/e = 1A UsE1) 1,3 v 
Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis 
DC forward current transfer ratio 

UeE = 2V,/e = 150mA hFE1) 40 236 
UeE = 2V,/e = 1A hFE1) 15 

Fur Paare gilt das h FE-Verhaltnis 
h FE matched pair ratio 

UeE = 2 V, le = 150 mA 1) 1,4 

Transitfrequenz 
Gain bandwidth product 

UeE = 10V, le= 250 mA, f = 1 MHz h 3 MHz 

Ip 
1) T = 0,02, Ip = 0,3 ms 

27 



BO 175 · BO 177 · BO 179 

t 
741570 Tfk 

UBE sat, 1--+-++--+-+-1+++----+--+--1--f++l+1--+-++--+-+-l-lll 

UcE sat 1--+-++--+-+-1+++----+--+--1--f++l+1--+-++++-1-H1 

15+--+-+-+++++f+---'----'--'-.L.Lll4--+-+-+++­
v 1--1-++-++tffi hFE = 10 

lease = 25 °C 

28 

12+--+-+-+++++f+----+-H-++++++---+-+-+++-

9 +--+-+-+++++f+----+-H-++tffi 

6+-+++H~"""f-1--+H+++++-H--+++t+ftjj 
A-1" 

3+--+-+-+++++f+----+-H-+++t++----'--L--"-+t+HI 

10 100 mA 
Ic-

5 

0,5 

Q,1 

0,05 

••• hFEn = hFE (le= 100 mA ) 

UcE = 2 V 

tease= 25 °C 

"'\J 
!SI 

0,01 0,1 

741571 Tfk 

~ 

/ 1A 
c-



BD 176 · BD 178 · BD 180 

Silizium-PNP-Epibasis-Leistungstransistoren 
Silicon PNP Epibase Power Transistors 

Anwendungen: Audio-Verstarker, -Treiber und -Endstufen 
Allgemein im NF-Bereich 

Applications: Audio amplifier, driver and output stages 
General in AF-range 

Besondere Merkmale: 

• Hohe Spitzenleistung 

• Verlustleistung 30 W 

• Gepaart lieferbar 

e BD 176, BD 178, BD 180 sind komple­
mentar zu BD 175, BD 177, BD 179 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

Zubehor 
Accessories 

JlJ3,1+0.1 

lsolierscheibe Best. Nr. 119880 
Isolating washer 

Unterlegscheibe 3,2 DIN 125A 
Washer 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

Kollektor-Basis-Sperrspannung 
Collector-base voltage 

Kollektor-Emitter-Sperrspannung 
Collector-emitter voltage 

Emitter-Basis-Sperrspannung 
Emitter-base voltage 

B 2/V.2. 419/04 77 A 2 

Features: 

• High peak power 

• Power dissipation 30 W 

• Matched pairs available 

•BO 176, BO 178, BO 180 are comple­
mentary to BO 175, BO 177, BO 179 

-Ucso 

-UCEO 

Kol/ektor mil metallischer 
Montageflache verbunden 

Collector connected with 
metallic surface 

Normgehause 
Case 

12 A 3 DIN 41869 
JEDEC TO 126 (SOT 32) 

Gewicht · Weight 
max. 0,8g 

BO 176 BO 178 BO 180 

45 60 80 v 

45 60 80 v 

5 v 
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80176 • 80178 • 80180 

Kollektorstrom 
Collector current 

Kollektorspitzenstrom 
Collector peak current 

Basisstrom 
Base current 

Gesamtverlustleistung 
Total power dissipation 

tease~ 25oc 

Sperrschichttemperatur 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereich 
Storage temperature range 

Anzugsdrehmoment 
Tightening torque 

t 7313 24 Tllo. 

Ito t 

40 
w 

3 0 

20 

1oJ 

0 

"' r\ 
~ 
~ 

1'.. 
~ 

"""l 
["SJ 
~ 
~ 

~ 
~ 

rs 
50 100 ·c 

1case ---

-Ic 3 A 

-/cM 6 A 

-/9 1 A 

Ptot 30 w 
tj 150 oc 

tstg -55 ... +150 oc 

MA1) 70 Nern 

741 579 Tfk 

o. 5 +--+--t-+--1-t-tt+t---t--+--~-+t-t+I 
~ 

0•1 ~EE8Im~~3tttml I= BO 176 
BO 178 _,J:S:--""ld>+-1-++., 
BO 180 l"'-d-1-1-1-++H 

b. 
0,0 5 +--+---+-_,_,r+--t-t-H 

0,011 5 10 50 v 
-Vee-

1) mil M3-Schraube und Unterlagscheibe 
with screw M3 and washer 3,2 DIN 125A 
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80176 • 80178 • 80180 

Wiirmewiderstiinde Min. Typ. Max. 
Thermal resistances 

Sperrschicht-Umgebung 
Junction ambient 

RthJA 100 oc/W 

Sperrschicht-Gehause 
Junction case 

RthJC 4,16 °C/W 

KenngroBen 
Characteristics 

tamb = 25oc 

Kollektorreststrom 
Collector cut-off current 

-uc8 = 45V eo 116 -Icso 100 µA 
-Ucs = 60V eo 118 -Icso 100 µA 
-uc8 = 80V eo 150 -Icso 100 µA 

Emitterreststrom 
Emitter cut-off current 

-UEB = 5V -/EBO 1 mA 

Kollektor-Emitter-Sperrspannung 
Collector-emitter sustaining voltage 

-le= 1oomA BD 176 -UcEOsus1) 45 v 
BD 178 - UcEOsus1) 60 v 
BD 180 - U CEOsus 1) 80 v 

Kollektor-Sattigungsspannung 
Collector saturation voltage 

-le= 1A, -18 = 1oomA -UcEsat 1l 800 mV 

Basis-Emitter-Spannung 
Base-emitter voltage 

-UcE = 2V,-Ic = 1A -UBE1) 1,3 v 
Kollektor-Basis-Gleichstromverhii.ltnis 
DC forward current transfer ratio 

-UcE = 2V, -le= 150mA hFE1) 40 236 
-UcE = 2V, -le= 1A hFE1) 15 

Fur Paare gilt das hFE-Verhaltnis 
h FE matched pair ratio 

-UcE = 2V, -Jc= 150mA1) 1,4 

Transitfrequenz 
Gain bandwidth product 

-UcE = 10V, -le= 250mA, f= !MHz fy 3 MHz 

Ip 1) T = 0,02, Ip= 0,3 ms 
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BD 176 · BD 178 • BD 180 

t 741572 
Tlk 

-uBEsat, 
l---+-+-+H-Hl-l+---+-+-1-++++tt-~t-+-++++Hi 

-uCEsat1---+-+-+H-H1-1+---+-+-1-++++tt-~1-+-++++Hi 

32 

15+--+-++++l+H-----'----'--.J....LJ..1..Uj~+-H-1H+ltl 

v 1--+-l-H-+++H 
hFE = 10 

lease= 25 °C 

9+----+-++++t+t+---t-+++1-++H 

6+--f-+-t-±l;joio+!"'=--t-+++1ftttt~+-f-+1H+ltl 

-H" 

t 

500 

100 

-UCE = 2 V 

lease= 25 °C 

i.-1" +.... 

0,01 0,1 

~ 

741573 Tfk 

I\ 

\ 

1A 

-Ic -



BD 185 · BD 187 · BD 189 

Silizium-NPN-Epibasis-Transistoren 
Silicon NPN Epibase Transistors 

Anwendungen: Audio-Verstarker, -Treiber und -Endstufen 
Applications: Audio amplifier, driver and output stages 

Besondere Merkmale: 

• Hohe Spitzenleistung 

• Verlustleistung 40 W 

• Gepaart lieferbar 

e BD 185, BD 187, BD 189 sind komple­
mentar zu BD 186, BD 188, BD 190 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

Zubehor 
Accessories 

/63,1+0,1 

2 L1a.s 

lsolie~scheibe Best. Nr. 119880 
Isolating washer 

Unterlegscheibe 3,2 DIN 125A 
Washer 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

Kollektor-Basis-Sperrspannung 
Collector-base voltage 

Kollektor-Emitter-Sperrspannung 
Collector-emitter voltage 

Emitter-Basis-Sperrspannung 
Emitter-base voltage 

B 2/V.2.420/0477 A2 

Features: 

• High peak power 

• Power dissipation 40 W 

• Matched pairs available 

•BO 185, BO 187, BO 189 are comple­
mentary to BO 186, BO 188, BO 190 

Ucso 

UcEO 

Kollektor mit metallischer 
Montageflache verbunden 

Collector connected with 
metallic surface 

Normgehause 
Case 

12 A 3 DIN 41869 
JEDEC TO 126 (SOT 32) 

Gewicht · Weight 
max. 0,8 g 

BD 185 BD 187 BO 189 

40 55 70 v 

30 45 60 v 

5 v 
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80185 • 80187 • 

34 

Kollektorstrom 
Collector current 

Kollektorspitzenstrom 
Collector peak current 

Basisstrom 
Base current 

Gesamtverlustleistung 
Total power dissipation 

lease ::;; 25 oc 
Sperrschichttemperatur 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereich 
Storage temperature range 

Anzugsdrehmoment 
Tightening torque 

1 
A 

0,5 

0,1 

0,05 

0,011 

1) mit M3-Schraube und Unterlagscheibe 
with screw M3 and washer 

80189 

Ic 

1CM 

Is 

Ptot 

lj 

1stg 

MA1) 

~ 
~ 

'case = 25 °C 

BO 185, 
BO 187 
80189_-.. 

5 10 

3,2 DIN 125A 

7415 6 8 m 

.l. 

i\ 

bJ 

50 v 
UcE-

4 A 

8 A 

2 A 

40 w 
150 oc 

-55 ... +150 oc 

70 Nern 



BO 185 · BO 187 · BO 189 

Wiirmewiderstiinde Min. Typ. Max. 
Thermal resistances 

Sperrschicht-Umgebung RthJA 90 0 e1w 
Junction ambient 

Sperrschicht-Gehiiuse 
Junction case 

RthJe 3,12 0 e1w 

KenngroBen 
Characteristics 

tamb = 25oe 

Kollektorreststrom 
Collector cut-off current 

Ues = 40V BO 185 1eso 0,1 mA 
Ues = 55V BO 187 Ieso 0,1 mA 
Ues = 1ov BO 189 Ieso 0,1 mA 

Emitterreststrom 
Emitter cut-off current 

UEB = 5V /EBO 1 mA 

Kollektor-Emitter-Sperrspannung 
Collector-emitter sustaining voltage 

le= 1oomA BO 185 UeEOsus 1l 30 v 
BO 187 UeEOsus 1l 45 v 
BO 189 UeEOsus 1l 60 v 

Kollektor-Siittigungsspannung 
Collector saturation voltage 

Ie = 2A, /9 = 200mA UeEsa1 1l 1 v 
Basis-Emitter-Spannung 
Base-emitter voltage 

UeE = 2V,/e = 2A UsE1l 1,5 v 
Kollektor-Basis-Gleichstromverhiiltnis 
DC forward current transfer ratio 

UeE = 2V, le= 500mA hFE1) 40 236 
UeE=2V,/e= 2A hfE1) 15 

FOr Paare gilt das h FE-Verhiiltnis 
h FE matched pair ratio 

UeE = 2V, le= 500mA 1,4 

Transitfrequenz 
Gain bandwidth product 

UeE = 10V, le= 1A, f= !MHz fr 2 MHz 

Ip 
1) T = 0,02, Ip = 0,3 ms 
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BD 185 · BD 187 · BD 189 

t m 
741l564 

1, 5 +--+-+++++t++--+-++++++tt---+-1-+++-tffl 
v ,__;-+-+++H-++-~~~-+--+-+-+-+++++< 

,0-

00,01 

36 

0,1 

UCE = 2 V 

tease == 25 °C 

1A 

t 
11 FEn 

10 

5 

0,5 

0,1 
0,01 

7415615 Tfk 

hFE 

I 
hFEn = hFE ( le= 1 A) H 

Vee= 2 v 
tease = 25 °C 

I .... 
~ 

1' 

1-1 
~ 
~ 
~ 

0,1 1A 



BO 186 · BO 188 · BO 190 

Silizium-PNP-Epibasis-Transistoren 
Silicon PNP Epibase Transistors 

Anwendungen: Audio-Verstarker, -Treiber und -Endstufen 
Applications: Audio amplifier, driver and output stages 

Besondere Merkmale: 

• Hohe Spitzenleistung 

• Verlustleistung 40 W 

• Gepaart lieferbar 

e BD 186, BD 188, BD 190 sind komple­
mentar zu BD 185, BD 187, BD 189 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

Zubehor 
Accessories 

lsolierscheibe Best. Nr. 119880 
Isolating washer 

Unterlegscheibe 3.2 DIN 125A 
Washer 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

Kollektor-Basis-Sperrspannung 
Collector-base voltage 

Kollektor-Emitter-Sperrspannung 
Collector-emitter voltage 

Emitter-Basis-Sperrspannung 
Emitter-base voltage 

B 2/V.2.421/0477A2 

Features: 

• High peak power 

• Power dissipation 40 W 

• Matched pairs available 

• BO 186, BO 188, BO 190 are comple­
mentary to BO 185, BO 187, BO 189 

-Ucso 

-Ucrn 

Kollektor mil metallischer 
Montageflache verbunden 

Collector connected with 
metallic surface 

Normgehause 
Case 

12 A 3 DIN 41869 
JEDEC TO 126 (SOT 32) 

Gewicht · Weight 
max. 0,8g 

BO 186 BO 188 BO 190 

40 55 70 v 

30 45 60 v 

5 v 
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80186 • 80188 

Kollektorstrom 
Collector current 

Kollektorspitzenstrom 
Collector peak current 

Basisstrom 
Base current 

Gesamtverlustleistung 
Total power dissipation 

tease:::; 25oc 

Sperrsehiehttemperatur 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereieh 
Storage temperature range 

Anzugsdrehmoment 
Tightening torque 

1 
A 

0,5 

0,1 

0,05 

0,011 

• 80190 

'case = 25 °C 

5 

-le 

-lcM 

-ls 

Ptot 

ti 

1stg 

MA1l 

741s89 "" 

~ 

10 

r\ 
IX 

~ 
BO 186, 
80188 
BO 190, 

"' 

50 v 
-UcE-

1) mit M3-Schraube und Unterlagscheibe 
with screw M3 and washer 3.2 DIN 125A 
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4 A 

8 A 

2 A 

40 w 
150 oc 

-55 ... +150 oc 

70 Nern 



BD 186 · BD 188 · BD 190 

Wiirmewiderstiinde Min. Typ. Max. 
Thermal resistances 

Sperrschicht-Umgebung 
Junction ambient 

RthJA 90 0 e1w 

Sperrschicht-Gehiiuse 
Junction case 

RthJe 3,12 0 e1w 

KenngroBen 
Characteristics 

lamb= 25oe 

Kollektorreststrom 
Collector cut-off current 

-ue8 = 40V BD 186 - 1eso 0,1 mA 
-Ues = 55V BD 188 -Ieso 0,1 mA 
-ue8 = 1ov BD 190 -Ieso 0,1 mA 

I Emitterreststrom 
Emitter cut-off current 

-UEB = 5V -/EBO 1 mA 

Kollektor-Emitter-Sperrspannung 
Collector-emitter sustaining voltage 

-le= 1oomA BD 186 UeEOsus1l 30 v 
BD 188 UeEOsus1l 45 v 
BD 190 UeEOsus1l 60 v 

Kollektor-Sattigungsspannung 
Collector saturation voltage 

-le= 2A, -18 = 2oomA -UeEsa1 1l 1 v 

Basis-Emitter-Spannung 
Base-emitter voltage 

-UeE = 2V,-le = 2A -UsE1) 1,5 v 

Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis 
DC forward current transfer ratio 

-UeE = 2V,-le = 500mA hFE1) 40 236 
-UeE = 2V, -le= 2A hFE1) 15 

Fur Paare gilt das h FE-Verhiiltnis 
hFE matched pair ratio 

-UeE = 2V, -le= 500mA 1,4 

Transitfrequenz 
Gain bandwidth product 

- UeE = 10V, -le= 1A, f= 1 MHz fr 2 MHz 

1) Ip - -T - 0,02, tp - 0,3 ms 
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BO 186 · BO 188 · BO 190 

t 

1, 5 +---t-+-+-++t+H - UCE = 2 V 

V lean= 25 °C 

Tlk 
741587 

o, 5 +---+-+-+-++++tt---+-1-1-+'+t+t---+--+-Til-t+ttl 

40 

1A 
-1c-

t 7415 6 6 Tlk 

h FE n f--~-++++-!+----+--++++++++---+-+-+++1+1-

f--+---+++++++J hFEn = hFE . H 
hFE (-le = 1 A ) 

-uce = 2 v 

1ot=am:UL':· .. :_· :_;= 2:5.·:cF=:=r::P:t±rmEJt:lli 

0, 5 +---+--++++1----+-H+l++H--~l\-+-+t++-1-jj 
~ 



BD 201 · BD 203 

Silizium-NPN-Epibasis-Leistungstransistoren 
Silicon NPN Epibase Power Transistors 

Anwendungen: NF-Endstufen 

Applications: AF-output stages 

Besondere Merkmale: 

• Hohe Spitzenleistung 

• Hohe Stromverstiirkung 

• Verlustleistung 60 W 

e BO 201, BO 203 sind 
komplementiir zu BO 202, BO 204 

Features: 

• High peak power 

• High current transfer ratio 

• Power dissipation 60 W 

e BO 201, BO 203 are 
complementary to BO 202, BO 204 

Vorlaufige technische Oaten · Preliminary specifications 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

t ,~5 

4t 1,Lt,~, -+-~-+----~---fl=c:::======::::;2;__,65 

Zubehor 
Accessories 

t 

----, 
I 
I 
I 

~--+­
I 
I 
I _____ _J 

lsolierscheibe Best. Nr. 564 542 
Isolating washer 

lsolierbuchse 
Isolating bush 

S 8/V.2. 654/1077 A 1 

Best. Nr. 513242 

------- ---- c 
2,54 

0,85 

Kollektor mit 
Montagefliiche verbunden 

Collector connected 
with metallic surface 

Normgehiiuse 
Case 

14A301N41869 
JEOEC TO 220 

Gewicht · Weight 
max. 1,5 g 
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BD 201 • 80203 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

Kollektor-Basis-Sperrspannung 
Collector-base voltage 

Kollektor-Emitter-Sperrspannung 
Collector-emitter voltage 

Emitter-Basis-Sperrspannung 
Emitter-base voltage 

Kollektorstrom 
Collector current 

Kollektorspitzenstrom 
Collector peak current 

Gesamtverlustleistung 
Total power dissipation 

tease,,;; 25oc 

S perrsch ichttemperatu r 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereich 
Storage temperature range 

t 
~ot1--+--~~-----+-----+-+-+-+-l-----+-----+-+-+-1 

80+--+-+-+-+--1-1---1-t-+-+-+-+-+--+-~ 

Vt/ 1--+--f--t---l-t--+-+--+---1--+--+--+--+-+--< 

RthJC = 2,08 °C/W 1----t----+----

60+-+-l-+--+-+-,--,---,.-,----;--+--+-t-1 

20+-+---+-+-+-+-1-+-+--+-~l\.'ll---+---l-+~ 
K 

Fig. 1 

0 40 80 

42 

Ucso 

UcEO 

UEBO 

Ic 

IcM 

Ptot 

tj 

fstg 

10 
A 

5 

0,5 

0,1 

1--

1 

BD 201 BD 203 

60 v 

45 60 v 

5 v 

8 A 

12 A 

60 w 

150 oc 

-55 ... +150 oc 

a:x 
=:'.._ 

ex 
~-3: 

~ ~ 

~:\J 
~~ 

BD 201-

BD 203 -

10 

77 22 00 

tease= 25 °C 
Ip 
y=0,01 

tp=100µs 

200 µs 

n 
V 500 µs 

v1ms 

_/_10 ms 

ii Fig. 2 

100 v 
UcE-



BD 201 · BD 203 

t 
7 7 2 201 

~3 
o,01J....._L__J___J_1LoL_-s...L_J_...LJ.1~0---s.L__--'--.LL10L_-4--'----1.....LI1~0---3-'--'-..L..L1+0--~2'---'--L..J....10~--1~-__J_...L..J.1~0-o__J_s_.__~_, 

Warmewiderstand 
Thermal resistance 

Sperrschicht-Gehii.use 
Junction case 

KenngroBen 
Characteristics 

lease = 25 °C, falls nicht anders angegeben 
unless otherwise specified 

Kollektorreststrom 
Collector cut-off current 

Ucs = 40 V, tease = 150 °c 
UcE=30V 

Emitterreststrom 
Emitter cut-off current 

UEB= 5V 

RthJC 

Icso 
/CEO 

Ip---

Min. Typ. Max. 

2,08 °C/W 

mA 
mA 

mA 
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BD 201 · BD 203 

Kollektor-Sattigungsspannung 
Collector saturation voltage 

Ic = 3A,18 = 300 mA 

Basis-Emitter-Spannung 
Base-emitter voltage 

UcE = 2 V, le= 3 A 

Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis 
DC forward current transfer ratio 

UcE = 2 V, le= 2 A BD 203 

UcE = 2 V, le= 3 A BD 201 

Transitfrequenz 
Gain bandwidth product 

UcB = 3 V, le= 300 mA, f = 1 MHz 

t 
u 
CEsat1---+-++++++++--+-+++1++-H--+-++H+H1 

fcase = 25 °C 

5 0 0 +----+--+-++++++l IC BA 

5A 

3A 

10 100 

Ip 
') T - 0,01, Ip - 0,3 ms 

44 

f-.1 
Fig. 4 

1000 mA 

le-

Min. Typ. Max. 

UcEsat ') v 

UBE') 1,5 v 

hFE ') 30 

hFE 'l 30 

fr 3 MHz 

t 
UBE sat 1---l---1-l-+-1--1-H+----+-+--+--+-l-+++I 

1, 6 -l----1---1---1-l-+-l-+++--+-+-+-+-+-+-l+I 
v 

'case= 25 °C 

1,2+---l---l---l-l-+-l-+++--+-+-+-+-+-+-l~ 

./1 0,8+--+--+-+-++t~"---t--+-+-t-+-1-++1 

i..-H-'I 

0,4+---1---1--+-+--H-+++--+-t-t-+-+-+-l+I 

Fig. 5 
O-J--...l.--'-...1.-11--LIU-'"~--'~.1..-J""-~~ 

0,1 0,5 



BD 201 · BD 203 

77 2204 

ti - +100 °C 

!---' ~ ffi +2~ ,~ ~ 100 
!ll 

25 °C 1" 

llV 

~ ~ v UCE = 2 V 

1, 2 _,__,_+--+-1-1-++++---+-+--+-++++++---+-+-+-+ttttl 

50 

10 

5 
0' 4 _,_--+-+--+-++++++---+--+-+-+++i++---+---r-t-Tttt11 

I 
Fig. 7 

1 0+--'-"'-'-.......... "'t---'-~~"'t---'-~~ 
Fig. 6 

0,01 0,1 0,01 0,1 
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BD 202 · BD 204 

Silizium-PNP-Epibasis-Leistungstransistoren 
Silicon PNP Epibase Power Transistors 

Anwendungen: NF-Endstufen 

Applications: AF-output stages 

Besondere Merkmale: 

• Hohe Spitzenleistung 

• Hohe Stromverstiirkung 

• Verlustleistung 60 W 

e BD 202, BD 204 sind 
komplementiir zu BD 201, BD 203 

Features: 

• High peak power 

• High current transfer ratio 

• Power dissipation 60 W 

e BO 202, BO 204 are 
complementary to BO 201, BO 203 

Vorliiufige technische Oaten · Preliminary specifications 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

' :~5 4L,B~j-'-.L-'-_,.__..__._ ___ _..__L-_______ ~2,65 ! ",_35~,~--+-~--1---~--i . 

I 

Zubehor 
Accessories 

~---1 

I 
I 
I 

---+­
I 
I 
I _____ _J 

lsolierscheibe Best. Nr. 564 542 
Isolating washer 

lsolierbuchse 
Isolating bush 

S 8/V.2.655/1077A1 

Best. Nr. 513242 

---·----- c 
2,54 

B 

0,85 

Kollektor mit 
Montagefliiche verbunden 

Collector connected 
with metallic surface 

Normgehiiuse 
Case 

14A3DIN41869 
JEDEC TO 220 

Gewicht · Weight 
max. 1,5 g 
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BD 202 · BD 204 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

t 

Kollektor-Basis-Sperrspannung 
Collector-base voltage 

Kollektor-Emitter-Sperrspannung 
Collector-emitter voltage 

Emitter-Basis-Sperrspannung 
Emitter-base voltage 

Kollektorstrom 
Collector current 

Kollektorspitzenstrom 
Collector peak current 

Gesamtverlustleistung 
Total power dissipation 

tease:=:; 25oc 

Sperrschichttemperatur 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereich 
Storage temperature range 

77 2199 

1tot1--1--1--1---1-+-+-+-+-+-+--+--+-+-+--1 

80+-l---1-+-+-+-+-+-f--+-+-++-+-t--1 
w 

RthJC = 2,08 "C/W f--+--t--1 

so-1-.;....i-..-J-t-+-.--,,---,--,--r-1-t-+--i 

20+-+-+-+--+-+-+--+-+-+-r~'ll--+-+-+-~ 
t\. 

Fig. 1 

0 40 80 120 °C 
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BO 202 BO 204 

-Ucso 60 

-UCEO 45 60 

-UEBO 5 

-Jc 8 

-/CM 12 

60 

150 

-55 ... +150 

l---+--1-1--W-U-U--+->-I-._, 1ca:se = 25 °C 

l---+--1-1--W-U-U--+->-l-!+m * = 0, 01 

tp=100 µs 

200 µs 

~:t:ti:tl:~~t':'tjft\tl'rtl 500 µs 

v 

v 

v 

A 

A 

w 

oc 

oc 

5-l-...J..-+-J....l..j.++!A~~~~~-Y-l>.~<--+-+--l-+-1-l~ 

l---+--l-l--W-U-U-.-"'\j_...,'-'-'~UW-U-U/1ms H 
\\ 10 ms 

1---+-+-+-+4 B D 2 02 -+--..H+e~-+-+++H.+;< 

BD 204 
Fig. 2 

0, 1 ~-+..J.....1...W..-4--.......J....W.'-1..Lll---'--'---_J 
1 10 100 v 

-UcE---



BD 202 · BD 204 

t 
zthp'-_J_-'---'-'_J_-+--+-+-LI----1-----1~++----1~+-+-++~+---+-H--'--+---+--+-+-+--+--+--+-+-+--+~>--+-H 

"--·-1 I== '; o. 5 1-1.- J.-1 

°C/Wt::=t=:t:Jjj:=±=:jjj±:::j::=~tt:tt;;"J"~~;~;~t=:t=±::tit==!==~tt=t=t::ttt=:t=±::ttJ 
0, 5 1--l-- 0. 2 I-~ µ;---_,.._ r-"'1 

- ~ ~"'.l7 

0,05+1---++--~+o-.0~2+--+,~--;;;;.=+-+-+-l---+--+-+++---+--+-+-H--+----l-+++----1~+-+-++~+--+-H--+--+--+--++-l 
0.01"17 

f:.3 
o,01_L-__J_--1.-LJ140 ___ 6L___J_LL1ol--_~5~L....L.~1+0---4L-_J_L1Yo~--3_J__J__L,L1+0--~2~_j_J~1~0---1L___J_LL10l--O~s--'--~--l 

Wiirmewiderstand 
Thermal resistance 

Sperrschicht-Gehause 
Junction case 

KenngroBen 
Characteristics 

tease = 25 °C, falls nicht anders angegeben 
unless otherwise specified 

Kollektorreststrom 
Collector cut-off current 

-uc8 = 40 v, tamb = 1 so 0 c 
-UcE=30V 

Emitterreststrom 
Emitter cut-off current 

-UEB = 5 V 

-Icso 
-/CEO 

-/EBO 

Ip-

Min. Typ. Max. 

2,08 °C/W 

mA 
mA 

mA 
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BO 202 · BO 204 

Kollektor-Sattigungsspannung 
Collector saturation voltage 

-Jc= 3 A, -Is= 300 mA 

Basis-Emitter-Spannung 
Base-emitter voltage 

-UcE = 2 V, -le= 3 A 

Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis 
DC forward current transfer ratio 

-UcE = 2 V, -le= 2 A BD 204 
-UcE = 2 V, -le= 3 A BD 202 

Transitfrequenz 
Gain bandwidth product 

-Ucs = 3 V, -Jc= 300 mA, f = 1 MHz 

t 
77 2 2 07 

-uCEsat1---+-++++++++----1--+-+++++++---+-+++++ffi 

50 

1 
v 

tease= 25 °C 

1 
t----+-+--+-++++++-~~=8AH+---+--+-++4-+++< 

0, 5 -+----+--+-l-++t+tt--t-T~.-H---+--+-+-Hi+H 

5 A 

3A~.,...f..j.j.+l-!j.-
2~ 

0,1 t-+-1 1 A 

0,05-+----+--+-l-+++-H+--+-+-+++++H---+--+-++H+H 

Fig. 4 

0,01 0,1 

1 Ip 
) T - 0,01, Ip - 0,3 ms 

-UcEsat 1l 

-UBE 1l 

hFE 1l 
hFE 1l 

fr 

t 
-u 

BEsa t 

1,6 
v 

1,2 

0,8 

0,4 

i--

0 
0,1 

Min. 

30 
30 

3 

~ 

0,5 

Typ. Max. 

v 

1,5 v 

MHz 

77 2208 

lease= 25 °C 

hFE = 10 

V1 
l"1 

J.1 
./1 

Fig. 5 

5A 
-1c---



BD 202 · BD 204 

t 
77 2 210 

h F E 1---+-+-++1-l-l-ll---1---1--1-1-1-l-1-!+--+---+-++-l-l-lll 

-L-be=2V 

1, 2 ~-1-1-++++H-+-+++++Ht---+-+-t-+++f'I 

I I ~~ 
10a~=mE3mEa=ta1'1 

0,4 I 
5+--+-t-++++H~+-+~'++++tt--~1-+++™ 

i I 
ill 

Fig. 6 
O~...J......J'-'-1..1.J..1."<~L.......LJ....U. ........... ---L._,___. 1 ~-'---'--'-'-LI.J4~L.......LJ...U..Wj----L.....L..-F~ig . .-J7 

0,01 0,1 0,01 0,1 
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BD 233 · BD 235 · BD 237 

Silizium-NPN-Epibasis-Leistungstransistoren 
Silicon NPN Epibase Power Transistors 

Anwendungen: Audio-Treiber- und Endstufen 
Applications: Audio driver and output stages 

Besondere Merkmale: 

• Hohe Spitzenleistung 

• Verlustleistung 25 W 

• Gepaart lieferbar 

e BD 233, BD 235, BD 237 sind komple­
mentiir zu BD 234, BD 236, BD 238 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

Zubehor 
Accessories 

lsolierscheibe Best. Nr. 119880 
Isolating washer 

Unterlegscheibe 3,2 DIN 125A 
Washer 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

Kollektor-Basis-Sperrspannung 
Collector-base voltage 

Kollektor-Emitter-Sperrspannung 
Collector-emitter voltage 

Emitter-Basis-Sperrspannung 
Emitter-base voltage 

B 2/V.2.422/0477 A2 

Features: 

• High peak power 

• Power dissipation 25 W 

• Matched pairs available 

• BO 233, BO 235, BO 237 are comple­
mentary to BO 234, BO 236, BO 238 

Uc so 

Kollektor mil metallischer 
Montagefliiche verbunden 

Collector connected with 
metallic surface 

Normgehiiuse 
Case 

12 A 3 DIN 41869 
JEDEC TO 126 (SOT 32) 

Gewicht · Weight 
max. 0,8g 

BD 233 BD 235 BD 237 

45 60 80 v 

45 60 80 v 

5 v 
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BO 233 • 80235 

Kollektorstrom 
Collector current 

Kollektorspitzenstrom 
Collector peak current 

Basisstrom 
Base current 

Gesamtverlustleistung 
Total power dissipation 

teases 25oc 

Sperrschichttemperatur 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereich 
Storage temperature range 

Anzugsdrehmoment 
Tightening torque 

1 
A 

0,5 

• 80237 

le 

lcM 

ls 

Ptot 

lj 

1stg 

MA1) 

7182 7 Tlk 

BD 233 

Gi ~ BO 235 

\ \ BD237 

~ .\ 

t----i 'case= 25 °C 

54 

0,1 

0,05 

1) mit M3-Schraube und Unterlagscheibe 
with screw M3 and washer 

5 10 

3,2 DIN 125A 

50 v 
UCE--

2 A 

6 A 

1 A 

25 w 

150 oc 

-55 ... +150 oc 

70 Nern 



80233 • 80235 • 80237 

Wiirmewiderstiinde Min. Typ. Max. 
Thermal resistances 

Sperrschicht-Umgebung 
Junction ambient 

RthJA 100 °C/W 

Sperrschicht-Gehii.use RthJC 5 °C/W 
Junction case 

KenngroBen 
Characteristics 

lamb= 25oc 

Kollektorreststrom 
Collector cut-off current 

Ucs = 45V BD 233 1cso 100 µA 
Ucs = 6ov BD 235 Icso 100 ~A 
Ucs = 80V BD 237 Icso 100 µA 

Emitterreststrom I Emitter cut-off current 
UEB = 5V 1EBO 1 mA 

Kollektor-Basis-Durchbruchspannung 
Collector-base breakdown voltage 

Ic = 100µA BO 233 U(BR)CBO 45 v 
BD 235 U(BR)CBO 60 v 
BD 237 U(BR)CBO 80 v 

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
Collector-emitter breakdown voltage 

le= 1oomA BD 233 U(BR)CE0 1l 45 v 
BD 235 U(BR)CE0 1l 60 v 
BD 237 U(BR)CE0 1l 80 v 

Kollektor-Sii.ttigungsspannung 
Collector saturation voltage 

le= 1A, 18 = 1oomA UcEsat 1l 600 mV 

Basis-Emitter-Spannung 
Base-emitter voltage 

UcE = 2 V, le = 1 A UBE1) 1,3 v 

Kollektor-Basis-Gleichstromverhii.ltnis 
DC forward current transfer ratio 

UcE = 2 V, Ic = 150 mA hFEt) 40 
UcE = 2V, le= 1A hFEt) 25 

Fur Paare gilt das hFE-Verhii.ltnis 
hFE matched pair ratio 

UcE = 2 V, le= 150 mAt) 1,4 

Transitfrequenz 
Gain bandwidth product 

UcE = 10V, Ic = 250mA, f= 1MHz fr 3 MHz 

Ip 1} T ~ 0,01, tp ~ 0,3 ms 
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BD 233 · BD 235 · BD 237 

56 

100 

10 

1 
0,01 

UCE = 2 V 

'• r=o.01 
tp = 0,3 ms 

'amb = 25 °C 

0,1 

l~ 
I \ 

1A 

71 8 2 8 Tfk 



BD 234 · BD 236 · BD 238 

Silizium-PNP-Epibasis-Leistungstransistoren 
Silicon PNP Epibase Power Transistors 

Anwendungen: Audio-Treiber- und Endstufen 
Applications: Audio driver and output stages 

8esondere Merkmale: 

• Hohe Spitzenleistung 

• Verlustleistung 25 W 

• Gepaart lieferbar 

·e BD 234, BD 236, BD 238 sind komple­
mentar zu BD 233, BD 235, BD 237 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

Zubehor 
Accessories 

JJ3,1+0,1 

lsolierscheibe Best. Nr. 119880 
Isolating washer 

Unterlegscheibe 3,2 DIN 125A 
Washer 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

Kollektor-Basis-Sperrspannung 
Collector-base voltage 

Kollektor-Emitter-Sperrspannung 
Collector-emitter voltage 

Emitter-Basis-Sperrspannung 
Emitter-base voltage 

B 2/V.2.423/0477 A2 

2 L,3,S 

Features: 

• High peak power 

• Power dissipation 25 W 

• Matched pairs available 

• BO 234, BO 236, BO 238 are comple­
mentary to BO 233, BO 235, BO 237 

-Ucso 

-UcEO 

Kollektor mil metallischer 
Montageflache verbunden 

Collector connected with 
metallic surface 

Normgehause 
Case 

12 A 3 DIN 41869 
JEDEC TO 126 (SOT 32) 

Gewicht · Weight 
max. 0,8g 

80234 80236 80238 

45 60 80 v 

45 60 80 v 

5 v 
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BD 234 . BD 236 

Kollektorstrom 
Collector current 

Kollektorspitzenstrom 
Collector peak current 

Basisstrom 
Base current 

Gesamtverlustleistung 
Total power dissipation 

'case s 25cc 

Sperrschichttemperatur 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereich 
Storage temperature range 

Anzugsdrehmoment 
Tightening torque 

t 
-le 

1 
A 

0,5 

• BD 238 

-re 

-ICM 

-Is 

Ptot 

t j 

1stg 

MA1) 

7 1 8 29 m 

==:I__] 
60234 

~ C-L-

~ i[\:~238 

1" 
I--- 'case = 25 °C 

58 

0,1 

0,05 

0,01 
1 

1) mil M3-Schraube und Unterlagscheibe 
with screw M3 and washer 

5 10 

3,2 DIN 125A 

N 

50 v 
-UCE ---

2 A 

6 A 

1 A 

25 w 
150 cc 

-55 ... +150 cc 

70 Nern 



BD234·BD236·BD238 

Wiirmewiderstiinde Min. Typ. Max. 
Thermal resistances 

Sperrschicht-Umgebung 
Junction ambient 

RthJA 100 °C/W 

Sperrschicht-Gehause 
Junction case 

RthJC 5 oc/W 

KenngroBen 
Characteristics 

tamb = 25oc 

Kollektorreststrom 
Collector cut-off current 

- Ucs = 45V - 1cso 100 µA 
-Ucs = 60V -Icso 100 µA 
-uc8 = 80V -Icso 100 µA 

Emitterreststrom I Emitter cut-off current 
-UEB = 5V -/EBO 1 mA 

Kollektor-Basis-Durchbruchspannung 
Collector-base breakdown voltage 

-le= 100µA BD 234 -U(BR)CBO 45 v 
BD 236 -U(BR)CBO 60 v 
BD 238 -U(BR)CBO 80 v 

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
Collector-emitter breakdown voltage 

-le= 1oomA BD 234 - U(BR)CE0 1l 45 v 
BD 236 - U(BR)CEO 1l 60 v 
BD 238 - U(BR)CEO 1l 80 v 

Kollektor-Siittigungsspannung 
Collector saturation voltage 

-le= 1A, -18 = 1oomA - UcEsa1 1l 600 mV 

Basis-Emitter-Spannung 
Base-emitter voltage 

-UcE = 2V,-/c = 1A -UBE1) 1,3 v 

Kollektor-Basis-Gleichstromverhiiltnis 
DC forward current transfer ratio 

-UcE = 2V, -Jc= 150mA hFE1l 40 
-UcE = 2V, -le= 1A hFE1) 25 

Fiir Paare gilt das hFE-Verhiiltnis 
hFE matched pair ratio 

-UcE = 2V, -Jc= 150mA1) 1,4 

Transitfrequenz 
Gain bandwidth product 

-Ucs = 1ov, -le= 250mA, f= !MHz IT 3 MHz 

Ip 1) T = 0,01, tp = 0,3 ms 
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BO 234 · BO 236 · BO 238 

60 

100 

10 

1 
0,01 

11 I 

-uCE = 2 V 

~ '• r= 0.01 

t 11 = 0,3 m• 
'•mb = 25 °C 

0,1 

7183 0 Tlk 

u 



BO 433 · BO 435 

Silizium-NPN-Epibasis-Leistungstransistoren 
Silicon NPN Epibase Power Transistors 

Anwendungen: NF-Endstufen 
Applications: AF-output stages 

Besondere Merkmale: 
• Niedrige Betriebsspannungen -

speziell tor Autoradiobetrieb 

• Hohe Stromverstiirkung 

• Verlustleistung 36 W 

• Gepaart lieferbar 

• BD 433, BD 435 sind komplementiir 
zu BD 434, BD 436 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

Zubehor 
Accessories 

sa,1+0.1 

lsolierscheibe Best. Nr. 119 880 
Isolating washer 

Unterlegscheibe 3,2 DIN 125A 
Washer 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

Kollektor-Basis-Sperrspannung 
Collector base voltage 

Kollektor-Emitter-Sperrspannung 
Collector-emitter voltage 

Emitter-Basis-Sperrspannung 
Emitter-base voltage 

B 2/V.2.424/0477 A2 

Features: 

• Low supply voltage -
especially for automobil radio 

• High current transfer ratio 

• Power dissipation 36 W 

• Matched pairs available 

• BD 433, BD 435 are complementary to 
BD 434, BD 436 

Ucso 

Kollektor mil metallischer 
Montageflache verbunden 

Collector connected with 
metallic surface 

Normgehause 
Case 

12 A 3 DIN 41869 
JEDEC TO 126 (SOT 32) 

Gewicht · Weight 
max. 0,89 

BD 433 BD 435 

22 32 v 

22 32 v 

5 v 
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BO 433 • 80435 

Kollektorstrom 
Collector current 

Kollektorspitzenstrom 
Collector peak current 

Ip :o;: 10 ms 

Basisstrom 
Base current 

Gesamtverlustleistung 
Total power dissipation 

lease :o;: 25oc 

Sperrsehiehttemperatur 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereieh 
Storage temperature range 

Anzugsdrehmoment 
Tightening torque 

t 731323 -

1tot 
40 
w 

30 

20 

10 

0 

' ~ 
~ 
l\. 

50 

-1sJ 
~ 
~ 

~ 
cs: 
~ 

~ 
100 °C 

1case ---
Warmewiderstande 
Thermal resistances 

62 

Sperrsehieht-Umgebung 
Junction ambient 

1) mit M3-Schraube und Unterlagscheibe 
with screw M3 and washer 

3,2 DIN 125A 

Ic 

1CM 

19 

Plot 

t j 

1stg 

MAt) 

10 
A 

5 

0,5 

RthJA 

4 

7 

1 

36 

150 

-55 ... +150 

70 

tease = 2!5 °C 

I\. 

~ 

5 10 

Min. Typ. 

A 

A 

A 

w 
oc 

oc 

Nern 

731043 Tfk 

~D 433 

_j__j_J_ 

BO 435 

-x J. 

50 v 
UcE-­

Max. 

100 °C/W 



BD 433 · BD 435 

Min. Typ. Max. 

Sperrschicht-Gehiiuse 
Junction case 

RthJe 3,5 0 e1w 

mit lsolierscheibe Best. Nr. 119 880 RthJe 8 0 e1w 
with isolating washer 

mit lsolierscheibe und Paste 
with isolating washer and paste 

RthJe 4 0 e1w 

KenngroBen 
Characteristics 

lamb = 25 °e, falls nicht anders angegeben 
unless otherwise specified 

Kollektorreststrom 
Collector cut-off current 

ue8 = 22v 80433 1eso 100 µA 
Ues = 32v 80435 1eso 100 µA 

I lamb = 150 °e, Ues = 22v 80433 Ieso 3 mA 
Ues = 32v 80 435 Ieso 3 mA 

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
Collector-emitter breakdown voltage 

Ie = 10omA 80433 U(BR)eE0 1l 22 v 
80435 U(BR)eE0 1l 32 v 

le= 100 µA 80433 U(BR)eES 22 v 
80 435 U(BR)eES 32 v 

Emitter-Basis-Durchbruchspannung 
Emitter-base breakdown voltage 

/E = 1 mA U(BR)EBO 5 v 

Kollektor-Sattigungsspannung 
Collector saturation voltage 

Ie = 2A, 18 = 2oomA UeEsat 1l 0,5 v 

Basis-Emitterspannung 
Base emitter voltage 

UeE = 1V,/e = 2A UsE1l 1,1 v 

Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis 
DC forward current transfer ratio 

UeE = 5V,/e = 10mA hFE 40 
UeE = 1 V,/e = 500mA hFE1l 85 475 
UeE = 1V,/e = 2A hFE1l 50 

Fur Paare gilt das h FE-Verhiiltnis 
hFE matched pair ratio 

UeE = 2V, le= 500mA1) 1,4 

Transitfrequenz 
Gain bandwidth product 

UeE = 10V, le= 250mA, f= lMHz h 3 MHz 

Ip 1) T ~ 0,01, Ip~ 0,3 ms 
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BD 433 · BD 435 

t 

t 

1 
v 

0,5 

0,1 

0,05 

0,01 

64 

l==1 UBE sat 

~ UCEsat 
< 

"""' 
,.....,.., 

751584 Tlk 

lamb= 2!5 °C 

1 
hFE 10 

hFE = 2~ 

~-
uP-

7 y 
J;7 

v 

0,1 1 A 

100 

50 

10 

5 

1 
O,Q1 

+-

0,1 

t 751582Tfk 

UBE 1---+-+++H+ll-~1--+-++++1-11--+-~~~ 

UCE = 1 V 

'amb = 25 °C 

0, 0 5 -t--r+-t-+HH-H---1--+++f-l+Jjl----+-t-+H+™ 

0.01 0,1 1 A 

751583Tfk 

=tffiH 
UCE = 1 V 

lamb= 25 °C 

I-

~ 

~ 

1 A 



BD 434 · BD 436 

Silizium-PNP-Epibasis-Leistungstransistoren 
Silicon PNP Epibase Power Transistors 

Anwendungen: NF-Endstufen 
Applications: AF-output stages 

8esondere Merkmale: 

• Niedrige Betriebsspannung -
speziell !Ur Autoradiobetrieb 

• Hohe Stromverstarkung 

• Verlustleistung 36 W 

• Gepaart lieferbar 

• BD 434, BD 436 sind komplementar 
zu BD 433, BD 435 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

Zubehor 
Accessories 

113,1+0.1 

lsolierscheibe 
Isolating washer Best. Nr. 119880 

Unterlegscheibe 3,2 DIN 125A 
Washer 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

Kollektor-Basis-Sperrspannung 
Collector-base voltage 

Kollektor-Emitter-Sperrspannung 
Collector-emitter voltage 

Emitter-Basis-Sperrspannung 
Emitter-base voltage 

B 2/V.2.425/0477 A2 

Features: 

• Low supply voltage -
especially for automobil radio 

• High current transfer ratio 

• Power dissipation 36 W 

• Matched pairs available 

• BO 434, BO 436 are complementary to 
BO 433, BO 435 

-Ucso 

-UcEO 

Kollektor mit metallischer 
Montageflache verbunden 

Collector connected with 
metallic surface 

Normgehause 
Case 

12 A 3 DIN 41869 
JEDEC TO 126 (SOT 32) 

Gewicht · Weight 
max. O,Sg 

80434 80436 

22 32 v 

22 32 v 

5 v 
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80434 • 80436 

Kollektorstrom 
Collector current 

Kollektorspitzenstrom 
Collector peak current 

Ip ;;::; 10 ms 

Basisstrom 
Base current 

Gesamtverlustleistung 
Total power dissipation 

lease ;;::; 25oc 

Sperrschichttemperatur 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereich 
Storage temperature range 

Anzugsdrehmoment 
Tightening torque 

t 731321 ft 

ftot 

40 
w 

30 

~ 

~ 
~ 
~ 

~ 
20 ~ 

10 

0 50 

Wiirmewiderstiinde 
Thermal resistances 

Sperrschicht-Umgebung 
Junction ambient 

~ 
rs.: 

l'l... 

' ~ 
Ill.. 

:.:si 
100 °c 

1case --

-le 

-lcM 

-Is 

Ptot 

I j 

1stg 

MAt) 

10 
A 

5 

0,5 

1) mit M3-Schraube und Unterlagscheibe 
with screw M3 and washer 

3,2 DIN 125A 
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4 

7 

1 

36 

150 

-55 ... +150 

70 

tease - 25 "C 

\ 
\ 

5 10 

Min. Typ. 

A 

A 

A 

w 
oc 

oc 

N cm 

7 J 1 04 .. "' 

BO 434 

CI 
BO 438 

50 v 
-UCE--

Max. 

100 °C/W 



BD 434 · BD 436 

Min. Typ. Max. 

Sperrschicht-Gehause 
Junction case 

RthJC 3,5 cc;w 

mit lsolierscheibe Best. Nr. 119880 RthJC 8 cc;w 
with isolating washer 

mit lsolierscheibe und Paste 
with isolating washer and paste 

RthJC 4 cc;w 

KenngroBen 
Characteristics 

t amb = 25 cc. falls nicht anders angegeben 
unless otherwise specified 

Kollektorreststrom 
Collector cut-off current 

- Ucs = 22v 80 434 -Icso 100 µA 
- Ucs = 32v 80 436 - 1cso 100 µA 

lamb = 150 cc. -uc8 = 22v 80434 -Icso 3 mA 
-uc8 = 32v 80 436 -Icso 3 mA 

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
Collector-emitter breakdown voltage 

-lc=lOOmA 80434 - U(BR)CEO ') 22 v 
80 436 - U(BR)CEO ') 32 v 

-le= 100 µA 80434 -U(BR)CES 22 v 
80 436 -U(BR)CES 32 v 

Emitter-Basis-Durchbruchspannung 
Emitter-base breakdown voltage 

-IE= 1 mA - U(BR)EBO 5 v 

Kollektor-Sattigungsspannung 
Collector saturation voltage 

-le= 2A, -18 = 2oomA - UcEsat'l 0,5 v 

Basis-Emitter-Spannung 
Base-emitter voltage 

-UcE = 1V, -le= 2A - UsE') 1,1 v 

Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis 
DC forward current transfer ratio 

-UcE = 5V, -le= 10mA hFE 40 
- UcE = 1 V, -le = 500 mA hFE 1) 85 475 

-UcE = 1V, -le= 2A hFE') 50 

Fur Paa re gilt das h FE-Verhaltnis 
hFE matched pair ratio 

-UcE = 2V, -le= 500mA 1 ) 1,4 

Transitfrequenz 
Gain bandwidth product 

-UcE = lOV, -le= 250mA, f= 1 MHz fT 3 MHz 

Ip 
1) T = 0,01, Ip = 0,3 ms 
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BO 434 · BO 436 

t 751 5 87 Tfl< 

- UBE sat 1---t-+++++ttt--+--t--H-+++++--+-t-++++fjj 

-UeEsatr--r-+-+-+++t++-~---t-~""++--+-<-+++++« 
lamb= 25 "C 

0,5+---t--+-t-+H+tt----+-+++1-++H-+-+-+-f+l+l1 

.Y 
0·1EJMs~~oo1 l=l---+-f-+-l-+t+lt----1 hFE 20 

0, 0 5-t----r-~~----+~--"'°+c~,,,7,;, 1----+-f--++++Hl 

~ -UCEut l-""" kd 
...., VI 

0,01 0,1 1 A 

-le -

t 

t 75H18!5Tfk 

-UBE1---t-++++tittt--+-+-t-++++++--+-+++t+H1 

-UCE = 1 V 

'amb = 25 oc 

~~mmmam 
0, 5 +---t--+-+-+H+tt----t-++H-+++t-l--+-+++H~ 

0.1 t==l=i=l=l:tmt=:j::::j:=j:::j:j+l#==l=+mm 

0,0 5 +----+-+-+-+H+tt---+-++H-+++t-+-f-+-1-+++H 

0,01 

751588 Tfk 

0,1 1 A 
-1e-

-UCE = 1 V 

68 

1000 

500 

100 

50 

10 
0,01 0,1 

lamb= 25 °C 

..,.. 
~ 

['Ii; 

~ 

1' 

1 A 
-1e-



BD 437 · BD 439 · BD 441 

Silizium-NPN-Epibasis-Leistungstransistoren 
Silicon NPN Epibase Power Transistors 

Anwendungen: Allgemein im NF-Bereich 
Applications: General in AF-range 

8esondere Merkmale: 
• Hohe Spitzenleistung 

• Verlustleistung 36 W 

• Gepaart lieferbar 

e BD 437, BD 439, BD 441 sind komple­
mentiir zu BD 438, BD 440, BD 442 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

Zubehor 
Accessories 

163.1+0.1 

2 L13,5 

lsolie~scheibe Best. Nr. 119880 
Isolating washer 

Unterlegscheibe 3,2 DIN 125A 
Washer 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

Kollektor-Basis-Sperrspannung 
Collector-base voltage 

Kollektor-Emitter-Sperrspannung 
Collector-emitter voltage 

Emitter-Basis-Sperrspannung 
Emitter-base voltage 

B 2/V.2.426/0477 A2 

Features: 

• High peak power 

• Power dissipation 36 W 

• Matched pairs available 

• BO 437, BO 439, BO 441 are comple­
mentary to BO 438, BO 440, BO 442 

Ucso 

Kollektor mil metallischer 
Montagefliiche verbunden 

Collector connected with 
metallic surface 

Normgehiiuse 
Case 

12 A 3 DIN 41869 
JEDEC TO 126 (SOT 32) 

Gewicht Weight 
max. 0,8g 

80437 80439 80441 

45 60 80 v 

45 60 80 v 

5 v 
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80437 • 80439 • 80441 

Kollektorstrom 
Collector current 

Kollektorspitzenstrom 
Collector peak current 

tp < 10 ms 

Basisstrom 
Base current 

Gesamtverlustleistung 
Total power dissipation 

tease ~ 25oc 

Sperrschichttemperatur 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereich 
Storage temperature range 

Anzugsdrehmoment 
Tightening torque 

t 731323 ,.. 

1tot 
40 
w 

30 

20 

10 

0 

' [SJ 
~ 

~ 

50 

~ 
~ 

' [SJ 

~ 
~ 
~ 

::SJ 
100 °C 

1case ---

70 

1) mit M3-Schraube und Unterlagscheibe 
with screw M3 and washer 

3,2 DIN 125A 

Ic 4 A 

IcM 7 A 

!9 1 A 

Ptot 36 w 

tj 150 oc 

1stg -55 ... +150 oc 

MAt) 70 Nern 

731226 Tfk 

5+-~-+--t--+-+-+-++tt-~-t----t--+--+--H--H1 

'1 BD 437 
\ -, BO 439 

~_j_ BO 441 

0,1 ~-~-·-~->---~~~-~ 1 5 10 50 v 
UcE-



BD 437 · BD 439 · BD 441 

Wiirmewiderstiinde Min. Typ. Max. 
Thermal resistances 

Sperrschicht-Umgebung RthJA 100 0 e1w 
Junction ambient 

Sperrschicht-Gehause RthJe 3,5 0 e1w 
Junction case 

mit lsolierscheibe 
Best. Nr. 119880 RthJe 8 0 e1w 

with isolating washer 

mit lsolierscheibe und Paste RthJe 4 0 e1w 
with isolating washer and paste 

KenngroBen 
Characteristics 

t amb = 25 °e, falls nicht anders angegeben 
unless otherwise specified 

I Kollektorreststrom 
Collector cut-off current 

Ues = 45V BO 437 leso 100 µA 
Ues = eov BO 439 leso 100 µA 
Ues = 80V BO 441 Ieso 100 µA 

lamb = 150 °e, Ues = 45 v BO 437 leso 3 mA 

Ues = 60V BO 439 leso 3 mA 

Ues = 80V BO 441 leso 3 mA 

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
Collector-emitter breakdown voltage 

Ie = 1oomA BO 437 U(BR)eE0 1) 45 v 
B0439 U(BR)eE0 1) 60 v 
BO 441 U(BR)eE0 1) 80 v 

le= 100µA BO 437 U(BR)eES 45 v 
B0439 U(BR)eES 60 v 
BD 441 U(BR)eES 80 v 

Emitter-Basis-Durchbruchspannung 
Emitter-base breakdown voltage 

/E = 1 mA U(BR)EBO 5 v 

Kollektor-Sattigungsspannung 
Collector saturation voltage 

I e = 2 A, I B = 200 mA BO 437 UeEsat 1l 0,6 v 
BO 439, BO 441 UeEsat 1l 0,8 v 

Basis-Emitter-Spannung 
Base-emitter voltage 

UeE = 1 V, le = 2 A BO 437 U9E1) 1,2 v 

BO 439, BO 441 U9E1) 1,5 v 

Ip 1) T = 0,01, Ip = 0,3 ms 
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BD 437 · BD 439 · BD 441 

Min. Typ. Max. 

Kollektor-Basis-Gleichstromverhiiltnis 
DC forward current transfer ratio 

UeE = 5 V, le = 10 mA 80437 hFE 30 
80439 hfE 20 
BO 441 hfE 15 

UeE = 1 V, le = 500 mA hfE1) 40 236 

ueE = 1 v, le= 2A 80437 hFE1) 40 
80439 hfE1) 25 
80441 hfE1) 15 

Fur Paare gilt das h FE-Verhiiltnis 
hFE matched pair ratio 

UeE = 1 V, le= 500 mA1) 1,4 

Transitfrequenz 
Gain bandwidth product 

UeE = 10V, le= 250mA, f= 1MHz fr 3 MHz 

Ip 
1) T = 0,01, Ip = 0,3 ms 
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BO 438 · BO 440 · BO 442 

Silizium-PNP-Epibasis-Leistungstransistoren 
Silicon PNP Epibase Power Transistors 

Anwendungen: Allgemein im NF-Bereich 
Applications: General in AF-range 

8esondere Merkmale: 

• Hohe Spitzenleistung 

• Verlustleistung 36 W 

• Gepaart lieferbar 

e BD 438, BD 440, BD 442 sind komple­
mentar zu BD 437, BD 439, BD 441 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

Zubehor 
Accessories 

163.1+0,1 

lsolierscheibe Best. Nr. 119880 
Isolating washer 

Unterlegscheibe 3,2 DIN 125A 
Washer 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

Kollektor-Basis-Sperrspannung 
Collector-base voltage 

Kollektor-Emitter-Sperrspannung 
Collector-emitter voltage 

Emitter-Basis-Sperrspannung 
Emitter-base voltage 

B 2/V.2. 427 /04 77 A 2 

Features: 

• High peak power 

• Power dissipation 36 W 

• Matched pairs available 

• BD 438, BD 440, BD 442 are comple­
mentary to BD 437, BD 439, BD 441 

-Ucso 

Kollektor mit metallischer 
Montageflache verbunden 

Collector connected with 
metallic surface 

Normgehause 
Case 

12 A 3 DIN 41896 
JEDEC TO 126 (SOT 32) 

Gewicht · Weight 
max. 0,8g 

80438 80440 80442 

45 60 80 v 

45 60 80 v 

5 v 
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BD 438 · BD 440 · 80442 

Kollektorstrom -le 4 A 
Collector current 

Kollektorspitzenstrom 
Collector peak current 

tp < 10ms -lcM 7 A 

Basisstrom -ls 1 A 
Base current 

Gesamtverlustleistung 
Total power dissipation 

tease~ 25oc Ptot 36 w 
Sperrsehiehttemperatur tj 150 oc 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereieh 1stg -55 ... +150 oc 
Storage temperature range 

Anzugsdrehmoment MA1) 70 Nern 
Tightening torque 

t 731121 - t 
731227 Tik 

1tot 
40 
w 

30 

20 

10 

0 

K 
!\ 

!'\ 
l'\ 

50 

r'ii 
K 
~ 

1' 

"' "\ 
f\: 

!\. 

"""\ 
100 ·c 

1case --

1) mit M3-Schraube und Unterlagscheibe 
3,2 DIN 125A 

with screw M3 and washer 
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BD 438 · BD 440 · BD 442 

Wiirmewiderstiinde Min. Typ. Max. 
Thermal resistances 

Sperrschicht-Umgebung 
Junction ambient 

RthJA 100 0 e1w 

Sperrschicht-Gehause 
Junction case 

RthJe 3,5 0 e1w 

mil lsolierscheibe 
Best. Nr. 119880 with isolating washer 

RthJe 8 0 e1w 

mil lsolierscheibe und Paste RthJe 4 0 e1w 
with isolating washer and paste 

KenngroBen 
Characteristics 

tamb = 25 °e, falls nicht anders angegeben 
unless otherwise specified 

I Kollektorreststrom 
Collector cut-off current 

-Ues = 45V B0438 - 1eso 100 µA 
-Ues = 60V B0440 -Jeso 100 µA 
-Ues = 80V BO 442 -leso 100 µA 

lamb = 150 °e, -Ues = 45V B0438 -leso 3 mA 
-ue8 = 60V B0440 -Jeso 3 mA 
-Ues = aov B0442 -reso 3 mA 

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
Collector-emitter breakdown voltage 

-le= lOOmA BO 438 - U(BR)eEO 1l 45 v 
B0440 - U(BR)eEO 1) 60 v 
BO 442 - U(BR)eEO 1l 80 v 

-le= 100 µA B0438 -U(BR)eES 45 v 
B0440 -U(BR)eES 60 v 
B0442 -U(BR)eES 80 v 

Emitter-Basis-Durchbruchspannung 
Emitter-base breakdown voltage 

-/E = lmA -U(BR)EBO 5 v 

Kollektor-Sattigungsspannung 
Collector saturation voltage 

-le= 2A, -18 = 2oomA B0438 - UeEsat 1l 0,6 v 
BO 440, BO 442 - UeEsa1 1l 0,8 v 

Basis-Emitterspannung 
Base-emitter voltage 

- UeE = 1 V, - le = 2 A BO 438 - UsE1l 1,2 v 
BO 440, BO 442 - UsE1) 1,5 v 

Ip 1) T = 0,01, Ip= 0,3 ms 
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80438 • 80 440 · 80442 

Min. Typ. Max. 

Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis 
DC forward current transfer ratio 

- UeE = 5 V, - le = 10 mA 80438 hFE 30 
80440 hFE 20 
80442 hFE 15 

-UeE = 1 V, -le= 500mA hFE1) 40 236 

- UeE = 1 V, - le = 2A 80438 hFE1) 40 
80440 hFE1) 25 
80442 hFE1) 15 

Fiir Paare gilt das hFE-Verhaltnis 
hFE matched pair ratio 

- UeE = 1 V, -le= 500 mA1) 1,4 

Transitfrequenz 
Gain bandwidth 

-UeE = 10V, -le= 250mA, /= 1MHz fr 3 MHz 

Ip 
1) T = 0,01, Ip = 0,3 ms 
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BD 643 · BD 645 · BD 647 · BD 649 

Silizium-NPN-Darlington-Leistungstransistoren 
Silicon NPN Darlington Power Transistors 

Anwendungen: NF-Endstufen 

Applications: AF-Output stages 

Besondere Merkmale: 

• Hohe Sperrspannung 

• Sehr hohe Stromverstarkung 

• Verlustleistung 62,5 W 

• Glaspassivierung 
e BO 643, BO 645, BO 647, BO 649 sind 

komplementar zu 
BO 644, BO 646, BO 648, BO 650 

Features: 

• High reverse voltage 

• Very high current transfer ratio 

• Power dissipation 62,5 W 

• Glass passivation 

e BO 643, BO 645, BO 647, BO 649 are 
complementary to 
BO 644, BO 646, BO 648, BO 650 

Vorlaufige technische Oaten · Preliminary specffications 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

Zubehor 
Accessories 

----, 
I 
I 
I 

---+­
I 
I 
I _____ _J 

·-·-----·-

·-·- - -·- - -· 

4,7 

lsolierscheibe Best. Nr. 564 542 
Isolating washer 

lsolierbuchse 
Isolating bush 

S 8/V.2.653/1077A1 

Best. Nr. 513 242 

c 

0,85 

Kollektor mit 
Montageflache verbunden 

Collector connected 
with metallic surface 

Normgehause 
Case 

14 A 3 DIN 41869 
JEDECTO 220 

Gewicht · Weight 
max. 1,5g 

77 

I 



BD 643 · BD 645 · BD 647 · BD 649 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

Kollektor-Basis-Sperrspannung 
Collector-base voltage 

Kollektor-Emitter-Sperrspannung 
Collector-emitter voltage 

Emitter-Basis-Sperrspannung 
Emitter-base voltage 

Kollektorstrom 
Collector current 

Kollektorspitzenstrom 
Collector peak current 

Basisstrom 
Base current 

Gesamtverlustleistung 
Total power dissipation 

teases 25oc 

Sperrschichttemperatur 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereich 
Storage temperature range 

80 
w 

60 
I-I-n 

BD 643 

Ucso 60 

UcEO 45 

UEBO 

Ic 

1CM 

19 

77 2231 

ts 
ts 

ts 
40 

20 

0 40 

78 

ts 
!SJ 

!SJ 
~ 

!SJ 

80 

]SJ 
ts rs; 

is; 
120 ·c 

'case ----

BD 645 BD 647 

80 100 

60 80 

5 

8 

12 

150 

62,5 

150 

-55 ... +150 

BD 649 

120 v 

100 v 

v 

A 

A 

mA 

w 

oc 

oc 



BD 643 · BD 645 · BD 647 · BD 649 

Warmewiderstand 
Thermal resistance 

S pe rrsch i cht-Ge ha use 
Junction case 

KenngroBen 
Characteristics 

lease= 25 °C, falls nicht anders angegeben 
unless otherwise specified 

Kollektorreststrom 
Collector cut-off current 

Ucs= 45 v 80 643 

Ucs= 60V 80 645 

Ucs= 80 v 80 647 

Ucs= 1oov 80 649 

lease= 100°c, Ucs = 30 v 80 643 
Ucs = 40 v 80645 
Ucs= 5ov 80647 
Ucs = 6ov 80 649 

UcE = 25 V 80643 
UcE = 30V 80645 
UcE=40V 80 647 

UcE=50V 80649 

Emitterreststrom 
Emitter cut-off current 

UEB = 5V 

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
Collector-emitter breakdown voltage 

le= 100 mA 80643 
80645 
80 647 
80649 

Kol lekto r-Sattig u ngsspan nu ng 
Collector saturation voltage 

le= 4 A, ls= 16 mA 80643 
Ic = 3 A,JB = 12 mA 

80 645, 80 647, 80 649 

Basis-Emitter-Spannung 
Base-emitter voltage 

UcE = 3 V, Ic = 4 A 80643 
Ic=3A 

80 645, 80 647, 80 649 

1) ~ -0,01; tp-0,1 ms 

Min. Typ. Max. 

RthJC 2 °C/W 

1cso 200 µA 

Icso 200 µA 

Icso 200 µA 

Icso 200 µA 

Icso 2 mA 

Icso 2 mA 

Icso 2 mA 

Icso 2 mA 

IcEo 500 µA 

IcEo 500 µA 

1cEo 500 µA 

1cEo 500 µA 

1EBO 5 mA 

U(BR)CE01) 45 v 

U(BR)CE01) 60 v 

U(BR)CE01) 80 v 

U(BR)CE01) 100 v 

UcEsat 2 v 

UcEsat 2 v 

UBE 2,5 v 

UBE 2,5 v 
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BO 643 ·BO 645 ·BO 647 ·BO 649 

Min. Typ. Max. 

DurchlaBspannung der Schutzdiode 
Forward voltage of the protection diode 

1F=3A UF 1,2 v 
Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis 
DC forward current transfer ratio 

UcE = 3 V, le= 4A 80643 hFE 750 
lc=3A 

BO 645, BD 647, BD 649 hFE 750 

hte -G renzfrequenz 
hfe-cut-off frequency 

UcE = 3 V, le= 4 A, BD 643 fhte 100 kHz 
lc=3A 

BD 645, BD 647, BD 649 fhte 100 kHz 

Transitfrequenz 
Gain bandwidth product 

Ucs = 3 V, le= 3 A, f = 1 MHz fr 7 MHz 
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·~ BD 644 · BD 646 · BD 648 · BD 650 

Silizium-PNP-Darlington-Leistungstransistoren 
Silicon PNP Darlington Power Transistors 

Anwendungen: NF-Endstufen 

Applications: AF-Output stages 

Besondere Merkmale: 

• Hohe Sperrspannung 

• Sehr hohe Stromverstarkung 

• Verlustleistung 62,5 W 

• Glaspassivierung 

e BD 644, BD 646, BD 648, BD 650 sind 
komplementar zu 
BD 643, BD 645, BD 647, BD 649 

Features: 

• High reverse voltage 

• Very high current transfer ratio 

• Power dissipation 62.5 W 

• Glass passivation 

e BO 644, BO 646, BO 648, BO 650 are 
complementary to 
BO 643, BO 645, BO 647, BO 649 

Vorlaufige technische Oaten · Preliminary specifications 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

t :
0

·

5 
•. a I 

,__l -'"T'~3-'.5-_.._~1.:-::..:-::.=-:::::::::::::::::.:-:::::L_ _______ ~2, 65 

t 

Zubehor 
Accessories 

----1 
I 
I 
I 

---+­
I 
I 
I _____ ...) 

------·-

lsolierscheibe Best. Nr. 564 542 
Isolating washer 

lsolierbuchse 
Isolating bush 

S 8/V.2. 652/1077 A 1 

Best. Nr. 513 242 

2,54 

0,85 

c 

B 

Kollektor mit 
Montageflache verbunden 

Collector connected 
with metallic surface 

Normgehause 
Case 

14 A 3 DIN 41869 
JEDEC TO 220 

Gewicht · Weight 
max. 1,5 g 
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BD 644 · BD 646 · BD 648 · BD 650 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

BD 644 

82 

Kollektor-Basis-Sperrspannung 
Collector-base voltage 

Kollektor-Emitter-Sperrspannung 
Collector-emitter voltage 

Emitter-Basis-Sperrspannung 
Emitter-base voltage 

Kollektorstrom 
Collector current 

Kollektorspitzenstrom 
Collector peak current 

Basisstrom 
Base current 

Gesamtverlustleistung 
Total power dissipation 

tease,,; 25oc 

Sperrschichttemperatur 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereich 
Storage temperature range 

t 

-Ucso 45 

-UCEO 45 

-UEBO 

-Ic 

-IcM 

-Is 

7'?2231 

ptot 1--+-j--jl--l--t--t--+-+-+-+-+--+--+--+--; 

8 0 -1---1--+-+-j--jl--l--t--+--+-+-+-+--+--+-...j 

w 

40 +--f--+--jf--+-+--+--'l.rsJc--1rsJ--+-+--+--+-4-+-I 

rsJ 

20+-1-+-+-+-1-+-+-+-1-+'\_,._+---11-+~ 

~ 
0 40 80 120 °C 

1aase-

BD 646 BD 648 

60 80 

60 80 

5 

8 

12 

150 

62,5 

150 

-55 ... +150 

BD 650 

100 v 

100 v 

v 

mA 

mA 

mA 

mW 

oc 

oc 



BD 644 · BO 646 · BO 648 · BO 650 

Warmewiderstand 
Thermal resistance 

S pe rrsch i cht-G ehause 
Junction case 

KenngroBen 
Characteristics 

tease= 25°C, falls nicht anders angegeben 
unless otherwise specified 

Kol I ekto rreststro m 
Collector cut-off current 

-Ucs= 45 v BO 644 
-Ucs= 60V 80646 
-UCE =· 80V 80648 
-UcE = 100V 80650 

tease= 100°c, -Ucs = 30 v 80644 
-Ucs = 40V 80646 
-Ucs = 5ov 80648 
-Ucs= 60V 80650 

-UcE = 25 V 80644 
-UcE=30V 80646 
-UcE=40V 80648 
-UCE = 50V 80650 

Emitterreststrom 
Emitter cut-off current 

-UEB = 5 V 

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
Collector-emitter breakdown voltage 

-Ie = 100 mA 80644 
80646 
80648 
80650 

Kollektor-Sattigungsspannung 
Collector saturation voltage 

-le= 4 A, -18 = 16 mA 80644 
-le= 3 A, -18 = 12 mA 

BO 646, BO 648, BO 650 

Basis-Emitter-Spannung 
Base-emitter voltage 

-UcE = 3 V, -Jc= 4 A 80644 
-Jc= 3 A 

BO 646, BO 648, BO 650 

1) ~-0,01;tp-0,1 ms 

Min. Typ. Max. 

RthJC 2 °C/W 

-1cso 200 µA 

-Icso 200 µA 

-Icso 200 µA 

-Icso 200 µA 

-Icso 2 mA 

-Icso 2 mA 

-Icso 2 mA 

-Icso 2 mA 

-/CEO 500 µA 

-JcEO 500 µA 

-JcEo 500 µA 

-/CEO 500 µA 

-/EBO 5 mA 

-U(BR)eE01) 45 v 

-U(BR)eE01) 60 v 

-U(BR)CE01) 80 v 

-U(BR)CE01) 100 v 

-UcEsat 2 v 

-UcEsat 2 v 

-UBE 2,5 v 

-UBE 2,5 v 
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BD 644 · BD 646 · BD 648 · BD 650 

Min. Typ. Max. 

DurchlaBspannung der Schutzdiode 
Forward voltage of the protection diode 

-lF= 3 A -UF 1,2 v 
Kol lektor-Basis-G lei chstro mverhii.ltn is 
DC forward current transfer ratio 

-UcE = 3 V, -le= 4 A 80644 hFE 750 
-le= 3 A 

80 646, 80 648, 80 650 hFE 750 

hte-Grenzfrequenz 
hfe-cutt-off frequency 

-UcE = 3 V, -le= 4 A 80644 fhfe 100 kHz 
-le= 3 A 

80 646, 80 648, 80 650 fhte 100 kHz 

Transitfrequenz 
Gain bandwidth product 

-Ucs = 3 V, -Jc= 3 A, f = 1 MHz fr 7 MHz 
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BD 675 · BD 677 · BD 679 · BD 681 

Silizium-NPN-Darlington-Leistungstransistoren 
Silicon NPN Darlington Power Transistors 

Anwendungen: NF-Endstufen 
Applications: AF-output stages 

8esondere Merkmale: 

• Sehr hohe Stromverstarkung 

• Verlustleistung 40 W 

Features: 

• Very high current transfer ratio 

• Power dissipation 40 W 

e BD 675, BD 677, BD 679, BD 681 sind komple­
mentar zu BD 676, BD 678, BD 680, BD 682 

• B0675,B0677,B0679,B0681arecomple­
mentary to BO 676, BO 678, BO 680, BO 682 

Vorliiufige technische Oaten · Preliminary specifications 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

Zubehor 
Accessories 

B3.1+0.1 

2 L,3,5 

lsolierscheibe Best. Nr. 119880 
Isolating washer 

Unterlegscheibe 3,2 DIN 125A 
Washer 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

Kollektor-Basis-Sperrspannung 
Collector-base voltage 

Kollektor-Emitter-Sperrspannung 
Collector-emitter voltage 

Emitter-Basis-Sperrspannung 
Emitter-base voltage 

B 2/V. 2. 432/04 77 A 2 

!~o.s 
1,25 

---~ 

- --- 16 ----- c 
--tT 2,a O,BT E 

Kollektor mit metallischer 
Montageflache verbunden 

Collector connected with 
metallic surface 

Normgehause 
Case 

12 A 3 DIN 41869 
JEDEC TO 126 (SOT 32) 

Gewicht · Weight 
max. 0,8g 

80675 80677 80679 80681 

Uc so 45 60 80 100 v 

45 60 80 100 v 

5 v 
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80675. 80677. 80679. 80681 

Kollektorstrom 
Collector current 

Kollektorspitzenstrom 
Collector peak current 

Ip'."'. 10ms 

Basisstrom 
Base current 

Gesamtverlustleistung 
Total power dissipation 

lease'."'. 25oc 

Sperrsehiehttemperatur 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereieh 
Storage temperature range 

Anzugsdrehmoment 
Tightening torque 

40 
w 

30 

20 

10 

~ 

" ll 
~ 

!"'\ 

" ~ 
~ 

0 50 100 

Wiirmewiderstiinde 
Thermal resistances 

l 

Sperrsehieht-Umgebung 
Junction ambient 

Sperrschieht-Gehiiuse 
Junction case 

721230 Tfk 

~ 
..., 

150 °C 
1case -

1) mit M3-Schraube und Unterlagscheibe 
with screw M3 and washer 

3,2 DIN 125A 

86 

Ptot 

tj 

1stg 

AfAt) 

1 
A 

0,5 

0,1 

0,05 

0,011 

4 

7 

100 

40 

150 

A 

A 

mA 

w 
oc 

-55 ... +150 oc 

70 Nern 

7312 31 Tfk 

~ 
~ 

'case :s 25 cc 

~ 
I\. 

~ 

BD 675 
BO 677 
BD 679 
BO 681, N 

5 10 50 v 
UCE-

Min. Typ. Max. 

100 °C/W 

3,12 °C/W 



BD 675 · BD 677 · BD 679 · BD 681 

KenngroBen Min. Typ. Max. 
Characteristics 

lamb= 25oe, falls nicht anders angegeben 
unless otherwise specified 

Kollektorreststrom 
Collector cut-off current 

Ucs = 45V 80 675 1eso 0,2 mA 

Ues = 60V 80677 Ieso 0,2 mA 

Ues = 80V 80679 Icso 0,2 mA 

Ues = 10ov BD 681 Ieso 0,2 mA 

tamb = 100 oe, Ues = 45V BD 675 1eso 2 mA 

Ues = 60V 80 677 Ieso 2 mA 

Ues = 80V 80 679 Ieso 2 mA 

Ues = 10ov 80 681 Ieso 2 mA 

UeE = 20V 80 675 1ern 0,5 mA 

UeE = 30V BO 677 fern 0,5 mA 

I UeE = 40V 80679 IeEO 0,5 mA 

UeE = 50V BD 681 IeEO 0,5 mA 

Emitterreststrom 
Emitter cut-off current 

UEB = 5V !EBO 2 mA 

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
Collector-emitter breakdown voltage 

Ie = 50mA 80 675 U(BR)eEo 1l 45 v 
80 677 U(BR)eE0 1l 60 v 
BD 679 °tBR)ern 1l 80 v 
BD 681 U(BR)eE0 1l 100 v 

Kollektor-Sattigungsspannung 
Collector saturation voltage 

le= 1,5A, ! 8 = 30mA UeEsat 1l 2,5 v 
Basis-Emitter-Spannung 
Base-emitter voltage 

UeE = 3V, Ic = 1,5A UsE1) 2,5 v 
Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis 
DC forward current transfer ratio 

UeE = 3V, le= 1,5A hFE1) 750 

Kleinsignal-Stromverstarkung 
Small-signal current gain 

UeE = 3 V,le = 1,5 A, f = 1 MHz hte 1 

Ip 
1) T = 0,02, Ip = 0,3 ms 
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BD 676 · BD 678 · BD 680 · BD 682 

Silizium-PNP-Darlington-Leistungstransistoren 
Silicon PNP Darlington Power Transistors 

Anwendungen: NF-Endstufen 
Applications: AF-output stages 

8esondere Merkmale: Features: 

• Sehr hohe Stromverstii.rkung 

• Verlustleistung 40 W 

e BD 676, BD 678, BD 680, BD 682 sind komple­
mentii.r zu BD 675, BD 677, BD 679, BD 681 

• Very high current transfer ratio 

• Power dissipation 40 W 

e BO 676, BO 678, BO 680, BO 682 are comple­
mentary to BO 675, BO 677, BO 679, BO 681 

Vorliiufige technische Oaten · Preliminary specifications 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

Zubehor 
Accessories 

.0'3,1+0,1 

lsolie~scheibe Best. Nr. 119880 
lsolat1on washer 

Unterlegscheibe 3,2 DIN 125A 
Washer 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

Kollektor-Basis-Sperrspannung 
Collector-base voltage 

Kollektor-Emitter-Sperrspannung 
Collector-Emitter voltage 

Emitter-Basis-Sperrspannung 
Emitter-base voltage 

B 2/V.2.433/0477 A2 

1:=:-10.5 
1,25 

----~ 

-Ucso 

~: 
Kollektor mit metallischer 

Montageflache verbunden 
Collector connected with 

metallic surface 

Normgehause 
Case 

12 A 3 DIN 41869 
JEDEC TO 126 (SOT 32) 

Gewicht · Weight 
max. 0,89 

80676 80678 80680 80682 

45 60 80 100 v 

45 60 80 100 v 

5 v 
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BO 676 · BO 678 · BO 680 · BO 682 

Kollektorstrom 
Collector current 

Kollektorspitzenstrom 
Collector peak current 

tp::;; 10 ms 

Basisstrom 
Base current 

Gesamtverlustleistung 
Total power dissipation 

tease::;; 25oc 

Sperrschichttemperatur 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereich 
Storage temperature range 

Anzugsdrehmoment 
Tightening torque 

40 
w 

30 

20 

10 

., 
I\ 

~ 

' 
~ 

1\ 
~ 

' 
0 50 100 

Wiirmewiderstiinde 
Thermal resistances 

Sperrschicht-Umgebung 
Junction ambient 

Sperrschicht-Gehause 
Junction case 

~ 

721230 Tfk 

rs 
~ 
150 ·c 
lease-

-Ic 

1 
A 

0,5 

0,1 

0,05 

I 

0,011 

1) mit M3-Schraube und Unterlagscheibe 
with screw M3 and washer 3,2 DIN 125A 

90 

4 

7 

100 

40 

150 

A 

A 

mA 

w 
oc 

-55 ... +150 oc 

'case :s 25 oc 

5 

Min. 

70 Nern 

7312 3 2 "' 

~ 
~ 

10 

Typ. 

f'h 

~· 

BO 676 
BO 678 
BO 680 
BO 682.._ 

N 

50 v 
-UCE-­

Max. 

100 •c1w 

3,12 °C/W 



BD 676 · BD 678 · BD 680 · BD 682 

KenngroBen Min. Typ. Max. 
Characteristics 

tamb = 25 °C, falls nicht anders angegeben 
unless otherwise specified 

Kollektorreststrom 
Collector cut-off current 

-Ucs = 45V 80 676 - 1cso 0,2 mA 

-Ucs = 60V 80 678 -Icso 0,2 mA 

-Ucs = 80V 80 680 -Icso 0,2 mA 
-uc8 = 10ov 80 682 - 1cso 0,2 mA 

tamb = 100 oc, - Ucs = 45V 80 676 - 1cso 2 mA 

-Ucs = 60V 80 678 -Icso 2 mA 

-Ucs = 80V 80 680 -Icso 2 mA 
-Ucs = 10ov 80682 - 1cso 2 mA 

-UcE = 20V 80 676 -/CEO 0,5 mA 

-UcE = 30V 80 678 -/CEO 0,5 mA 

I -UcE = 40V 80680 -/CEO 0,5 mA 

-UcE = 50V 80682 -/CEO 0,5 mA 

Emitterreststrom 
Emitter cut-off current 

-UEB = 5V -/EBO 2 mA 

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
Collector-emitter breakdown voltage 

-le= 50mA 80676 - U(BR)CEO 1) 45 v 
80 678 - U(BR)CEO 1) 60 v 
80680 - U(BR)CEO 1) 80 v 
80 682 - U(BR)CEO 1l 100 v 

Kollektor-Sattigungsspannung 
Collector saturation voltage 

- IC = 1,5 A, - I B = 30 mA -UcEsat 1l 2,5 v 

Basis-Emitterspannung 
Base-emitter voltage 

-UcE = 3V, -le= 1,5A - UsE1) 2,5 v 

Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis 
DC forward current transfer ratio 

-UcE = 3V, -le= 1,5A hFE1) 750 

Kleinsignal-Stromverstarkung 
Small-signal current gain 

-UcE = 3V, -le= 1,5A, f= !MHz hte 1 

Ip 
1) T = 0,02, Ip = 0,3 ms 

91 





• BOY 42 · BOY 43 · BOY 44 

Silizium-NPN-Leistungstransistoren 
Silicon NPN Power Transistors 

Anwendungen: Spannungsregler, Inverter, getaktete Netzgeriite 
Applications: Voltage regulator, inverter, switching mode power supply 

Besondere Merkmale: 

• Hohe Sperrspannungen 

• Hohe Stromverstiirkung 

• Kurze Schaltzeiten 

• Verlustleistung 60 W 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

Zubehor 
Accessories 

lsolierscheiben 
Isolating washers 

Best. Nr. 515390 
Best. Nr. 562 897 

Features: 

• High reverse voltages 

• High current gain 

• Short switching times 

• Power dissipation 60 W 

Jf1 

9 11,5 

Kollektor mil 
Gehiiuse verbunden 
Collector connected 

with case 

Normgehause 
Case 

3 B 2 DIN 41872 
JEDEC TO 3 

Gewicht · Weight 
max. 20g 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

BOY 42 BOY 43 BOY 44 

Kollektor-Basis-Sperrspannung 
Collector-base voltage 

Kollektor-Emitter-Sperrspannung 
Collector-emitter voltage 

Is= 0 

Emitter-Basis-Sperrspannung 
Emitter-base voltage 

B 2/V.2.436/0477A2 

Ucso 400 

250 

400 

600 

300 

600 

7 

750 

350 

750 

v 

v 

v 
v 
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BOY 42 · BOY 43 · BOY 44 

Kollektorstrom 
Collector current 

Kollektorspitzenstrom 
Collector peak current 
Ip~ !Oms 

Basisstrom 
Base current 

Negativer Basisspitzenstrom 
Negative base peak current 

Gesamtverlustleistung 
Total power dissipation 

UcE ~ 30V, lease~ 25°C 

Sperrschichttemperatur 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereich 
Storage temperature range 

t 
80 
w 

60 

40 

N 

~ 
'\. 

r-i.I 
~ 
N 

l'lil 

77 2222 

20 
t'l.J 

~ 
Flg.1 N 

0 40 80 120 160 °C 
1case-

Wiirmewiderstand 
Thermal resistance 

94 

Sperrschicht-Gehause 
Junction case 

10 
A 

0,1 

1----'-1 
0, 011 

Fig. 2 

5 

10 

3 

4 

60 

175 

-65 ... +175 

77 1580 

'case = 25 °C 

'P r= 0.01 

lpLO µs 

1 
~ 

=3J ~ tffi JS:~ 
I\ 

10 

Min. 

100µ• 

i!I 

31 

N l trnm 
~\_ I 

'" 
10 ms 

BOY 42 

BOY 43 

BOY 44 --j 

100 v 
UcE-

Typ. Max. 

A 

A 

A 

A 

w 
oc 

oc 

2,5 °C/W 



BOY 42 · BOY 43 · BOY 44 

772223 

0,05 1---+- 0.01 I 
I _G 3 

0,01J-....J......_J__j_L.J__J_~_J_.J....L~'---'-''--U~-'---'--'-'--'---'-_,_--'-W--'----'-'-.J....L---'~-'--"--U~-'--'-~--' 

10-6 10- 5 10-4 10-3 10- 2 10-1 10° s 

Ip----

Statische KenngroBen Min. Typ. Max. 
DC characteristics 

t case ~ 25 °C, falls nicht anders angegeben 
unless otherwise specified 

Kollektorreststrom 
Collector cutoff current 

UeES 1eES 200 µA 
lease= 15ooe, UeES 1eES 2 mA 

Kollektor-Basis-Durchbruchspannung 
Collector base breakdown voltage 
le~ 1 mA BOY 42 U(BR)CBO 400 v 

BOY 43 U(BR)eBO 600 v 
BOY 44 U(BR)eBO 750 v 

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
Collector emitter breakdown voltage 
le~ 2oomA BOY 42 U(BR)eEO 250 v 

BOY 43 U(BR)eEO 300 v 
BOY 44 U(BR)CEO 350 v 
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BOY 42 · BOY 43 · BOY 44 

Emitter-8asis-Durehbruehspannung 
Emitter base breakdown voltage 

lE = 2 mA 

Kollektor-Sattigungsspannung 
Collector saturation voltage 

le= 5A, 19 = 1,5A 

8asis-Sattigungsspannung 
Base saturation voltage 

le= 5A, 18 = 1,5A 

Kollektor-8asis-Gleichstromverhaltnis 
DC forward current transfer ratio 

UeE = 2 V, le = 1 A 
UeE = 2 V, re = 5 A 

Dynamische KenngroBen 
AC characteristics 

lease= 25oe 

Transitfrequenz 
Gain bandwidth product 

UeE = 10V, le= 500mA, f= 10MHz 

Kollektor-8asis-Kapazitat 
Collector base capacitance 

Ues = 10 V, f = 1 MHz 

Schaltzeiten 
Switching characteristics 

U(8R)E80 

UeEsat 

U8Esat 

hFE 
hFE 

fr 

Ce00 

le= 2,5A,191 = -192 0,5 A, tease= 25°e, siehe MeBschaltung 
see test circuit 

Einsehaltzeit 
Turn-on time 

1on 

Abtallzeit 
Fa// time 

ft 

Aussehaltzeit 1ott 
Turn-off time 

96 

Min. Typ. Max. 

7 v 

1,5 v 

2 v 

20 
5 

10 12 MHz 

90 pF 

0,5 µs 

µs 

4 µs 



BOY 42 · BOY 43 · BOY 44 

-sv 125 v Oszilloskop: 
Oscilloscope: 

Ip r; 0.01 

fp:20µs 

71 2224 

Fig. 4 MeBschaltung fi.ir: 
Test circuit tor: ton· tf. toff 

t 
UBE 

1,6 
v 

1, 2 

0,8 

0,4 

0 
10 

~ 
ucE=2 v 

1case = 25 °C 

11---1'""' 

100 

77 2 225 

i}' 
y 

~ 

Fig. 5 

1000 mA 

le---

I 

I I 

F"'"°" -10 "C ~ 
i I ~ ! 
I -l--H-l-l-1+1-~~l'·+++H~I 

1 +---L....LLW..Wj---'-_;_JJ.J..l..U.j----'--'-Ll-[___J, Fig. 6 

10 100 1000 mA 
Ie--
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BOY 42 • BOY 43 • BOY 44 

10 1--"' 

-jL ~10~A..j....l-~-l-:t~j'.::!::::j::::1 
Fig. 7 

0 8 16 24 v 
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BOY 45 ·BOY 46 ·BOY 47 

Silizium-NPN-Leistungstransistoren 
Silicon NPN Power Transistors 

Anwendungen: Spannungsregler, Inverter, getaktete Netzgerate 
Applications: Voltage regulator, inverter, switching mode power supply 

Besondere Merkmale: Features: 

• Hohe Sperrspannungen • High reverse voltages 

• Hohe Stromverstarkung • High current gain 

• Kurze Schaltzeiten • Short switching times 

• Verlustleistung 95 W • Power dissipation 95 W 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

Zubehor 
Accessories 

lsolierscheiben Best. Nr. 515 390 
Isolating washers Best. N r. 562 897 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

Kollektor-Basis-Sperrspannung 
Collector-base voltage 

Kollektor-Emitter-Sperrspannung 
Collector-emitter voltage 

Is ~ 0 

Emitter-Basis-Sperrspannung 
Emitter-base voltage 

B 2/V.2.437/0477 A2 

9 11,5 

Ucso 

Kollektor mit 
Gehause verbunden 
Collector connected 

with case 

Normgehause 
Case 

3 B 2 DIN 41872 
JEDEC TO 3 

Gewicht · Weight 
max. 20g 

BOY 45 BOY 46 BOY 47 

400 

250 

400 

600 

300 

600 

7 

750 

350 

750 

v 

v 

v 
v 
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BDY45 • BOY 46 · 

Kollektorstrom 
Collector current 

Kollektorspitzenstrom 
Collector peak current 

Basisstrom 
Base current 

Basisspitzenstrom 
Base peak current 

Gesamtverlustleistung 
Total power dissipation 

UcE '.S: 20 v, tease :s; 45 cc 
Sperrschichttemperatur 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereich 
Storage temperature range 

t 
80 
w 

60 

40 

20 

' l'1 
\ 

Fig. 1 

' [)._ 

' l 
I\ 

\ 

\ 
\ 

" 

7 7 14 91 

\ 

0 40 80 120 160 °C 

BDY47 

Ic 

IcM 

Is 

1BM 
-IBM 

Ptot 

tj 

tstg 

0,011 

1case-

100 

l 
10 

15 A 

17 A 

5 A 

7 A 
7 A 

95 w 
175 cc 

-65 ... +175 cc 

1 ms 

B DY 45 ---...J-H+++++!j 
BOY 46 -....-.,...H<+-f+l+H 
BOY 47--.__ 

illlli 
100 v 

UcE-



BOY 45 ·BOY 46 ·BOY 47 

t 
77 2229 

2thpl--l----l-1-W-___j~+-1--1-1--+___j-+++--+----+--+-++-+---+-++J--+--+--1-+-1~f--+-+-++---+~f-+-H 

rz IZ 
0, 05 l---+-- Q,021:.L """'-+---117-1'~1---1--+-++-l---l--+-++-f--+--+-++-f--+--+-++-f--+--+-++-f--+--+-++-1 

r7 
0,01 i;"'1 

~3 
0• 01 _L.._J__i___u_1+0--~s~L-Li1+0--~5 ~L-Li1+0--4_J_-'--'-'-10+_-3_J_-'--'-'-10+--_2_J__J,_..l_L10+_-1-1--'--'-'-10+--0 ~s-'-~_, 

772230 

80 -'-1-'--'-'-+-+-+_,_~-+-1-+-+-+- +-+-+-

40 

l-----+-----t-- BOY 45-'-"--"--~_,_"--+_,_e~:~ 

BOY 46- -f-+-_++--'l-+--+-+---1-+-+--l-I 
! -

Fig. 4 

0 200 400 600 800 v 
UCER---

Ip ----

Fig.5 77 2181 
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BDY45·BDY46·BDY47 

Warmewiderstand Min. Typ. Max. 
Thermal resistance 

Sperrsehieht-Gehause 
Junction case 

RthJC 1,37 °C/W 

Statische KenngroBen 
DC characteristics 

lease = 25°C, falls nieht anders angegeben 
unless otherwise specified 

Kollektorreststrom 
Collector cutoff current 

Uc Es 1CES 200 µA 
lease= 150 oc, UcES 1CES 2,5 mA 

Kollektor-Sasis-Durehbruehspannung 
Collector base breakdown voltage 

Ic = 1mA BOY 45 U(SR)CSO 400 v 
BOY 46 U(SR)CSO 600 v 
BOY47 U(SR)CSO 750 v 

Kollektor-Emitter-Durehbruehspannung 
Collector emitter breakdown voltage 

le= 200mA BOY 45 U(SR)CEO 250 v 
BOY 46 U(SR)CEO 300 v 
BOY 47 U(SR)CEO 350 v 

Emitter-Sasis-Durehbruehspannung 
Emitter base breakdown voltage 

IE= 2 mA U(BR)EBO 7 v 
Kollektor-Sattigungsspannung 
Collector saturation voltage 

le = 15 A, Is = 5 A UcEsat 1,5 v 
Sasis-Sattigungsspannung 
Base saturation voltage 

le = 15 A, Is = 5 A UsEsat 2 v 
Kollektor-Sasis-Gleiehstromverhaltnis 
DC forward current transfer ratio 

VcE=2V,lc= 2A hFE 20 
VCE = 2 V, Jc = 10 A hFE 5 

Transitfrequenz 
Gain bandwidth product 

VcE = 10V, Tc= 500mA, f= 10MHz fr 10 13 MHz 

Kollektor-Sasis-Kapazitat 
Collector base capacitance 

Vcs = 10V, f= 1MHz Cc so 200 pF 
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BOY 45 ·BOY 46 ·BOY 47 

Schaltzeiten 
Switching characteristics 

le= 5A,181 ""-182 =1 A, tease= 25°C, siehe MeBschaltung 
see test circuit 

Einschaltzeit 
Turn-on time 

Abfallzeit 
Fall time 

Ausschaltzeit 

Ip r = 0,01 

Ip = 20 µs 

77 2232 

o:n_ 
__j Ip L 

Fig. 6 MeBschaltung flir: 
Test circuit for: 1on· 1f• 1off 

1on 

It 

1off 

125 v 

Min. Typ. Max. 

0,5 µs 

µs 

3,5 µs 

Oszilloskop: 
Oscilloscope: 
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BOY 45 ·BOY 46 ·BOY 47 

t 77 2233 

1eEs~--+-l-+-+-+-H-+-+-+-+--l-+-+-+-H--+-4 
1 
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BF469 

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-HF-Transistor 
Silicon NPN Epitaxial Planar RF Transistor 

Anwendungen: Video-B-Endstufen in Fernsehempfangern 

Applications: Video-8-class power stages in TV receivers 

Besondere Merkmale: Features: 

• Komplementar zu BF 470 • Complementary to BF 470 

Vorliiufige technische Oaten · Preliminary specifications 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

Zubehor 
Accessories 

lsolie~scheibe Best. Nr. 119880 
Isolating washer 

Unterlegscheibe 3 2 DIN 125A 
Washer ' 

B 2/V.2. 580/0477 A3 

s3,1+0 .1 

Kollektor mit metallischer 
Montageflache verbunden 

Collector connected with 
metallic surface 

Normgehause 
Case 

12A3DIN41869 
JEDEC TO 126 (SOT 32) 

Gewicht · Weight 
max. 0,8 g 
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BF469 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 
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Kollektor-Basis-Sperrspannung 
Collector-base voltage 

Kollektor-Emitter-Sperrspannung 
Collector-emitter voltage 

Emitter-Basis-Sperrspannung 
Emitter-base voltage 

Kollektorstrom 
Collector current 

Kollektorspitzenstrom 
Collector peak current 

Gesamtverlustleistung 
Total power dissipation 

lease ;;;:; 11 O oc 

Sperrschichttemperatur 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereich 
Storage temperature range 

Anzugsdrehmoment 
Tightening torque 

1) mit M3-Schraube und Unterlagscheibe 
with screw M3 and washer 

Ucso 250 v 

UcEO 250 v 

UEBO 5 v 

Ic 20 mA 

1CM 100 mA 

Ptot 2 w 

lj 150 oc 

1stg -65 ... +150 oc 

MA') 70 N cm 

3.2 DIN 125A 



BF469 

Wiirmewiderstiinde Min. Typ. Max. 
Thermal resistances 

Sperrschicht-Umgebung 
Junction ambient 

!= 4 mm, 

Kupferkuhlflache ?10x 10 mm, 35 µm dick RthJA 100 °C/W 
Copper cooling area ?10 x 10 mm, 35 µm thickness 

Sperrschicht-Gehause RthJC 20 °C/W 
Junction case 

KenngroBen 
Characteristics 

lamb= 25°C, falls nicht anders angegeben 
unless otherwise specified 

Kollektorreststrom 
Collector cut-off current 

Ucs = 2oov 1cso 10 nA 
UeE = 2oov,R8E = 10 kQ, ti= 150°e 1ern 10 µA I Emitterreststrom 

Emitter cut-off current 
UEB = 5V 1EBO 10 µA 

Kollektor-Basis-Durchbruchspannung 
Collector-base breakdown voltage 

le= 1 µA U(BR)eBO 250 v 

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
Collector-emitter breakdown voltage 

Ie = 1 mA U(BR)eEO 250 v 

Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis 
DC forward current transfer ratio 

UeE = 20 V, le = 25 mA hFE 50 

Transitfrequenz 
Gain bandwidth product 

Ues = 1 o V, le = 1 o mA fr 60 MHz 

Kollektor-Basis-Kapazitat 
Collector-base capacitance 

Ues = 30 V, f = 0,5 MHz Ce so 1,8 pF 

Ruckwirkungszeitkonstante 
Feedback time constant 

Ues = 20 V, -IE= 10 mA, f = 10,7 MHz 'btl Ctic 90 ps 

Kollektor-HF-Sattigungsspannung 
Collector saturation RF voltage 

Ie = 25 mA, ti= 150°e UeEsat HF 20 v 
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BF470 

Silizium-PNP-Epitaxial-Planar-HF-Transistor 
Silicon PNP Epitaxial Planar RF Transistor 

Anwendungen: Video-B-Endstufen in Fernsehempfiingern 

Applications: Video-B-c/ass power stages in TV-receivers 

Besondere Merkmale: Features: 

• Komplementar zu BF 469 • Complementary to BF 469 

Vorlaufige technische Oaten · Preliminary specifications 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

Zubehor 
Accessories 

f.3,75...j 
~11,1 

lsolie~scheibe Best. Nr. 119880 
Isolating washer 

Unterlegscheibe 3 2 DIN 125 A 
Washer ' 

B 2/V.2.581/0477A3 

JJ3,1+0,1 

Kollektor mit metallischer 
Montageflache verbunden 

Collector connected with 
metallic surface 

Normgehause 
Case 

12A3 DIN 41869 
JEDEC TO 126 (SOT 32) 

Gewicht · Weight 
max. 0,8 g 
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BF470 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 
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Kollektor-Basis-Sperrspannung 
Collector base voltage 

Kol I ektor-Emitte r-S perrspan nu ng 
Collector-emitter voltage 

Emitter-Basis-Sperrspannung 
Emitter-base voltage 

Kollektorstrom 
Collector current 

Kollektorspitzenstrom 
Collector peak current 

Gesamtverlustleistung 
Total power dissipation 

'case;;;; 11ooc 

Sperrschichttemperatur 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereich 
Storage temperature range 

Anzugsdrehmoment 
Tightening torque 

1) mit M3-Schraube und Unterlagscheibe 
with screw M3 and washer 

-Uc so 250 v 

-UcEO 250 v 

-UEBO 5 v 

-Ic 20 mA 

-/CM 100 mA 

Ptot 2 w 

'i 150 oc 

1stg -65 ... +150 oc 

MA') 70 N cm 

3,2 DIN 125A 



BF470 

Warmewiderstande Min. Typ. Max. 
Thermal resistance 

Sperrschicht-Umgebung 
Junction ambient 

I= 4 mm, 

Kupferklihlfliiche ;:o:1ox 10 mm, 35 µm dick RthJA 100 °C/W 
Copper cooling area ;;o,10 x 10 mm, 35 µm thickness 

Sperrschicht-Gehiiuse RthJC 20 °C/W 
Junction case 

KenngroBen 
Characteristics 

tamb = 25 °C, falls nicht anders angegeben 
unless otherwise specified 

Kollektorreststrom 
Collector cut-off current 

-Ucs = 200 V -lcso 10 nA 
-UcE = 200 V, RsE = 10 kO, tj = 150°C - 1crn 10 µA I Emitterreststrom 

Emitter cut-off current 
-UEB = 5 V -/EBO 10 µA 

Kollektor-Basis-Durchbruchspannung 
Collector-base breakdown voltage 

-le= 1 µA -U(BR)CBO 250 v 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
Collector-emitter breakdown voltage 

-le= 1 mA -U(BR)CEO 250 v 
Kollektor-Basis-Gleichstromverhiiltnis 
DC forward current transfer ratio 

-UcE = 20 V, -le= 25 mA hFE 50 

Transitfrequenz 
Gain bandwidth product 

-Ucs = 10 v, -Jc= 10 mA fr 60 MHz 

Kollektor-Basis-Kapazitiit 
Collector-base capacitance 

-Ucs = 30 V, f = 0,5 MHz Ccso 1,8 pF 

Ruckwirkungszeitkonstante 
Feedback time constant 

-Ucs = 20 V, -IE= 10 mA, f = 10,7 MHz 'bocb'c 90 ps 

Kollektor-HF-Siittigungsspannung 
Collector saturation RF voltage 

-le= 25 mA, tj = 150°C UcEsat HF 20 v 
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BF471 

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-HF-Transistor 
Silicon NPN Epitaxial Planar RF Transistor 

Anwendungen: Video-B-Endstufen in Fernsehempfiingern 

Applications: Video-8-c/ass power stages in TV receivers 

Besondere Merkmale: Features: 

• Hohe Sperrspannung • High reverse voltage 

• Komplementar zu BF 472 • Complementary to BF 472 

Vorliiufige technische Oaten · Preliminary specifications 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

Zubehor 
Accessories 

' 

'" 

lsolierscheibe Best. Nr. 119 880 
Isolating washer 

Unterlegscheibe 3,2 DIN 125A 
Washer 

B 2/V.2. 626/1177 A2 

t 8 

2.3 

Kollektor mit metallischer 
Montageflache verbunden 

Collector connected with 
metallic surface 

Normgehause 
Case 

12 A3 DIN 41869 
JEDEC TO 126 (SOT 32) 

Gewicht · Weight 
max. 0,8 g 
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BF471 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 
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Ko\\ektor-Basis-Sperrspannung 
Collector-base voltage 

Ko\ lekto r-Emitter-S perrspan nu ng 
Collector-emitter voltage 

RsE :5 2,7 kQ 

Emitter-Basis-Sperrspannung 
Emitter-base voltage 

Kollektorstrom 
Collector current 

Kollektorspitzenstrom 
Collector peak current 

Gesamtver\ustleistung 
Total power dissipation 

tease :5 11 0 oc 
Sperrsch i chttem pe ratu r 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereich 
Storage temperature range 

Anzugsdrehmoment 
Tightening torque 

1) mit M3-Schraube und Unterlagscheibe 
with screw M3 and washer 

Ucso 300 v 

Uc ER 300 v 

UEBO 5 v 

Ic 30 mA 

1CM 100 mA 

Ptot 2 w 

tj 150 oc 

lstg -65 ... +150 oc 

MA') 70 N cm 

3,2 DIN 125A 



BF471 

Wiirmewiderstiinde Min. Typ. Max. 
Thermal resistances 

Sperrschicht-Umgebung 
Junction ambient 

I= 4 mm, 

Kupferkl.ihlflache 210x 10 mm, 35 µm dick RthJA 100 °C/W 
Copper cooling area 21 Ox 10 mm, 35 µm thickness 

Sperrschicht-Gehause RthJC 20 °C/W 
Junction case 

KenngroBen 
Characteristics 

lamb= 25°C, falls nicht anders angegeben 
unless otherwise specified 

Kollektorreststrom 

I Collector cut-off current 
Ucs = 2oov Icso 10 nA 

UcE = 250 V, RsE = 2,7 kQ, 1CER 50 nA 

UcE = 250 v, RsE = 2,7 kO, ti= 150°c 1crn 10 µA 

Emitterreststrom 
Emitter cut-off current 

UEB = 5 V 1EBO 10 µA 

Kollektor-Basis-Durchbruchspannung 
Collector-base breakdown voltage 

le= 10 µA U(BR)CBO 300 v 

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
Collector-emitter breakdown voltage 

Ic = 1 µA, RsE = 2,7 kO U(BR)CER 300 v 

Emitter-Basis-Durchbruchspannung 
Emitter-base breakdown voltage 

IE= 10 µA U(BR)EBO 5 v 

Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis 
DC forward current transfer ratio 

UcE = 20V, le= 25 mA hFE 50 

Transitfrequenz 
Gain bandwidth product 

UcE= 10V,Ic= 10mA fr 60 MHz 

Kollektor-Basis-Kapazitat 
Collector-base capacitance 

Ucs = 30 V, f = 1 MHz Cc so 1,8 pF 

RUckwirkungszeitkonstante 
Feedback time constant 

Ucs = 20 V, -IE= 10 mA, f = 10,7 MHz 'bb Coe 90 ps 

Kol lektor-H F-Sattig u ngsspan nun g 
Collector saturation RF voltage 

le= 25 mA, ti= 150°c UcEsat HF 20 v 

117 





BF472 

Silizium-PNP-Epitaxial-Planar-HF-Transistor 
Silicon PNP Epitaxial Planar RF Transistor 

Anwendungen: Video-B-Endstufen in Fernsehempfangern 

Applications: Video 8-class power stages in TV-receivers 

Besondere Merkmale: Features: 

• Hohe Sperrspannung • High reverse voltage 

• Komplementiir zu BF 471 • Complementary to BF 471 

Vorliiufige technische Oaten · Preliminary specifications 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

Zubehor 
Accessories 

lsolierscheibe Best. Nr. 119 880 
Isolating washer 

Unterlegscheibe 3,2 DIN 125A 
Washer 

B 2/V.2.627/1177 A2 

!~o,s 
1,25 -------, 

Kollektor mit metallischer 
Montagefliiche verbunden 

Collector connected with 
metallic surface 

Normgehiiuse 
Case 

12A3DIN41869 
JEDEC TO 126 (SOT 32) 

Gewicht · Weight 
max. 0,8 g 
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BF472 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

Kollektor-Basis-Sperrspannung -Ucso 300 v 
Collector-base voltage 

Kollektor-Emitter-Sperrspannung 
Collector-emitter voltage 

RBE s 2,7 kO -UCER 300 v 
Emitter-Basis-Sperrspannung -UEBO 5 v 
Emitter-base voltage 

Kollektorstrom -Ic 30 mA 
Collector current 

Kollektorspitzenstrom -/CM 100 mA 
Collector peak current 

Gesamtverlustleistung 
Total power dissipation 

teases 110oc Ptot 2 w 
Sperrschichttemperatur lj 150 oc 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereich 1stg -65 ... +150 oc 
Storage temperature range 

Anzugsdrehmoment MA') 70 Nern 
Tightening torque 

1) mit M3-Schraube und Unterlagscheibe 
with screw M3 and washer 3,2 DIN 125A 
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Bf 472 

Warmewiderstande Min. Typ. Max. 
Thermal resistances 

Sperrschicht-Umgebung 
Junction ambient 

/= 4 mm, 

Kupferkuhlflache 2'10x 10 mm, 35 µm dick RthJA 100 °C/W 
Copper cooling area 2::10 x 10 mm, 35 µm thickness 

Sperrschicht-Gehause RthJC 20 °C/W 
Junction case 

KenngroBen 
Characteristics 

lamb= 25°C, falls nicht anders angegeben 
unless otherwise specified 

Kollektorreststrom 

I Collector cut-off current 
-Ucs = 200 v - 1cso 10 nA 
-UcE = 250 V, RsE = 2,7 kQ, -/cER 50 nA 

-UcE = 250 v, RsE = 2,7 kQ, 1j = 150°c -/CER 10 µA 

Emitterreststrom 
Emitter cut-off current 

-UEB = 5 V -/EBO 10 µA 

Kollektor-Basis-Durchbruchspannung 
Collector-base breakdown voltage 

-Ic=10µA -u(BR)CBO 300 v 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
Collector-emitter breakdown voltage 

-Ic = 1 µA. RsE = 2,7 kO -U(BR)CER 300 v 
Emitter-Basis-Durchbruchspannung 
Emitter-base breakdown voltage 

-/E = 10 µA -U(BR)EBO 5 v 
Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis 
DC forward current transfer ratio 

-UcE = 20 V, -Jc = 25 mA hFE 50 

Transitfrequenz 
Gain bandwidth product 

-UcE = 10 V, -le= 10 mA fr 60 MHz 

Kollektor-Basis-Kapazitat 
Collector-base capacitance 

-Ucs = 30 V, f = 1 MHz Cesa 1,8 pF 

Ruckwirkungszeitkonstante 
Feedback time constant 

-Ucs = 20 V, /E = 10 mA, f = 10,7 MHz rbb Coe 90 ps 

Kollektor-HF-Sattigungsspannung 
Collector saturation RF voltage 

-le= 25 mA. tj = 150°C -UcEsat HF 20 v 
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Silizium-NPN-Leistungstransistoren 
Silicon NPN Power Transistors 

Anwendungen: Spannungsregler, Inverter, getaktete Netzgerate 

Applications: Voltage regulator, inverter, switching mode power supply 

Besondere Merkmale: Features: 

BU126 

• In Dreifachdiffusions-Mesa-Technik 

e Hohe Sperrspannung 

• In Tripple Diffusion Mesa Technique 

e High reverse voltage 

• Kurze Schaltzeit 

Abmessungen in mm 
Dimension in mm 

Zubehor 
Accessories 

lsolierscheiben 
Isolating washers 

B 2/V.2.322/0474A 1 

Best. Nr. 515390 
Best. Nr. 562 897 

• Short switching time 

I 
11,5 ---.i 

Kollektor mit 
Gehause verbunden 
Collector connected 

with case 

Normgehause 
Case 

3 B 2 DIN 41 872 
JEDEC TO 3 

Gewicht · Weight 
20 g 
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BU126 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

Kollektor-Emitter-Sperrspannung 
Collector-emitter voltage 

Is= 0 

Kollektorstrom 
Collector current 

Kollektorspitzenstrom 
Collector peak current 

Ip,,; 10 ms 

Basisstrom 
Base current 
Negativer Basisspitzenstrom 
Negative base peak current 

Gesamtverlustleistung 
Total power dissipation 

tease= 25oc 

Sperrschichttemperatur 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereich 
Storage temperature range 

77 2240 
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Getakteter Netzteilbetrieb wahrend des 
Einschaltens 
Switched-mode operation during turn-on 

Ip,,; 0,06 µs, RsE ,,; 100 Q 

Periodischer lmpulsbetrieb wahrend des 
Abschaltens 
Repetitive pulse operation during turn-off 

u8E,,; 0, tp,,; 2 ms 



BU126 

t 
77 2 2 41 

2 thp >--+--+--+-t-+--+---+-+-+-+---+-+-+--++-+--+-+-+-+--+---+--+-j-+---+---+-+--++--+-+-1-+->---+----+--+-+-< 

0,1 !-""1'-
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~2 
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10-6 10-5 10-4 10-J 10-2 10-1 10° s 
Ip---

Warmewiderstand Min. Typ. Max. 
Thermal resistance 

Sperrschicht-Gehause RthJC 2,5 °C/W 
Junction case 

Statische KenngroBen 
DC characteristics 

lease= 25°C, falls nicht anders angegeben 
unless otherwise specified 

Kollektorreststrom 
Collector cut-off current 

UcE = 750V IcEs 500 µA 

UcE = 750 V, lamb= 125 °C ICES 2 mA 

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
Collector-emitter breakdown voltage 

Ic= 100 mA U(gR)CEO 300 v 
Emitter-gasis-Durchbruchspannung 
Emitter-base breakdown voltage 

IE= 1 mA U(gR)Ego 6 v 
Kollektor-Sattigungsspannung 
Collector saturation voltage 

le= 2,5 A, lg= 250 mA UcEsat 10 v 
le= 4,0 A, lg= 1 A UcEsat 5 v 
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BU126 

Basis-Sattigungsspannung 
Base saturation voltage 

Ie = 4 A, Is = 1 A 

Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis 
DC forward current transfer ratio 

UeE = 5 V, le = 1 A 

Dynamische KenngroBen 
AC characteristics 

tease = 25oe 

Transitfrequenz 
Gain bandwidth product 

UeE = 10 V, le = 200 mA, f = 1 MHz 

Kollektor-Basis-Kapazitat 
Collector base capacitance 

Ues = 10 V, f = 0,5 MHz 

Emitter-Basis-Kapazitat 
Emitter-base capacitance 

UEB = 2 V, /= 0,5 MHz 

Abfallzeit 
Fall time 

le= 2,5A, ls= 0,25A 

t m ffi 3 A 

lc=5 A 

1 
v 
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BU 204 · BU 205 · BU 206 

Silizium·NPN-Leistungstransistoren 
Silicon NPN Power Transistors 

Anwendung: 
Application: 

Horizontal-Ablenk-Endstufen in Schwarz-WeiB-Fernsehempfangern 
Horizontal deflection circuits in black and white TV-receivers 

Besondere Merkmale: Features: 

• Hohe Sperrspannung • High reverse voltage 

• Hohe Spitzenleistung 

• Verlustleistung 10 W 

• High peak power 

•Power dissipation 10 W 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

Zubehor 
Accessories 

lsolierscheiben 
Isolating washers 

Absolute Grenzdaten 

Best. Nr. 515390 
Best. Nr. 562 897 

Absolute maximum ratings 

Kollektor-Emitter-Sperrspannung 
Collector-emitter voltage 

'" 

11,5 

UcEO 

UCESM ') 

1 ) StoBspitzenspg. bei Bildr6hren-Oberschlagen BU 204 max. 1430 V 
Flash-over voltage, non-repetitive BU 205 max. 1650 V 

BU 206 max. 1800 V 

B 2/V.2.439/0477A2 

BU 204 

600 

1300 

Kollektor mit 
Gehause verbunden 
Collector connected 

with case 

Normgehause 
Case 

3 B 2 DIN 41872 
JEDEC TO 3 

Gewicht · Weight 
max. 20g 

BU 205 BU206 

700 800 v 
1500 1700 v 
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BU 204 · BU 205 · BU 206 

1 
A 

0,1 

0,01 

Kollektorstrom, Mittelwert 
Collector current, average 

Kollektorspitzenstrom 
Collector peak current 

Basisspitzenstrom 
Base peak current 

Negativer Basisspitzenstrom 
Negative base peak current 

Negativer Basisstrom, Mittelwert 
Negative base current, average 

tav :<: 20ms 

Gesamtverlustleistung 
Total power dissipation 

tease:<: gooc 
Sperrschichttemperatur 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereich 
Storage temperature range 

i= ~ BU 204/BU 205 I-

73 1417 "' 
tease~ 90."C 

~ H :'J ~r1 ~' '• T = 0.01 

\ \ \ ~' VP= 5 µ• 

10 µa 

~ ::x 
v50 µs 

~ )] ~~ ~ r\, ~ 
100 µs 

N ! 
~ I 1ma !--:-:'. 

~ 

~ I! 

l'.1 I RBE:51000 

'• r::so.2s 
fp ::s 20µ• 

I 

1 
0,001 

1 10 100 1000 v 
UcE-

2) StoBspitzenstr. bei Bildr6hren-Oberschlagen 
Flash-over current, non-repetitive 
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max. 5A 

BU 204 

IcAV 

Ic~ll 

lsM 

-IBM 

fstg 

BU 205 

2,5 

3,0 

2,5 

1,5 

0,1 

10 

115 

-65 ... +115 

t ~I-· ::t::t::1 BU 206 

BU206 

A 

A 

A 

A 

A 

w 
oc 

oc 

731 4 1 8 Tl~ 

>--+-+-+-++--+-+--H-+---+--J r case :5 9 0 "C 

~ 
' 

ls: 

'• r=o.01 

_Lm• 
;;;[ 
'i 

['.J I RBE :5100 Q 

!f ::s 0,25 

Ip ::S 20 µa 

!71 
..i 

10 100 1000 v 
0, 001 +--'--'-u.+---J.---J.-'-'+-..._-'-+-4-....U..---'-..J-U 

1 

UCE-



BU 204 · BU 205 · BU 206 

t 73 t4HI Tfk 

RthJCt--t--t-ti+--t-----t--H+-+-+-r-++---t~f-+t+---+--+-++t-+-+-1-++-+---+-+1+--J---+--~ 

r------r- 0,5 

t--+-- 0,2 

F+-- 0,1 

0,1 i::+-- 0,05 

....... 

0,001 0,01 

Warmewiderstand 
Thermal resistance 

0,01 

Sperrschicht-Gehause 
Junction case 

KenngroBen 
Characteristics 

0,1 

tease= 25oc 

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
Collector-emitter breakdown voltage 

le - 1 mA BU 204 
BU205 
BU206 

Emitter-Basis-Durchbruchspannung 
Emitter-base breakdown voltage 

IE= 100 mA 

Dynamische Restspannung Fig. 1 
Collector-emitter saturation voltage 

le= 2A; 18 = 0,8A 

Basis-Emitter-Sattigungsspannung 
Base-emitter saturation voltage 

Ic= 2 A, lg= 1 A, BU 204, BU 205 
Ic= 2A,/9= 1,1 A, BU 206 

3 tp ) T =0,01, tp= 0,3 ms 

10 100 1000 ms 
Ip-

Min. Typ. Max. 

RthJC 2,5 °C/W 

U{BR)CES 1300 v 
U{BR)CES 1500 v 
U{BR)CES 1700 v 

U{BR)EBO 5 v 

URest dyn 7,5 v 

UsEsat 3) 1,5 v 
UsEsat 3) 1,5 v 
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BU 204 · BU 205 · BU 206 

Kollektorreststrom 
Collector cutoff current 

UCESM• UBE= 0 V 

Transitfrequenz 
Gain bandwidth product 

UcE = 5 V, Ic = 100 mA 
f = 5 MHz 

Kollektor-Basis-Kapazitat 
Collector-base capacitance 

Ucs = 10 V, f = 1 MHz 

Abfallzeit 
Fall time 

Ic = 2 A, Is= 1 A 1) 

Fig. 1 Definition von URest dyn 
Definition from URest dyn 

Min. 

Ccso 

t 
Ic 

t ~------1--1-~~-US 
uce 

50V 

f:ca90%fcM 

Typ. Max. 

7,5 

80 

0,75 

U.S +--+-----:::.1''---++----,_..L Dyn. R••t•pannung 
L,__.i,_..,::=:__4---#--....---...-.;.;Saturation voltage 

~ 2µ• 

77 2085 1-

mA 

MHz 

pF 

µs 

1) Die lnduktivitat im Basiskreis und die rechteckformige Ansteuerspannung sind so zu wahlen, daB sich eine 
Speicherzeit ts= 10 µs ergibt. 
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The inductance in base circuit and rectangular drive voltage pulse should be so selected that a storage time 
ts is approximately 1 O µs. 



BU204·BU205·BU206 

UcE = 5 V 

ti= 25 °C 

30 

i--
i.-- ~ 10 

3 

0,3 
0,03 0,1 0,3 

731420Tlk 

~ 

""' 

1Al c-

133 

I 





BU 207 · BU 208 · BU 209 

Silizium-NPN-Leistungstransistoren 
Silicon NPN Power Transistors 

Anwendung: 
Application: 

Horizontal-Ablenk-Endstufen in Farbfernsehempfiingern 
Horizontal deflection circuits in colour TV-receivers 

Besondere Merkmale: Features: 

• Hohe Sperrspannung • High reverse voltage 

• Hohe Spitzenleistung 

• Verlustleistung 12,5 W 

• High peak power 

•Power dissipation 12,5 W 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

Zubehor 
Accessories 

lsolierscheiben 
Isolating washers 

Best. Nr. 515390 
Best. Nr. 562 897 

9 11.5 

Kollektor mil 
Gehause verbunden 
Collector connected 

with case 

Normgehause 
Case 

3 B 2 DIN 41872 
JEDEC TO 3 

Gewicht · Weight 
max. 20g 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

BU 207 BU 208 BU 209 

Kollektor-Emitter-Sperrspannung 
Collector-emitter voltage 

Ucrn 
UcESM ') 

600 

1300 

1 ) StoBspitzenspannung bei Bildrohren-Oberschliigen BU 207 max. 1430 V 
Flash-over voltage, non-repetitive BU 208 max. 1650 V 

BU 209 max. 1800 V 

B 2/V.2.44010477A2 

700 

500 

800 

1700 
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BU 207 · BU 208 · BU 209 

Kollektorstrom, Mittelwert 
Collector current, average 

Kollektorspitzenstrom 
Collector peak current 

Basisspitzenstrom 
Base peak current 

Negativer Basisspitzenstrom 
Negative base peak current 

Negativer Basisstrom, Mittelwert 
Negative base current, average 

lav ~ 20 ms 

Gesamtverlustleistung 
Total power dissipation 

tease~ 95oc 

Sperrschichttemperatur 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereich 
Storage temperature range 

731421 Tfk 

BU 207/BU 208 I 

tp :S 20 µs 

J_ li 

1CAV 

fcM2) 

1BM 

-/BM 

BU 207 BU 208 BU 209 

5 5 

7,5 

4,0 

2,5 

0,1 

12,5 

115 

-65 ... +115 

4 A 

A 

A 

A 

A 

w 
oc 

oc 

731422 Tlk 

BU 209 ---j 'TT I II 
tease::! 95 °C 

Ip r= 0.01 

~ -& k"oo µs 

I ill 0, 001 +-..i--'-'u+--'---'--'-'+-....._.._.....,.........___._......., 
1 10 100 1000 v 

0,001+----........ .__.__._u+__._ ................... l-L'"--'-'-'-' 

1 10 100 1000 v 

2) StoBspitzenstr. bei Bildr6hren-Oberschlagen BU 207 max. 10 A 
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Flash-over current, non repetitive BU 208 max. 10 A 
BU 209 max. 9 A 



BU 207 · BU 208 · BU 209 

t 
R th JC i--+-+-+-++-+--+--r++---+----t-1-++---+---+-++< 

0,75 

1:-c-' 0 5 

J1T 0,01-1-A'"'---'-'-4---'---'-...J....1.+-"--..L...J..J..4--_J.__J._.J....1.J 
0,001 OP1 0,1 1 ms 

Ip-
Wiirmewiderstand 
Thermal resistance Min. Typ. Max. 

Sperrschicht-Gehause 
Junction case 

KenngroBen 
Characteristics 

tease= 25oc 

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
Collector-emitter breakdown voltage 

le = 1 mA BU 207 
BU 208 
BU 209 

Emitter-Sasis-Durchbruchspannung 
Emitter-base breakdown voltage 

/E=100mA 

Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung 
Collector-emitter saturation voltage 

le= 4,5 A, Is= 2 A BU 207, BU 208 
le= 3 A, Is= 1,3 A BU 209 

Sasis-Emitter-Sattigungsspannung 
Base-emitter saturation voltage 

Ic = 4,5 A, Is= 2 A BU 207, BU 208 
Ic=3A,ls=1,3A BU209 

3 Ip 
) -r=0,01,tp=0,3ms 

RthJC 1,6 °C/W 

U(SR)CES 1300 v 
U(SR)CES 1500 v 
U(SR)CES 1700 v 

U(SR)ESO 5 v 

UcEsat 5 v 
UcEsat 5 v 

UsEsat 3) 1.5 v 
UsEsat 3) 1,5 v 
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BU 207 · BU 208 · BU 209 

Kollektor-Sasis-Gleichstromverhii.ltnis 
DC forward current transfer ratio 

UeE = 5V, le= 4,5A BU 207, BU 208 
UeE = 5V, le= 3A BU 209 

Transitfrequenz 
Gain bandwidth product 

UeE = 5V, le= 100mA,f= 5MHz 

Kollektor-Sasis-Kapazitat 
Collector base capacitance 

Ues = 10V,f= lMHz 

Schaltzeiten 
Switching characteristics 

Speicherzeit 
Storage time 

le= 4,5 A, ls= 1,8 A, Ls= 10 µH 
BU 207, BU 208 

le= 3 A, ls= 1,5 A, Ls= 10 µH 
BU 209 

Abfallzeit 
Fall time 

t 

le= 4,5 A, ls= 1,8 A, Ls= 10 µH 
BU 207, BU 208 

le= 3 A, ls = 1,5 A, Ls = 10 µH 
BU 209 

72472 Tfk 

UBEsat1------1----1---1---+-1-.+++J-------1----1--+1Zf++Hj 
UcEsat1---1--+-+-++++++----+---+-+-+-+--+++1 

j 
1+---+-+-11-+1-++++--+-,~7"+-t-+-lf-tt1 
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Vl---1---+-+-++++++----+-~~<l---'---'-++-W 

l------'f--+--+--HH-+++---z--1VueEsat H 

o,e+----e-1--+-+-,i..+.i--~l'F----t---+--t-t-+-1++1 

0,6 f------ hFE = 2 

1---- tease= 25 °C 

'• I--- r=o.01 
I---- tp = 0,3 ms 

0,4 I 

IJ 

0,2 I ~ 
1---1---+-+-++++++--L_-"V UcEut 1--1 

00,1 0,5 5A 
le-

hFE 
hFE 

fr 

Cesa 

t 
11 FE 

10 
i,...--

5 

0,5 

Min. Typ. Max. 

2,25 
2,25 

7 MHz 

125 pF 

10 µs 

10 µs 

0,7 µs 

0,7 µs 

731322 Tftt 

~ 
+--

I N 
UCE = 5 V 1': 

'J = 2s ·c 

I ~ 

0,1 1A 



BU 226 

Diffundierter Silizium-NPN-Mesa-Leistungstransistor 
Diffused Silicon NPN Mesa Power Transistor 

Anwendung: Horizontal-Ablenk-Endstufen in Schwarz-WeiB-Fernsehgeraten 

Application: Horizontal deflection circuits in black and white TV-receivers 

Besondere Merkmale: 

• In Dreifachdiffusions-Mesa-Technik 

• Hohe Sperrspannung 

• Kurze Schaltzeit 

• Verlustleistung 32 W 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

Zubehor 
Accessories 

lsolierscheiben Best. Nr. 515390 
Isolating washers Best. Nr. 562897 

B 2/V.2. 633/0177 A 2 

Features: 

• In triple diffusion mesa technique 

• High reverse voltage 

• Short switching time 

• Power dissipation 32 W 

'" ( 

11.5 

Kollektor mit 
Gehause verbunden 
Collector connected 

with case 

Normgehause 
Case 

3 B 2 DIN 41 872 
JEDEC TO 3 

Gewicht · Weight 
max. 20 g 
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BU 226 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

Kol lekto r-Sasis-Sperrspan nu ng UcsoM 1> 2000 v 
Collector-base voltage 

Kollektor-Emitter-Spannung UcEo 800 v 
Collector-emitter voltage 

Kollektor-Emitter-Spannung 
Collector-emitter voltage 

RsE s: 100 Q UcERM 2000 v 
Kollektorspitzenstrom lcM2) 2 A 
Collector peak current 

Kollektorstrom, Mittelwert lcAV 1,5 A 
Collector current, average 

Sasisstrom lsM 1,5 A 
Base current -IsM 1,2 A 

Gesamtverlustleistung 
Total power dissipation 

lease s: 25 oc Ptot 32 w 
Sperrschichttemperatur lj 105 oc 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereich 1stg -65 ... +105 oc 
Storage temperature range 

Warmewiderstand Min. Typ. Max. 
Thermal resistance 

Sperrsch i cht-G e ha use RthJC 2,5 °CIW 
Junction case 

KenngroBen 
Characteristics 

lamb= 25 °C 
Kollektorreststrom 
Collector cut-off current 

UcE = 2000V le ES mA 
Emitter-Sasis-Durchbruchspannung 
Emitter-base breakdown voltage 

IE= 100 mA U(SR)ESO 5 v 
Dynamische Restspannung Fig. 1 
Collector-emitter saturation voltage 

Ic = 1 A; Is = 0,4 A URest dyn 10 v 
Abfallzeit 
Fall time 

Ic = 1 A, Is = 0.4 A If 0,7 µs 

') StoBspitzenspannung bei Bildrohreni.iberschlagen 2200 V 
Flash over voltage, non repetitive 2200 V 

') StoBspitzenstrom bei Bildriihreni.iberschlagen.; 3 A 
Flash over current, non repetitive<; 3 A 
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BU 226 

t 
Ic 

t -w----------.r-+-\-+--- Us 
UcE 

50V 

=ca 90%/cM 

US +-t----::::;;ol!"--t-t----~ Oyn. R••t•pannung 
L...-4..-=;;._-+---l+--....----,~Saturalion voltage 

Fig. 1 Definition von URest dyn 
Definition from URest dyn 

t UBEI = 3 V 

JB '•;:;: 8 •.. 12 ua 

1,0 ['SJ 

A ~ 

77 2085 

77 2083 t 
LB 

50 

T 
µH 

~ 12 
0, 6 +-+-+-~-+---+--1lZl----f"J.2lJt....~rsll-+-+-t-+-+30 

I 
0, 4 -t-+-t-i7!L~+-t--t-t-t-t--t-+-t-~--t-20 

% 

0,2+--+-r--+-+---+--+-+-+-1,..-t-+--+--+-+-+10 

0 
0,8 1,0 1,2 

Flg.2 O 

1,4 A 
Ic-

~2µa 

1---

Ansteuerungsdiagramm bezieht sich auf: 
Is = konstant fUr die Zeit IH _ ts 

Optimal er Betriebsbereich bei: 
le= 1 ... 1,2 A 

Control diagram is specified for: 
la = constant for the time IH - t5 

Optimum operating range 
Ic=1 ... 1,2A 
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BU 226 

772084 
Us 

UcE 

le 
I I 

t 
le 

f Us 
UcE 

) 
B 

t 
UBE 

u t 
Trafo 1-

Fig. 3 Funktionsschaltung zur Messung des Schaltverhaltens und deren lmpulsverlauf 
Test circuit for switching characteristics and its pulse diagram 
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BU526 

Diffundierter Silizium-NPN-Mesa-Leistungstransistor 
Diffused Silicon NPN Mesa Power Transistor 

Anwendung: Getaktete Netzgerate 

Application: Switching mode power supply 

Besondere Merkmale: Features: 

• In Dreifachdiffusions-Mesa-Technik • Jn triple diffusion mesa technique 

• Hohe Sperrspannung • High reverse voltage 

• Kurze Schaltzeit • Short switching time 

• Verlustleistung 86 W • Power dissipation 86 W 

Vorliiufige technische Oaten · Preliminary specifications 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

Zubehor 
Accessories 

lsolierscheiben Best. Nr. 515 390 
Isolating washers Best. Nr. 562 897 

S B/V.2. 644/0777 A 1 

., 

11,5 

Kollektor mit 
Gehause verbunden 
Collector connected 

with case 

Normgehause 
Case 

3 B 2 DIN 41872 
JEDEC TO 3 

Gewicht · Weight 
max. 20 g 
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BU526 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

Kol lektor-Emitter-Sperrspan n ung UcEO 
Collector-emitter voltage 

UcES 
RsE,,;1000 Fig. 4 Uc ER 

Kollektorspitzenstrom Fig. 2 IcM 
Collector peak current 

Kollektorstrom Fig. 2 Ic 
Collector current 

Basisstrom IBM 
Base current -IBM 

Gesamtverlustleistung 
Total power dissipation 

tease,,; 25oc Fig. 1, 2, 3 Ptot 

Sperrschichttemperatur lj 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereich 1stg 
Storage temperature range 

t 
77 2177 

~ot H-+--H-+--H-+--H--+-H--+-+-+-+-1-+~ 

100+->-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--l--l-+-+--<-< 

w 

60~'-+-+--+-+-~~~~+-+-!-+-+-+-+-+-+-+-+-l 

~ 
0,1 

40-1--l-+-+-+-++-1-++-1~+-1-++-+H-+--H 

0,01 

0 
0,001 

1 
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Fig. 2 

400 v 
900 v 
900 v 

10 A 

8 A 

4 A 
4 A 

86 w 

175 oc 

-65 ... +175 oc 

77 218 2 

'case= 25 °C 

'• T = 0,01 

'l.J ~ ~ ~ 'rp= 1 µs 

~\I ~ 
~ 

10 µs 

1ii_ ~ 
~ 

'\ 
Nl ~ 

tV ~ 
.:.0 

"\] 

10 100 

100 µs 

1 m• 

10 ms 

u8 E= o '-' 
RBE'.!:100 0: 

_j Ip~ 2 ms 

I I 
1000 v 
UcE-



t T I J 
ZthPl---1---1--1-l-J~l---l--l-++~f--+-1-1 

1 [:::= Ip Q, 5 

C!Wt:=+: 
1--t­
I-+-
1--t-

RthJC =1,75 °C/W 

0 i.....-.P 

BU526 

7 7 21 6 8 

.i-~ 
0,0 1 _L_l____l__l_l..j__s~111R_1,_~Lu~/s~..i...l-~L_J_~f--.,l-_L...LL-l---;:;1-__J__LJ..t--;:;1-~LL~~L_...1-~!:r;--"---'-F~lg_.J~ 

10-6 10-5 10-4 10 3 10 2 10 1 10° s 

t 11 21 a o 

lj 

200-1.-l-l--l--l-l--l--l-1-_l_l_j___L_J_j___L_!_j___j__j~ 

oc 

40+-1-+-+-+-l-l-l-+--l-+-+-+-l-+-++-f-++--1 

Fig. 4 

0 200 400 600 800 v 
UcE-

~E 
~ 

7 7 2181 

Fig. 5 

Ip--
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BU 526 

Wiirmewiderstand Min. Typ. Max. 
Thermal resistance 

Sperrschicht-Gehause RthJC 1,75 °C/W 
Junction case 

KenngroBen 
Characteristics 

tease = 25 oc, falls nicht anders angegeben 
unless otherwise specified 

Kollektorreststrom 
Collector cut-off current 

UcE=900V Fig. 6 ICES mA 
1i = 150°C, UcE = 900 v Fig. 6 1CES 2 mA 

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
Collector-emitter breakdown voltage 

t 
le= 100 mA, Le= 25 mH, Jl.>001 U(BR)CEO 400 v r- , 
Ic = 0,5 mA. RsE :s: 100 o U(BR)CER 900 v 

Emitter-Basis-Durch bru ch span nu ng 
Emitter-base breakdown voltage 

IE= 1 mA U(BR)EBO 6 v 

Kollektor-Sattigungsspannung 
Collector saturation voltage 

le= 8 A, Is= 3 A Fig. 7 Uc Es at 5 v 

Basis-Sattigungsspannung 
Base saturation voltage 

Ic=6A,Is=1,25A UBEsat 2 v 
Kollekto r-Basis-G le ichstromverhaltn is 
DC forward current transfer ratio 

UcE = 5 V, le= 1 A Fig. 10 hFE 15 45 
le= 4A hFE 6 

Transitfrequenz 
Gain bandwidth product 

UcE = 10V, le= 500mA,f=1 MHz fr 10 MHz 

Schaltzeiten 
Switching characteristics 

Ic = 4 A, Is1 = -Is2 = 1,25 A, Ip= 20 µs 

Abfallzeit 
Fall time 

It 1) µs 

Ausschaltzeit 1off 4 µs 
Turn-off time 

1) Beim Abschalten induktiver Last unter Verwendung eines Ruckschlagkondensators. 
By using retrace capacitor at switching-off inductive load 
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4 
mA 

3 

2 

0 

77 2176 

+---1-+-j UcE= 900 V 

[/_ 

] 

171 
]7 

.i..-

Fig. 6 

40 80 120 160 °C 
1case -

77 2175 

1,s-1----1---~~~...L...L.LJ.-1-1++1--+--1-+-1-1-1-1-11 

v 

1, 2 

0,8 

l---1----1-+l--l-l-I+ UC E = 2 V 

'case= 25 °C 

Fig. 8 
0 _J---4-u..i.U.U.j.._...L...1....U..1.l.L.4!--J....l.-....J 

10 100 1000 mA 
Ic-

t 

10 
v 

BU526 

77 2178 

lease= 2 5 °C 

I-- lc=1A 2A 3A 5A SA 

I 
l 

I 

\ \ I I!! 

11'1 

l\ 
~ }. ' I\\ i-

Fig.7 

100 1000 mA 
Is-

77 2174 

Uc E = 5 V f-lll----+-+-14-H-1-11 

lj = +150 °C 

~ ""'" 10~t~ll~ ll l~lll ~11~1~11 
~ 40°C 

1 -l--'-J...J...J..J..W.j..-....._.'-l....l..u..1.111--J....l.-F~ig....J.9 
10 100 1000 mA 

Ic-
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BU526 

lease= 25 °C 

le= 1 A 

~ 
20+-J~--+-+-+--+--t-+-l--+--+----+---+-+---j 

-/-

I 

Fig. 10 

0 8 16 

t 7 7 2171 

t-+-1-f""" 
0,4-.-,r-+--+-+--+--+-+~t--+--+--l-1--'-'-+-+--+-+-

Fig.12 

0 2 3 
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0 

f 

2,0 
µs 

1, 6 

1, 2 

0,8 

0,4 

0 

T 

~ 
IL 

40 

[:;fl 
f7"rotf 
~ 

7 

80 

f.-

Fig. 11 

120 °C 
1case---

77 217 2 

Vs= 125 V 

Ic= 4 A 

181 =-182 =1,2s A f-ti f-+-1 

'• 

10 20 

lease= 25 °C 

30 

Fig.13 

40 µs 
Ip-



t 
77 217 0 

2,0 II uc,=125V 

µ S t----ttl++--+--+-+-+-, IC = 2, 5 A t----t--+--+----< 

_\ 181 = 0,5 A 

t---+-\'---+--+--+-+-1 r P = 20 µ s t----t--+--+----< 

1, 6 -r-t----;,~r-+--t-+--+--+-~~+-+--+-+__, 

\ 
1, 2 +-+-+--+--!rs.--+-l'+-1-+---t--1r-+--+-t-+--1 

~ase=125 °CI--+-+--

o, 8 -+-t-+---+-'--+---+--1--+--+N-+-+----<--+--+----< 

1"t--.. 0,4+-t-H-t-~..ir-=+t-J-+-it----1 25 •c r-t-+-1 

Fig. 14 

0 

BU526 

t 
77 2169 

UC E = 12 5 V f--+--+--+----< 

10 -t--tt-+--+--+--+----< IC = 2, 5 A f-+-+--1----j 

µ s 1----tI+-+--+--+--+----< I 81 = 0' 5 A f-+-+--1----j 

1----tj-++--+--+-+-+-. t p = 2 0 µs f-+-+--1----j 

8+-+-lH---+-+--+-+-f-+-+--+--+--+-+-1 

6~14---4'~<--+--4--+-+-+--+--+---+-+--+----<__, 

~ ~ b:_·" = 125 °C f--+--+--+----< 

4+---+--.--~~~--+-+-~~::E;.(~--+--4__,__,f--t 

I~ 25'C 

2+-t-+-+--+--+-t--tr-i-t-,...,,""""=-+---1f----t-t-~ 

Fig.15 
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2 N 3055 

Diffundierter Silizium-NPN-Mesa-Leistungstransistor 
Diffused Silicon NPN Mesa Power Transistor 

Anwendungen: Schalter hoher Leistung und NF-Endstufen 
Applications: High power switching and AF-output stages 

Besondere Merkmale: 

• Hohe Sperrspannung 

• Hohe Spitzenleistung 

• Verlustleistung 115 W 

Abmessungen in mm 
Dimensions in mm 

Zubehor 
Accessories 

lsolierscheibe Best. Nr. 009004 
lsolatmg washer 

Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 

Kollektor-Basis-Sperrspannung 
Collector-base voltage 

Kollektor-Emitter-Sperrspannung 
Collector-emitter voltage 

R9E = 1000 

Emitter-Basis-Sperrspannung 
Emitter-base voltage 

Kollektorstrom 
Collector current 

Basisstrom 
Base current 

B 2/V.2.442/0475A 1 

Features: 

• High reverse voltage 

• High peak power 

• Power dissipation 115 W 

111 

11,4 11 

Uc so 

UcEO 

Uc ER 

UEBO 

le 

/9 

Kollektor mit 
Gehiiuse verbunden 
Collector connected 

with case 

Normgehiiuse 
Case 

3 B 2 DIN 41872 
JEDEC TO 3 

Gewicht · Weight 
max. 20g 

100 v 

60 v 

70 v 
7 v 

15 A 

7 A 
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2 N 3055 

Gesamtverlustleistung 
Total power dissipation 

lease ~ 25 oe Ptot 115 w 
Sperrsehiehttemperatur t j 200 oe 
Junction temperature 

Lagerungstemperaturbereieh 1stg -65 ... +200 oe 
Storage temperature range 

Wiirmewiderstand Min. Typ. Max. 
Thermal resistance 

Sperrschieht-Gehause 
Junction case 

RthJe 1,5 0 e1w 

KenngroBen 
Characteristics 

tamb = 25 °e, falls nieht anders angegeben 
unless otherwise specified 

Kollektorreststrom 
Collector cut-off current 

UeE = 100 V, UEB = 1,5 V IeEv*l 5 mA 

UeE = 60 V, UEB = 1,5 V, lease = 150 °e 1eEV **) 10 mA 

Emitterreststrom 
Emitter cut-off current 

UEB = 7V 1EBO 5 mA 

Kollektor-Emitter-Durehbruehspannung 
Collector-emitter breakdown voltage 

Ie = 2oomA U(BR)eEO *) 1l 60 v 
le= 200 mA, RsE = 1000 U(BR)eER *) 1) 70 v 

Kollektor-Sattigungsspannung 
Collector saturation voltage 

le= 4A, ls= 400mA UeEsat *l 1l 1,1 v 

Basis-Emitter-Spannung 
Base-emitter voltage 

UeE = 4 V, Ie = 4 A UsE*)1) 1,8 v 

Kollektor-Basis-Gleiehstromverhaltnis 
DC forward current transfer ratio 

UeE = 4 V, le = 4 A hFE *) 1) 20 70 

UeE = 4 V, le = 10 A hFE 1) 5 

Transitfrequenz 
Gain bandwidth product 

UeE = 10V, le= 1 mA, f= 0,1 MHz fr 800 kHz 

*) AQL = 0,65% **) AQL = 2,5% 
Ip 

1) T = 0,01, Ip = 0,5 ms 
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2 N 3055 

Schaltzeiten Min. Typ. Max. 
Switching characteristics 

Ic = 4A, 181 = -182 = 400mA, tamb = 25oc 

Verzogerungszeit td 0,2 µs 
Delay time 

Anstiegszeit tr 2,6 µs 
Rise time 

Speicherzeit ts 2,7 µs 
Storage time 

Abfallzeit t f 6 µs 
Fall time 

I 
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AEG-TELEFUNKEN 
Serienprodukte 
Geschaftsbereich Halbleiter 
Vertrieb 
Postfach 11 09 
7100 Heilbronn 
Tel.: (0 7131) 88 21 · Telex 07-28 746 

Auskiinfte iiber unser Produktionsprogramm erteilen: 

AEG-TELEFUNKEN 
Serienprodukte 
Vertriebsniederlassung 
Vertrieb Bauelemente 

1000 Berlin 33, Hohenzollerndamm 152 
Tel. (0 30) 82 92-3 62 bis 3 65, 
Telex 183697 

2000 Hamburg 36, StadthausbrUcke 9 
Tel. (0 40) 34 98-317, Telex 211 609 

3000 Hannover 1, AlemannstraBe 17 
Tel. (0511) 16 78-8 41, Telex 921 318 

5000 Koln 30, Oskar-Jager-StraBe 125-143 
Tel. (02 21) 5491-6 74, Telex 882 928 

6000 Frankfurt 1, Mainzer LandstraBe 23 
Tel. (0611) 267-337, Telex 411164 

7030 Boblingen-Hulb, DornierstraBe 7 
Tel. (07031) 6668-651, Telex 7265565 

7730 VS-Villingen, LuisenstraBe 9 
Tel. (07721) 23065, Telex 7921512 

8000 Miinchen 19, ArnulfstraBe 205 
Tel. (089) 1305-466, Telex 523168 

8500 Niirnberg 1, ZollhausstraBe 95 
Tel. (09 11) 80 04-5 25, Telex 622 571 
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Distributoren: 

Distron 
1000 Berlin 33, Mecklenburgische StraBe 24 b 

Tel. (030) 8243061/65, Telex 185478 

ALFRED NEYE­
ENATECHNIK GmbH 
2085 Quickborn, SchillerstraBe 14 

Tel. (04106) 612-1, Telex 213590 

RTG E. SPRINGORUM KG 
4600 Dortmund, BronnerstraBe 7 

Tel. (0231) 5495-1, Telex 822534 

BERGER-ELEKTRONIK GmbH 
6000 Frankfurt, Am Tiergarten 14 

Tel. (06 11) 49 03 11, Telex 412 649 

elecdis - Ruggaber KG 
7250 Leonberg, HertichstraBe 41 

Tel. (07152) 4 7081, Telex 724192 

POSITRON 
Bauelemente-Vertriebs-GmbH 
7730 VS-Villingen, Niedere StraBe 64 

Tel. (O 77 21) 5 90 84, Telex 7921 515 

ELECTRONIC 2000 Vertriebs GmbH 
8000 MUnchen 80, Neumarkter StraBe 75 

Tel. (0 89) 43 40 61, Telex 522 561 



AEG-TELEFUNKEN 
Serienprodukte 
Geschaftsbereich Halbleiter 
Export 
P.O.B. 1109 
D-7100 Heilbronn 
Tel.: 8821 · Telex: 07-28 746 

Europa 

Belgien 

Societe Anonyme beige 
AEG-TELEFUNKEN 
40, Rue Souveraine 
B-1050 Bruxelles 
Tel.: 5 12 79 40 

513 39 70 
Telex: 21359 

Bulgarien 

E. van Hazebrouck KG 
Savigny-Str. 37 
6000 Frankfurt/Main 1 
Tel.: 0611/749041 
Telex: 04-11 071 

Diinemark 

AEG DANSK 
Electriciteits Aktieselskab 
Roskildevej 8-1 O 
DK-2620 Albertslund 
Tel.: 648522 
Telex: 33122 

Finnland 

Sahkiiliikkeiden OY 
P.O.B. 88 
SF-01301 Vantaa 30 
Tel.: 8381 
Telex: 12431 

Frankreich 

AEG-TELEFUNKEN 
FRANCE SA 
Department Composants 
Electroniques 
6, Blvd. du General Leclerc 
Bureau 612 
92115 Clichy 
Tel.: 7393310 
Telex: 620827 

Griechenland 

Telefex AG 
101 Thessalonikis Street 
Moschaton (58)-Athens 
Tel.: 4 819346 

4 81 79 46/7 /8 
Telex: 2 13 487 

GroBbritannien 

AEG-TELEFUNKEN (UK) Ltd. 
Bath Road 
Slough SL 1 4AW 
Berkshire 
Tel.: 87 21 01 
Telex: 847541 

ltalien 

AEG-TELEFUNKEN Societa 
ltaliana per Azioni 
UTECO 310 
Viale Brianza, 20 
Casella Postale 47 
20092 Cinisello Balsamo/ 
Milano 
Tel.: 92798 
Telex: 31473 

Jugoslawien 

lnterexport 
Trg Republike 5/Vlll 
P.P. 789 
YU-11001 Beograd 
Tel.: 620055 
Telex: 11240 

Luxemburg 

AEG-TELEFUNKEN 
Luxembourg S.A.R.L. 
8, Rue 1900, Postfach 2004 
Luxembourg 
Tel.: 488041 
Telex: 2513 

Holland 

N.V. Electriciteits Maatschappij 
AEG Amsterdam 
Aletta Jacobslaan 7 
Amsterdam-Slotervaart 
Tel.: 511 6333 Telex: 11234 

Norwegen 

AEG-TELEFUNKEN Norge A.S. 
Dag Hammerskj0lds vei 47 
Postboks 187, 0kern 
N--Oslo 5 
Tel.: 156590 
Telex: 19961 

Osterreich 

bsterreichische 
AEG -TELEFUNKEN G.m.b.H. 
Brunner Str. 52 
A-1211 Wien 
Tel.:3801364 
Telex: 74889 

Polen 

THM EXIMPOL S.A. 
ul. Stawki 2/Etage 28 
P.O.B. 810 
PL-00-950 Warszawa 
Tel.: 259962 
Telex: 814640 

Portugal 

AEG-TELEFUNKEN 
Portuguesa S.A.R.L. 
Rua Joao Saraiva, 4/6 
Apartado 5149 
Lissabon 5 
Tel.: <!911 71 
Telex: 12173 

Rumiinien 

E. van Hazebrouck KG 
Savigny-Str. 37 
6000 Frankfurt/Main 1 
Tel.: 0611/749041 
Telex: 04-11 071 

Schweden 

SATTCO AB 
Dalvagen 10 
S-17136 Solna 
Tel.: 830280 
Telex: 11588 
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Schweiz 

Elektron AG 
Riedhofstrasse 11 
CH-8804 Au ZH 
Tel.:751722 
Telex: 75755 

Spanien 

AEG lberica de 
Electricidad, S.A. 
General Mola 112-114 
Apartado 235 
Madrid 2 
Tel.: 2627600 
Telex: 27635 

Tiirkei 

Server Ataman 
lstiklal Caddesi 378/4 
PK Beyoglu 366 
lstanbul-Beyoglu 
Tel.:442168 

Ungarn 

MERCATOR S.A.R.L. 
Thbkbly ut 156 
P.O.B. 77 
1441 Budapest XIV 
Tel.: 833177,8331 63 
Telex: 225046 

Afrika: 

Angola und S. Tome 

Sociedade Luso-Alema Lda. 
Caixa Postal 1222 
Luanda 
Tel.: 7 39 60/61 /62 
Telex: 3137 

Marokko 

ElectRa S.A. 
4, Rue Canizares 
Casablanca 
Tel.: 62861/62 
Telex: 22933 

Siidafrika 

lmpectron (Pty) Ltd. 
P.O.B. 10262 
Johannesburg, 2001 
Tel.: 7 25 33 50 
Telex: 80174 
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Mittel- u. Si.idamerika 

Brasilien 

AEG-TELEFUNKEN 
do Brasil S.A. 
Rua Tabare 551 
Campo Grande 
Santo Amaro 
Caixa Postal 2020 u. 8557 
Sao Paulo 
Tel.: 247-01 22 
Telex: 1123558 

Mexiko 

TELEFUNKEN Mexicana 
S.A. de C.V. 
Poniente 146 No. 730 
Aptdto. Postal 75-158 
Mexico 16, D.F. 
Tel.: 5679233 
Telex: 1775681 

Venezuela 

AEG-TELEFUNKEN 
VENEZOLANA S.A. 
Boleita Norte 
Calle Vargas 
Apartado de Altamira 68912 
Caracas 106 
Tel.: 36 14 11 
Telex: 25342 

Nordamerika 

Kanada 

Bayly Engineering Ltd. 
167; Hunt Street 
Ajax Ontario, L 1 S1 P6 
Tel.: 8 39-11 01-11 04 
Telex: 06981293 

USA 

AEG-TELEFUNKEN 
Corporation 
570, Sylvan Avenue 
Englewood Cliffs/ 
New Jersey 07632 
Tel.: 568-8570 
Telex: 135497 

Asien 

Hongkong 

Jackson Mercantile 
Trading Co. Ltd. 
57, Ta Chuen Ping Street 

2nd Floor 
Kwai Chung 
N.T., Hong Kong 
P.O.B. 2904 
Tel.: 12-2441 21-8 
Telex: hx 74774 

lndien 

NGEF Ltd. 
Bank of Baroda 
Building 
16, Parliament Street 
P.O.Box 633 
New Delhi 110001 

Iran 

AEG-TELEFUNKENIRAN 
Kh. Karim-Khan Zand 
AEG-Building 
Teheran 
Tel.: 82 7143-7/8303 41-5 
Telex: 2679 

Israel 

ELOTAS 
Electro-Vista Industries Ltd. 
P.O.Box 2659 
Tel Aviv 
Tel.: 269-930 
Telex: 3-2387 IL 

Singapore 

Seow Kuan Co. (Pte.) Ltd. 
4-6, Dhoby Ghaut 
Singapore 9 
Tel.: 30351/52 

Australien und 
Ozeanien 

Australischer Bund 

Amalgamated Wireless 
(Australasia) Ltd. 
4 7, York Street 
G.P.O.Box 2516 
Sydney N.S.W.2001 
Tel.: 20233 
Telex: 21515 

Neuseeland 

AWA 
New Zealand Ltd. 
Wineera Drive 
P.O.B. 830 
Porirna, Wellington 
Tel.: 75-069 Telex: 31001 



Druck: Handelsdruckerei Georg Hohmann, 71 Heilbronn, RoBkampfstraBe 13 



Bauelemente 
fur Elektronik und 
Nachrichtentechnik 

Components 
for Electronics and 
Telecommunication Systems 

Geschaftsbereich Rohren und Baugruppen 
1. Rohren: Postfach 4309 · 7900 Ulm · "J." (07 31) 1911 ~ 712601 

Bildri:ihren fiir Schwarz/WeiB- und 
Farbfernsehgerate 
Ablenkmittel fiir Fernsehbildri:ihren 
Bauteile fi.ir Farbfernsehen 
Mikrowellenri:ihren, Mikrowellen-Si-Dioden 
Elektronenstrahlri:ihren fiir Oszillographen 
Monitorri:ihren, Radarri:ihren 
Bildabtastri:ihren 
Bildwandlerri:ihren 
Bi ldve rstarkerri:i h re n 
Bildaufnahmeri:ihren, Fotozellen 
Stabilisatoren, Thyratrons, Kaltkathodenri:ihren 
Gasentladungs-Anzeigeelemente 
Bildschirm-Module 
Emptanger- und Verstarkerri:ihren 
Spezialverstarkerri:ihren 
Senderi:ihren, Ri:intgenri:ihren 

Picture Tubes for Monochrome and 
Colour TV Sets 
Deflecting Units for TV Picture Tubes 
Components for Colo ur TV Sets 
Microwave Tubes, Microwave Silicon Diodes 
Cathode-ray Tubes for Oscilloscopes 
Monitor Tubes, Radar Tubes 
Flying Spot Tubes 
Image Converter Tubes 
Image Intensifier Tubes 
Camera Tubes, Photocells 
Stabilizers, Thyratrons, Cold-cathode Tubes 
Gas Discharge Display Elements 
Display Modules 
Receiving and Amplifying Tubes 
Special-purpose Amplifying Tubes 
Diodes, Transmitting Tubes, X-ray Tubes 

2. Baugruppen : Postfach 144 · 8070 lngolstadt 2 · "J." (08 41) 8 201119 ~ 055 875 

Schaltdioden-Tuner 
Digitale und elektronische Programmspeicher 
Potentiometertasten 
Leiterplatten 
Schicht-Regelwiderstande und Schalter 

Geschaftsbereich Halbleiter 

Switch Diode Tuner 
Digital and Electronic Programme Memory 
Potentiometer Switching Units 
Printed Circuits 
Potentiometers Carbon Composition and Switches 

Postfach 11 09 · 71 00 Heilbronn · "J." (0 71 31) 88 21 ~ 7 28 7 46 

Digitale integrierte Schaltungen Digital Integrated Circuits 
Lineare integrierte Schaltungen Linear Integrated Circuits 
Kundenspezifizierte Schaltungen in MOS-Technik Custom designed MOS-Circuits 
Transistoren und Dioden fi.ir Transistors and Diodes for 
lndustrie- und Konsumanwendungen Industrial and Consumer Applications 
Optoelektronische Bauelemente Optoelectronic Devices 

Geschaftsbereich Passive Bauelemente 
1. Vertrieb Kondensatoren und Schichtschaltungen 
Postfach · 8500 Nurnberg 107 · "J." (0911) 27 71 ~ 06 22 551 

Al -Elektrolytkondensatoren 
Tantal -Konde11satoren 
Ku nststoff-F ol ien kondensatoreri 
Dickschichtschaltungen 

2. Vertrieb Starkstromkondensatoren 

AL Electrolytic Capacitors 
Tantalum Capacitors 
Plastic foil Capacitors 
Thick film Circuits 

Drontheimerstr. 28-34 · 1000 Berlin 65 · "J." (0 30) 4910 61 ~ 01 81 787 

Funk-Entsti:irmittel 
MP-Kondensatoren fi.ir Gleichspannung 
Motor-Kondensatoren 
Kondensatoren fiir Entladungslampen 
Glattungskondensatoren ab 1 kV 
Leistungs-Kondensatoren. 
Anlagenschutz-Kondensatoren 
Elektroprintpapier 

AEG-TELEFUNKEN 

Noise suppressors 
Metallised paper (MP) capacitors d. c. applications 
Motor capacitors 
Capacitors for fluorescent lamps 
Smoothing capacitors, ratings from 1 kV 
Power capacitors 
Protection Capacitors 
Electroprint Paper 




